





SEMICONDUCTOR DIODES

DIODES SEMI-CONDUCTRICES

HALBLEITERDIODEN

The inclusion of a type number in this list does not nec-

essarily imply 1its availability

' La figuration d'un numéro de type sur cette liste n'implique
pas nécessairement .que le tube est livrable
Das Vorkommen einer Typennummer in dieser Liste bedeutet
nicht dass sie tats&dchlich lieferbar ist

Type Page Date Type Page Date
Typ Seite Datum Typ Seite Datum
Dio +,2| 5. 5.1963| | BA10O 1,2 5. 5.1960
.. |Dio 3 5. 5.1963 AB |5, 5.,1960
AA119 1,2 6. 6.1962 C,D 5. 5.1960
A,B 6. 6.1962| | BA102 1,2 9+ 9.1960
c,D 6. 6.1962 3,A 9. 9.1960
AAY21 1,2 4. 4.1963 | | BA114 1 4. 4.1963
3 4. 4.1963 4,B 4, 4.1963
4,B 4. 4.1963| | BY100/8 1,2 |5, 5.,1963
c,D 4. 4,1963 4,B 5. 5.1963
E 4. 4.1963 C,D [5. 5.1963
| AAZ12 | 1,2 | 12.12.1961 E 5. 5.1963
3,4 12.12.1961| | BY114 1,2 5. 5.1963
4,B 12.12.1961 “A,B 5. 5.1963
| AAZ13 1,2 12.12.1961 ¢,D 5. 5.1963
3,4 12.12.1961 E 5. 5.1963
4,B 12.12.1961{ | BYY15
AAZIS | 1,2 4. 4.1961] | BYY16 ! 5+ 5:1965
3 4. 41961 | BHX20 1,2 | 5. 5.1963
A,B 4, 4.1961 A,B 5. 5.1963
¢,D 4. 4,1961| | BYy22 1,2 5. 5.1963
E,F 4. 41961 | BI23 3,4 | 5. 5.1963
| AAZ17 1,2 10.10.1960| | BYY25 5,6 5. 5.1963
3,4 | 10.10.1960 gggg 7 5. 5.1963
A,B 10.10.1960 4,B 5. 5.1963
¢,D 10.10.1960 c,D 5. 5.1963
. E 10.10.1960 E,F 5. 5.1963
AAZ18 | 1,2 . 4.1961 3
3:4 ~1g.1g.136o gg;z ! 5. 51963
AyB 10.10.1960
C,D | 10.10.1960
. E 10.10.1960
5.5.1963 772 1813 Dio 1.




SEMICONDUCTOR DIODES

DIODES SEMI- CONDUCTRICES

HALBLEITERDIODEN

The inclusion of a type nv{mber in this ligt does not nec-

essarily imply 1ts avallability

La figuration d'un numero de type sur cette liste n'implique i

pas nécessairement qu'il est livrable

Das Vorkommen einer Typennummer in dieser Liste bedeutet
nicht dass sie tatsa@chlich lieferbar ist

Type Page Date Type Page Date

Typ Seite Datum Typ Seite Datum .
Brat | 12| 5. 5.1963||B2214 1,2 | 4. 4.1963
BYZ12 | 3,4 5. 5.1963| | B2Z16 3,4 4. 4,1963
BYZ13 | 5 5. 5.1963| (82217 | 4B | 4, 4.1963
4,B 5. 5.1963||B2219 c,D 4. 4,1963

c,D 5. 5.1963| | B2%20 E,F | 4. 4.1963

E 5. 5.1963| : GyH | 4. 4.1963

noie | 12 | 5. 5.1963 5, | 4. 4,1963
BYY15 3,4 5. 5.1963 K 4. 4.,1963
B | 56 | 5. 5.1963) |oas 1,2 | 7. 7.1957
BYY74 7 5. 5.1963 A,B 7. 7.1957
4,B 4. 4.1963 ¢,D | 7. 7.1957"

c,D 4. 4.1963| | 0a7 1,2 6. 6.1960

E,F 4. 4.1963 3 11.11.1960

Bl 12 |5 5962 A,B | 6. 6.1960
3,4 5. 5.1962 ¢,D 6. 6.1960

B,C | 5.5.1962 E,F | 6. 6.1960

049 1,2 + 5.1960

13z—;fgg 1:2 5. 5.1962 3.4 : 5.1360
3,A 5. 5.1962 A,B 5. 5.1960

B,C 5. 5.1962 €D | 5. 5.1960

%%3‘; 1,2 4. 4.1963 E,F | 5. 5.1960
BZY76 | 3 4. 4.1963 G 5. 5.1960"
A,B 4. 4,1963 10431 1,2 4. 4.1959

c,D 4. 4.1963 3 4. 4,1959

E,F 4. 4,1963 A,B 6. 6.1958

G,H 4. 4.1963| 0447 152 [10.10.1960

1,7 44 4,1963] 3,4 |[10.10,1960

X,L 4. 4,1963 A,B [10.10.1960

ggg;? 1,2 4. 4.1962 c,D |10.10.1960
BZZ12 | A8 | 4, 4.1962 E,F 110.10.1960
BZ213 | 4 4. 4.1962 G 10.10.1960
772 1814 Dio 2.




SEMICONDUCTOR DIODES
DIODES SEMI-CONDUCTRICES

HALBLEITERDIODEN
Type | Page Date Type | Page Date
Typ Seite Datum Typ Seite Datum
0A70 1,2 7. 7.1957||0A91 1,2 3. 3.1958
A,B 10.10.1958 A,B 3. 3.1958
c,D 10.10.1958 c,D 3. 3.1958
E,F 7. 7.1957| [0A92 1,2 6. 6.1961
G,H 7. 7.1957 3 . 6. 6.1961
1,7 7. 7.1957 4,B 6. 6.1961
0A71 1,2 7+ 7.1957 c,D 6. 6.1961
A,B 7. 7.1957 E,F 6. 6.1961
c,D 7. 7.1957 G 6, 6.1961
0A72 0A95 1,2 3, 3.1958
_ 1,2 7. 7.1957 !
rokrz ) 7. 7.1957 4B 3. 341958
A,B 7. 7.1957 ¢,D 3. 3.1958
0A73 1,2 7 7.1957 E 3. 3.1958
A,B 7. 7.1957 0A200 1,2 6. 6.1960
¢,D | 7. 7.1957 3 6. 6.1960
E,F | 7. 7.1957 4,8 6. 6.1960
6,H 7. 7.1957 ¢,D 6. 6.1960
1,7 7. 7.1957||0A201 1,4 7. 7.1957
2_gﬁgg ;,2 7. 7.1957 0A202 1,2 6. 6.1960
3,4 | 7. 7.1957 3 6. 6.1960
4,B 7. 7.1957 4B 6. 6.1960
¢,D | 7. 7.1957 €:D 6. 6.1960
E 9. 9.1959] |04210 1 12.12.1958
0481 1,2 7. 7.1957 4,3 10.10.1958
A,B 7. 7.1957 c,D 10.10.1958
e,D 7. 7.1957 E 10.10.1958
0485 1,2 7. 7.1957 0A211 1,2 3. 3.1958
A,B 7. 7.1957 A,B 10.10.1958
c,D 7. 7.1957 ¢ 10.10.1958
8ﬁggc 1,2 7. 7.1957| |0A214 1,2 3. 3.1958
3,4 3. 3.1958 A,B 10.10.1958
c 10.10.1958
4B 7. 7.1957| loap12 1 7. 7.1958
¢,D 7. 7.1957|loaz200 | 1,2 5. 5.1960
0A90 1,2 3. 3.1958| | — 213 2,4 g. g.lggg
AB | 4. 41959 4,8 5. 5.1960
c,D 3. 3.1958 c,g 5. 5.1328
E 5. 5.1
E,F 3. 3.1958 a8 27 2:1560
5.5.1963 722 1815 Dio 3.






PHILIPS | AA119

-1 POINT-CONTACT GERMANIUM DIODE in miniature all-glass con-
struction for use 1in A.M. detector and ratio detector
circuits

Dimensions in mm  The white band indicates the cathode side

max2 1) maxZ‘”

max2,5¢

LIMITING VALUES (Absolute max. values)

T, o = 25 % 60 °c
Tnverse voltage amb_ el
Average value (averagr
ing time mex. 50 msec) -Vp = max. 30V 30 V
(tay = max. 50 msec 50 msec)
Peak value -Vpy = max. 45V 45V

Forward current
Average value (averag:

ing time max, 50 msec) ID = mAX. 35 mA T 15 mA
(See page D) (tay- = max. 50 msec 50 msec)
Peak value Ipy = max. 100 mA 100 mA

Surge current (max.
auration 1 sec) ZEDsurge max. - 200 ‘mA 200 mA
t

max. 1 sec 1 sec)

0o

Temperatures

Storage temperature Ty = -55 o¢ ta +75 °C
Operating ambient :
temperature Tamd = -55 0C.to +60 °C
THERMAL DATA
Thermal resistance from junctlon

o to ambience in free air K = max. 0.45 Oc/mW

Ty Not tinned

772 1230 Tentative data Te
6.6,1962




AA119| PHILIPS

CHARACTERISTICS at Tamp = 25 °C

Forward Reverse
voltage current
Forward| Inverse _
current VD voltage (-Ip)
Ip = max. (-vp = max.
0.1 mA |=0.23V <0.30 Vv 1.5V | =0.8 ua |< 2.8 pA
1mA|=0.56V | <0.,887 10V | = 4.5 pA [< 18 pA
30mA (= 2.8V | < 4,0V) 30V | = 35 uA |< 150 pA
45 V| = 90 pA |< 350 pa

CHARACTERISTICS RANGE VALUES FOR EQUIPMENT DESIGN

Forward voltage (Vp)

Forward Tamb = 25 °C Tamb = 60 OC
current
(ID) = max. = max.
0.1 mA =0.16 V < 0,25V
1 mA = 0,50 V <0.80V
10 mA = 1,5V €22 V| = 1.4V < 2.1V
30 ma!) = 2.6V | < 3.87
Reverse current (-Ip)
Inverse Tamb = 25 °C Tamp = 60 °C
voltage 2ub
(‘VD§ = max, = zax.
0.1V = 0.35 pA < 1.0 pA| = 4.5 pA < 12 pA
1.5V = 6 A < 25 uA

10V = 16 pA < 60 pA

30V = 60 pa < 300 pA
45 V = 170 pA < 500 pA
Input voltage Vi = 3 Vrms
Frequency £ =10.7 Nc/s
Efficiency n = 8 %
Damping resistance rg = 15 kQ Z ’533 ﬁg
1) Measured with current pulses to prevent excessive
dissipation

772 1231 Tentative data 2.
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PHILIPS [AAY21

POINT CONTACT GERMANIUM DIODE in miniature all-glass con-
struction for high speed computer logic applications

Dimensions in mm The white band indicates the cathode side

max2 I max 2"
glgﬁzl — K =
E ’

; max76 | . i
64425 N

b 11.26ag

LIMITING VALUES (Absolute max. values)

Inverse voltage -Vp = max. 15V
Forward current
Continuous Ip = max. 20 mA
Peak value Ipy = max. 50 mA
Temperatures
Junction temperature Ty = max. 75 °C
Operating ambient
temperature Tamp = -650C to +60 OC
Storage - temperature Ts = -659C to +75 OC

THERMAL DATA

Thermal resistance from Junction

to ambience in free air K max. 0.75 OC/mW

[}

CHARACTERISTICS
TJ = 25 0C Tamb =60 °C
Forward Inverse
current Forward voltage volta§e Reverse current
(1p) (vp) | (VD - (-Ip)
min. max. max.
2 mA 0,25V | 0,45V 5V 30 uA
10 mA 0.40 V | 0.80 V 15V 100 pA
50 mA 0.60 Vv 1.5V

) Not tinned

722 1719 Tentative data T.
4.4.1963



AAY21

PHILIPS

CHARACTERISTICS RANGE VALUES FOR EQUIPMENT DESIGN

Ty = 60 °C Tamb = 25 OC
Forward Forward voltage Inverse Reverse current
current voltage

(1p) (vp) (-vp (-Ip)
min, max. max.
2 mA 0,19V | 0,39 V 5V 10 pA
10 mA 0.34 V | 0.74 V 15V 60 pA
50 mA 0.54V | 1,44V
Diode capacitance
Inverse voltage -Vp = 1V
Frequency £ = 0.5 Mc/s
Ambient temperature Tamb = 25 OC
Diode capacitance cgk < 1.2 pF
Reverse recovery time (see figs. 1, 3 and 4)
Initial forward current Ip = 3 mA
Inverse voltage -Vp = 1V
Loop resistance Rloop = 100 @
Ambient temperature Tamb = 25 °C
Reverse recovery time t = 5 nsec
for -Ip = 1 mA TéC < 12 nsec

Reverse recovery current (see figs. 2, 3 and 5)

Initial forward current Ip = 3 mA
Inverse voltage -p = 5V
Loop resistance Rjoop = 500 @
Ambient temperature Tamb = 25 °C
Reverse recovery current '
after t = 50 nsec -Ip < 0.5 mA
TID=3mA
Pulse generator —-l 1 Sampling
RS= 50.0, oscilloscope
Rise time<0.00025u sec Ry =504,
L
Fig. 1

722 1720

Tentative data




PHILIPS

AAY21

TID =3mA
5000,
Pulse generator & @ AW Time determined
Rise time<0.001 u sec current meter
T
et Oscilloscope
Fig. 2 RiZIMQ,
CjS8pF
Ip= ax12nsec 50n sec
3mA '—j
T }
~Ip=ImA max'05mA
t e Fige 3
(psec)
To.o: -
|
~In=ImA
0005 t-lp=ImA) |
|
- |
|
0 Il Il 1 L 1 6‘I0 !
0 20 40 7(°C)
~Iprec
Fig . (lJ A )
|
|
i |
100} | 1
0 1 1 ! 1 1 1 I Il
0 20 60
“ —Tj(°C)
Fig. 5
772 1721 Tentative data 3.

4.4,1963
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PHILIPS |AAY21
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PHILIPS [aaz12

struction for high current low hole-storage applications
DIQDE AU GERMANIUM A JONCTION en construction tout-verre
a sorties unilaterales destinée aux applications de
courant élevé et de faible accumulation de lacunes
GERMANIUM-FLACHENDIODE in Allglastechnik mit einseitig
ausgefiihrten Anschliissen flir Anwendungen mit hohen Strémen
und geringer Locheraufspeicherung

The red dot indicates the

GERMANIUM JUNCTION DIODE in single-ended all-glass co£1

Dimensions in mm © ~cathode connection
Dimensions en mm Le point rouge indique la
Abmessungen in mm connexion de la cathode

Der rote Punkt bezeichnet
den Katodenanschluss
! ‘max15 _ min 37

C =

QL ¢
max1s S

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

max 5,2

Tamp = 25 60 %
-Vp = max. 30 30V
Ip (tav = max. 50 msec) = max, 100 100 mA
Ipy. = max, 1,0 0,5 A
Ip surge (t = max. 100 usec) = max. 4,0 A
Ty = max, 75 °C
Storage temperature .
Température 4'emmagasinage = =55 °C/+75 °c
Lagerungstemperatur

Ty Not -tinned; non étamé; .nicht verzlnnt

722 0948 - Tentative data. Vorlaufige Daten - .
12.12,1961 Caractéristiques provisoires



AAZ12 PHILIPS

Thermal data. Thermal resistance. from

junction to ambience in free air =~ X < 0.4 °G/uw
Données .thermiques. Résistance ther-
mique entre la jonction.et 1'ambi- < o
. ance a 1'air libre = K = 0,4 “C/mW
Thermische Daten. Wirmewiderstand
zwischen Kristall und Umgebung in

([N

freier Luft K 0,4 °C/mW

Characteristics range values for equipment design |
Gammes de valeurs des caractéristiques pour 1l'etude d'equi-

pements : R
Kenndatenbereiche fiir Gerdtentwurf

o unless otherwise specified
_Tagb = 25 °C .4 sauf indication differente
o ‘wenn nicht anders angegeben

1,5* v

Ip = 0,5 comA 7 =
Vp = 135 < 190 mV -Ip =1,5 <5,0 pA
Ip = 30 wA =Vp =10 v
Vp = 250 < 330 oV -Ip =2,0 . < 10 pA
Ip = 100 ma - -Vp = 20 v
Vp = 320 <-420 oV -Ip  =3,2 ... pA
Ip = 1000 m')  -vp = 307 v
Vp = 700 Wy -Ip =6,0 " uA
-Vp = 3 v Tamb = 60 %%
cak = .2,0 < 12 pF?) ypiel 30 v
~Ip = 80 .. <300 pA

O ——
1) Measured with current pulses to prevent excessive
dissipation

Mesuré avec des impulsions de courant pour prévenir une
dissipation excessive

Zur Vermeidung einer {ibermidssigen Verlustleistung mit
Stromimpulsen gemessen.

2) Capacitance with small signals
Capacité a faible signal -
Kapazitdt bei kleiner Signalstérke

722 0949 : - Tentative data. Vorldufige Daten 2.
- Caractéristiques .provisoires:




PHILIPS [AAz12

Recovered charge

iecugeration de charge
Freikommende Ladun

1 kS

o s
EY —hb 6:£h
; @e: @903
‘ 1o~ 4 T ©2
nm. 100pF == égzom
* 1o 2

Dy = diode under test

Dy = diode a 1l'essai

D1 = gepriifte Diode

Dy = low hole storage diode

Dp = diode a faible accumulation de lacunes

D> = Diode mit geringer Locheraufspeicherung

Dz = diode with low forward voltage drop

Dz = diode a faible chute de tension en sens conducteur

D3 = Dlode mit niedrlgem Spannungsabfall im Durchlasszustand

Terminals 1: forward current wave form

Bornes 1 : forme-d'onde du courant en sens conducteur

Anschlussklemmen 1: Wellenform des.Stromes in Durchlass-—
richtung

Terminals 2: measuring of recovered charge
Bornes 2 : mesure de la charge de récupération
Anschlussklemmen 2: Messung der freigekommenen Ladung

Ip . | = 10 mA
Fall time of Ip o
Temps de descente de’ ID <‘Q,O1 psec
Abfallzeit von Ip
-Vg : = 10 v
Q £ 150 < 200 pC
772 0950 . . Tentative data. Vorlaufige Daten. .  3v

12.12.1961 - .- ; Caractéristiques, provisoires



AAz12| PHILIPS

Recombination time (time taken by recovered charge in excesd
of th?t due to capacitance to fall to 10% of its peal
value

Temps de recombinaison (durée du temps prise par la charge
de récupération, au-dessus de celle par suite de la.ca-
pacité, pour descendre jusqu'a 10% de sa valeur de créte)

Rekombinationszeit (Zeit die die freikommende Ladung, ausser
der infolge der Kapazit#t, braucht um bis 10% ihres
Hochstwertes abzufallen).

Measured in the circuit page 3 with delayed application
of ~Vg

Mesuré avec le circuit page 3, mals avec application
retardée de -Vg

Gemessen in der Schaltung Seilte 3 aber mit verzdgerter
Anlegung von -Vg

Ip 10 mA
Trec = 0,05 < 0,12 psec

"

Forward recovery voltage
Tension de recouvrement en sens conducteur
Ubergangsspannung in Durchlassrichtung

Measured at 10 mm from the

seal |
Mesure a 10 mm du scelle-
ment
10 mm von der Einschmelzung
gemessen
__,t
Ip = 400 oA
Rise time.of Ip
Temps de montee de Ip =-0,04 usec
Anstiegszeit von Ip
VD rec = 0,8 <2,0V
7Z2 0954 Tentative data. Vorliufige Daten 4.

Caractéristiques provisoires
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AAZ 12 PHILIPS
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PHILIPS [AAz13

GOLD-BONDED GERMANIUM DIODE in miniature double-ended]
all-glass construction for use in high-speed switching]
applications

DIODE AU GERMANIUM A POINTE D'OR en construction miniature
tout-verre a sorties bilatérales destinée aux applica-
tions de commutation a grande vitesse

GERMANIUM-GOLDDRAHTDIODE in Miniatur-Allglastechnik mit
zweiseitlg ausgefiihrten Anschliissen zur Verwendung als
Schalter grosser Geschwindigkeit

: s The white band indicates the
Dimensions in mm . position of the cathode

Dimensions en mm L'anneau blanc indique la po-
Abmessungen in mm . sition de 1la cathode

Der welsse Ring bezeichnet
die Katodenseite

max2" max2!)
o
3
" —
sS4 . T :
max 7,6
. 6425 _

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

Tamp = 25 60 °c

-Vp = max. 8 8V
Ip (tay = max. 50 msec) = max. 30 20 wA
Ipy (t = max. 5 msec) = max., 100 50 mA
T = max. 75 °C
Storage temperature
Température d'emmagasinage = -55 °C/+75 °
Lagerungstemperatur

) Not tinned; non étamé; nicht verzinnt

772 0951 Tentative data. Vorl#ufige Daten Te

12,12.1961 Caractéristiques provisoires



AAZ13 PHILIPS

Thermal data. Thermal resistance from <

Données thermiques. Résistance ther-
mique entre la Jjonction et 1'ambi-

Characteristics range values for equipment design

pements.
Kenndatenbereiche fiir Gerdtentwurf

Junction to ambience in free air X = O.S °c/mw

ance a l'air libre K 0,5 O¢/mw
Thermische Daten. Wirmewiderstand
zwischen Kristall und Umgebung in < o
freier Luft K = 0,5 ~C/aW

Gammes de valeurs des caractéristiques pour 1'étude d'équi-

722 0952 Tentative data. Vorldufige Daten -
: Caractéristiquées provisoires

. unless otherwise specified
Tamb = 25 C sauf indication différente
wenn nicht anders angegeben
Ip = 1 mA -Vvp = 3 v
Vp = 270 < 320 mV -Ip = 5 < 25 pA
Ip = 10 mA Tagp = 60 °c
Vp =500 < 600 mV -Vvp = 3 v
-Ip = 30 < 85 pA
Ip = 30 mA
Vp = 600 < 1000 mV -Vp = 8 v
-Ip = 30 < 150 pA
-Vp = 1 v
Cix = 3,3 oF') Tamb = 60 °c
-Vp = 8 v
“p = v -Ip = 190 uA
cgk = 1,3 < 2,0 pF')
) Capacitange with small signals
Capacite a falble signal .
Kapazitat bel kleiner Signalstérke
2.




PHILIPS [AAzZ13

Recovered charge

Récupération de_ charge
Freikommende Ladung

~— 2
@0

&o: &
1o -—02
o loOpFT S0k

10— 1 ~——02
Dt = diode under test
Dy = diode a l'essai
D1 = geprilifte Diode
D> = low hole storage diode
Dy = diode a faible accumulation de lacunes
Do = Diode mit geringer Ldcheraufspeicherung
Dz = diode yith low forward voltage drop
D3 = diode a faible chute de tension en sens conducteu]
D3 = Diode mit niedrigem Spannungsabfall im Durchlasszustand]

Terminals 1: forward current wave form
Bornes 1 ¢ forme d'onde du courant en sens conducteur
Anschlussklemmen 1: Wellenform des Stromes in Durchlass-

richtung

Terminals 2:.measuring of recovered charge
Bornes 2 ' : mesure de la charge de récupération .
Anschlussklemmen 2: Messung der freigekommenen Ladung

Ip = 10 mA
Fall time of Ip ) .
Temps de descente de Ip < 0,005 ‘usec
Abfallzeit von Ip
-Vg = 5 v
Q = 20 < %0 pC

722 0953 Tentative data. Vorlﬁufigé Daten 3
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AAZ13 PHILIPS

Forward recovery voltage
| Tension de recouvrement en_sens conducteur
Ubergangsspannung in Durchlassrichtung
Measured at 10 mm from the
segl |
Mesuré a 10 mm du scelle-
ment
10 mm von der Einschmelzung
gemessen
—_—t o v e
5 % P
Ip ’ = 20 7 mA
Rise time of Ip
Temps -de montée de Ip = 0,005 psec
Anstiegszeit von Ip
VD rec = 0,7 <1,57V
722 0955 Tentative’data, Vorl#ufige Daten 4.
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GOLD-BONDED GERMANIUM DIODE in.all-glass construction for
general purpose applications

DIODE A CRISTAL DE GERMANIUM A POINTE D'OR en .construc-
tion tout-verre miniature pour usages généraux

GERMANIUM-GOLDDRAHTDIODE in Miniatur-Allglastechnik fir
allgemeine Verwendungszwecke

The white bYand indicates the
position of the cathode

Dimensions in mm L'anneau blanc indique la po-~
Dimensions en mm sition de la cathode
Abmessungen in mm Der welsse Ring bezeichnet die
Katodenseite
max2’ ax 2!
o 10X < .
£~s& i i
E“q~ = —
max 7,6 JJ
64%25 |

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

Tamb = 25 °¢ 60 °¢
=Vp = max., 75 7%V
-Vpur = max. 75 %V
~Vpsurge(t = max. 1 sec) = max. 115 15 V
direct current 2
Ip < courant continu = max. 140 55 mA®)
Gleichstrom

See pages E,F
Voir pages E,F

Ip (tay = max. 50 msec)
Siehe Seiten E,F

W —A—

Ipu max. 250 250 mA
IDsurge(t = max. 1 sec) = max. 300 o 300 mA
Tamb = '-55 %¢/+60 °C

Storage temperature o o
Température d'emmagasinage = =55 c/+75 “C-
Lagerungstemperatur

1) Not tinned
Non étamé
Nicht -verzinnt

2) See also page D
Voir aussi page D
‘Siehe auch Seite D

722 0583 Tentative data. Vorldufige Daten 1.
"4.4.1961 Caracteristiques provisoires.
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Thermal data. Thermal resistance from
, Junction to ambience in free air
Données thermiques. Résistance thermi-
gue entre la jonction et 1'ambiance

0.45 °c/mw

=
HA

a 1'air libre K £ 0,45 %c/mW
Thermische Daten. Wirmewiderstand zwi-
schen Kristall und Umgebung in < o
freier Luft X = 0,45 °C/mW
Characteristics
Caracteristiques
Kenndaten
vp(V)
Ip Tamb = 25 °C Tamb = 60 °C
(ma) = max. = max.
0,1 = 0,15 < 0,23 = 0,08 < 0,18
10 |= 0,35 | < 0,45 = 0,30 < 0,40
250")|= 0,70 | < 1,10 | = 0,65 | < 1,05
-Ip(pa)
-vp Tamb = 25 ©C Tamp = 60 °C
(V) = max. = max.
1,5 = 0,6 <2,5 =12 <30
10 |=1,0 < 4 =16 < 60
75 = 10 < 25 =35 <120

1) Measured under pulsed conditions to prevent excessive
dissipation ,

Mesuré avec des impulsions pour prevenir une dissipation
excessive

Zur Vermeidung einer iibermdssigen Verlustleistung mit
Impulsen gemessen

722 0584 Tentative data. Vorldufige Daten: 2.
Caractéristiques provisoires -
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Characteristics (continued)
Caractéristiques (suite)
Kenndaten (Fortsetzung)

Capacitance -Vp = 0,75V

Capacite _

Kapazitit r 0,5 Mc/s
= 1,2 pF

Cdk ¢ 4,0 pF ")

1) Characteristic range value for equipment design. For
other characteristics range values for equipment
design see curves pages A,B and C except for the points
mentionned at page 2, ,

Gamme de valeur caracteristique pour 1l'édtude d'equipe-
ments. Pour les autres gammes de valeurs caractéris-
tiques pour 1'étude d'équipements voir les courbes
pages A,B et C sauf les .points mentionnés page 2

Charakteristischer Kenndatenbereich fir Geritentwurf.
 Fir die ibrigen charakteristischen Kenndatenbereiche
fir Gerdtentwurf siehe die Kurven auf Seite A,B und C,
mit Ausnahme der auf Seite 2 erwihnten Punkte ’

722 0585 Tentativg data. Vorldufige Daten 3.
4.4,1961 Caractéristiques provisoires
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) v 7200465
IDyax = DaX. permissibdle D.C. current TAAZIS 2431
IDma.x = courant continu max. admissible
IDmax = max., zZuldssiger Gleichstrom
200
IDrmax
(mA)
150
100 B
50
0#
25 35 45" 55 Tamb (°C) 65



PHILIPS | amzs

7200466

Ip, = max. permissible value of In for sinusoidal input

maX  yoltages and resistive load. (Ipy = 7TxXIp; tay =
max. 50 msec)

IDpay = Véleur max. admissible de Ip pour des tensions
~ ma. d'entrée sinusoidales avec charge résistive.
) (Ipy =77.Ip; tay = 50 msec au max.) .

l IDmax = max., zulfssiger Wert von Ip bel sinusfdrmigen
Eingangsspannungen mit Widerstandsbelastung,
(Ipy =7x.Ip; tay = max.’ 50 mSek)
AAZ15 24 -3-61
Dmoax
nA)
' Tamb <40°C
80 i
S 3
45°C
60
I~ L]
e
o, B
——
5ot
B —
-
40 ==L L]
" 10y
‘2—4 1]
20
0
0 20 40 60 —Ypm (V) 80
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; GOLD-BONDED GERMANIUM DIODE in' miniature all-glass con=

tay struction for high.back resistance switching applications

e DIODE A CRISTAL DE GERMANIUM A POINTE D'OR en construction
tout-verre miniature pour’applicatiqns de commutation
a résistance inverse €levee

GERMANIUNM-GOLDDRAHTDIODE in Miniatur-Allglastechnik zur
Verwendung als -Schalterdiode mit hohem Widerstand im
Sperrzustand X

The whiteé band indicdtés the
position of the cathode
L'anneau blanc margque 1la.po-
sition de la cathode

Der weisse Ring bezeichnet die

Dimensions in mm.
Dimensions €n mm
Abmessungen in mm

Katodenseite
rygé” max2))
B
St i i
S 7 =
,__mzﬂc?__J
« ‘ 64%25 R

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte

Tamvo=_ . _ 25 20 _ _60 2C_
-Up = max, 50 50 V
~Vpu = max. 50 50 V
'vDsurge(t = max. 1 sec) = max. 75 75V
‘direct current 2
Ip { courant continu = max. 110 40 mA °)
Gleichstrom

See pages D,E
Ip (tay = max. 50 msec) Voir pages D,E
Siehe Seiten D,E

Ipu max. 150 150 mA
Ipgyrge (t = max. 1 sec) = max. 200 200 mA
Tamb = - 55 %/+ 60 °C
Storage temperature

Température d'emmagasinage= - 55 °C/+ 75 °C

Lagerungstemperatur

17) Not tinned; non étamé; nicht verzimnt

4‘,' 2) See also page C; voir aussi page C; siehe auch Seite |

722 0259 Tentative data. Vorldufige Daten 1.
10.10.1960. Caractéristiques provisoires




Anz 17| PHILIPS

Thermal data. Junction temperature
rise to ambient temperature in

free air K £ 0.45 °c/mw
Données thermiques. Augmentation de
la température de la Jonction au
regard de la température de 1'am- < °
biance a 1l'air libre X = 0,45 ~C/mW
Thermische Daten. Temperaturerhthung
-des Kristalls in bezug auf die < °
Umgebungstemperatur in freier Iuft X = 0,45 “C/mW
Characteristics
Caractéristiques
Kenndaten
Ip Vp (V)
(ma) Tamp = 25 °C Tamp = 60 °C
= max. = max.
1 =0,15 <0,25 =0,09
10 =0,35 <0,65 =0,30
150") | =0,74 <1,10 20,68
~Ip (pa)
“p Tamp = 25 °C " Tamp = 60 °C
(v) = max., = max.
1,5 = 1,5 < 3,5 = 14
10 = 4,0 < 20 = 22
50 = 30 < 150 = 100

Reverse recovery, measured at -Vp = 35 V after forward
current pulse of 30 mA .

Recouvrement inverse, mesuré a -Vp = 35 V apres une im-
pulsion de courant en sens conducteur de 30 mA

Ubergangszeit fiir Sperrichtung, gemessen bei -Vp =357V
nach einem Stromimpuls von. 30 mA in der Durchlassrichtung

Square wave pulse
generator q;l
Générateur d'impylsions I i
a onde carrée D ¢} |Oscitloscope)
Rechteck— § Oszillograf
Impulsgenerator
Ri=5000 Shunt diode
D= Diode de dérivation o
Ableitdiode Tamb = 25 C

Measuring circuit; circult de mesure; Messchaltung
1) See page 3; voir page 3; siehe Seite 3

772 0260 Tentative data. Vorldufige Daten 2.
Caractéristiques provisoires
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Reverse recovery (continued
Recouvrement .inverse (suite
Ubergangszeit fiir Sperrichtung (Fortsetzung)

Pulse data
Données de 1l'impulsion
Impulsdaten by = 50 kc/s
§ = 0,5
Rise time .
Temps de-montee < 0,1 usec
Anstiegszeit
Ipn = 30 mA
-Vpu = 357
Oscilloscope data
Données de 1'oscilloscope C
Daten des Oszillographen Cinp = 40 pF
Rise time ,
Temps de montee = 0,025 usec
Anstiegszeit
0.5 usec after the current impuls = 850 pA
-ip 0,5 usec apres 1'impulsion de courant <1200 LA
0,5 uSek nach dem Stromimpuls s
3.5 usec after the current impuls = 60 ut
-ip 3,5 usec apres 1'impulsion de courant 2 120 “A
3,5 b

uSek nach dem Stromimpuls

0

200
0 LA
400
600
800}
—~ip (F A)7000 ~
1200

1400} max 12001A

1) Measured under pulsed conditions to prevent excessive
dissipation

Mesuré avec des impulsions pour prévenir une dissipation
excessive

zur Vermeidung einer Ubermdssigen Verlustleistung mit
Impulsen gemessen

7722 0261 Tentative data. Vorldufige Daten 3.
10.10.1960 Caractéristiques provisoires
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Characteristics (continued)
Caractéristiques (suite)
Kenndaten (Fortsetzung)

Capacitance - =

Capacité ¥p 0,75V

Kapazitdt f = 0,5 Mc/s
1,5 pF

Cak 2 4)0 TF 1)

) Characteristic range values for equipment design. For
other characteristic range values for equipment.
design see curves pages A and B except the.points
mentionned at page 2
Gamme de. valeurs caracteristiques pour 1'étude. d'equipe-
‘ments, Pour les autres gammes de valeurs caractéristi-
ques, pour 1'étude .d'équipements voir les courbes pages
A et. B sauf les points mentionnés page. 2
‘Charakteristischer Wertbereich fiir Gerdtentwurf. Fir die
Ubrigen charakteristischen Wertbereiche fiir Gerdtent-
wurf siehe dle Kurven Seiten A und B, ‘mit Ausnahmef
der auf Seite 2 erwihntén Punkte.

ke
722 0262 Tentative data. Vorldufige Daten 4«
Caractéristiques provisoires
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7200240
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7200236
AAZ 17 26-7-60 IDyax = DaX. permissible D.C. current
IDmax = courant continu max. admissible
Ippay = max. zuldssiger Gleichstrom
60
60
40
.0
30 40 50 Tampb(°C) 60

SR

10.10.1960
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7200237
IDyax = max. permissible value of Ip for sinusoidal input
voltages and resistive load. (Ipy =7txIp; tay =
max. 50 msec)
IDyay = Valeur max. admissible de Ip pour des, tensions
d'entrée sinusoidales avec charge résistive.
(Ipy =77.Ip; tay = 50 msec au max.)
IDmax = max. zuléssiger Wert von Ip bei sinusfdrmigen
80 Eingangsspannungen mit Widerstandsbelastung.
(Ipy =7%.Ip; tay = max, 50 mSek)
AAZ 17 28-7-60
IDmax
(mA)
60
Tamb=50°C]
I~
B
R
40 ~ 5509
P
T
Tl
Ty
]
I~~~
i
~ 60 OC
20
0
0 20 40 60~Vpp (V)

D
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- | GOLD-BONDED GERMANIUM DIODE in miniature all-glass con-
1 struction for high current switching applications
DIODE L CRISTAL DE GERMANIUM A POINTE D'OR en construction
tout-verre miniature pour applications de commutation a
courant €levé :
GERMANIUM-GOLDDRAHTDIODE in Miniatur-Allglastechnik zur
Verwendung als Schalterdiode fir hohe Stréme

The white band indicates the
position of the cathode

7 g?mgngigg: ég ﬁi L'anneau blanc marque la po-
A%men ipgen in mm sition de la cathode
messung Der weisse Ring bezeichnet die
Katodenseite
max2" max2"
g?si?::i.%-—d o
max 7,6
B 64125 .
1

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte

Tegp = _ _ 25 %__ 60.°C
-Vp . = max, 20 20V
~Vou = max. 20 20V
~VDsurge (t = max. 1 sec) = max. 30 30 V
direct current 2
-Ip <. courant_continu = max. 180 65 mA °)
Gleichstrom

See pages D,E
Voir pages D,E

Ip (tay = max. 50 msec)
Siehe Seite D,E

W ——

Ipy max. 300 300 mA
IDsurge (t = max. 1.sec) = max. 400 400 mA
Tamb = - 55 %/+ 60 °C
Storage temperature 0 o
Temperature d'emmagasinage= - 55 c/+ 75 “¢C
Lagerungstemperatur

) Not . tinned; non étamé; nicht verzinnt

2) See also page C; voir aussi page C; siehe auch Seite C

772 0263 Tentative data. Vorldufige Daten 1.
4.4.1961 Caractéristiques provisoires’
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Thermal data. Junction temperature
rise to ambient temperature in

free air x £ 0.45 °C/mw
Données thermiques. Augmentation de
la température de la jonction au
regard de la- température de 1‘am- ¢ o
biance a 1'air libre X 2 0,45 °C/mW
Thermische Daten. Temperaturerhdhung
des Kristalls in bezug auf die < o
Umgebungstemperatur in freier Iuft X = 0,45 °C/nW
Characteristics
Caracteristiques
Kenndaten
vp (V)
Ip Tamp = 25 °C Tamb = 60 °C
(ma) = max. = max.
0,1 = 0,15 | < 0,21 = 0,09
10 = 0,34 < 0,41 ‘= 0,29
300") < 0,78
-Ip (pa)
_YD Tamp = 25 °C Tamp = 60 °C
() = max. = max.
1,5 = 0,6 < 3,5 = 5
10 = 3 < 15 = 8
20 = 6 < 50 = 15

Reverse recovery time, measured at -Vp = 10 V after for-
ward current pulse of 300 mA

- Temps de recouvrement inverse, mesuré a -Vp = 10 V aprés
une impulsion de courant de 300 mA dans le sens conduc-
. teur

Ubergangszeit flir Sperrichtung, gemessen bei -Vp = 10 V
nach einem Stromimpuls von 300 mA in Durchlassrichtung

Oscilloscope

I?elalz & rmercure N
Oszillograf

Quec s:lberrela/s 1S

2k

. Measuring circuit; circuit de mesure; Messchaltung

) see page 3; voir page 3; siehe Seite 3
722 0594 Tentative data. Vorl&ufige Daten 2.
Caractéristiques provisoires -
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Reverse recovery time (continued)
Temps de recouvrement inverse (suite
Ubergangszeit fiir Sperrichtung (Fortsetzung)

Pulse data
Données de 1'impulsion
Impulsdaten Ipy = 300'mA
-Vpu = 20V
§ = 2042
£ = 50 ¢/s
Oscilloscope data
Données de l'oscilloscope
Daten des Oszillographen Cinp = 15 pF
Rinp = 4 MQ
Kise time ,
Temps de montée = 0,016 psec
Anstiegszeit
1'3.5 psec after the current impuls .
-1 3,5 usec apres 1'impulsion de = 40 pA
D courant < 150 pA

3,5 uSek nach dem Stromimpuls

Column I: Setting of the diode and typical (average)
measuring results of new.diodes
II: Characteristic range values for equipment
‘design 2)
Colonne 1I: Valeurs pour le réglage de la diode et les
résultats moyens de mesures de diodes neuves.
IT: Gamme de valeurs caractéristiques pour 1'étude
d'équipements 2
Spalte I: Einstelldatén der Diode und mittlere . Messer-
gebnisse neuer Dioden
II Gha§akteristischer Wertbereich fiir Geritent-
wur:

Page 2, oeite 2

1) Measured under pulsed conditions to prevent excessive
disgipation
Mesuré en service d'impulsions pour prévenir une dissi-
~pation excessive
Gemessen mit Impulsen zur Verhiitung einer ubermassigen
Verlustleistung

2) For other characteristic range values for equipment
design see curves at Tgypy = 25 oc pages A and ‘B
Pour les autres gammes -de valeurs caracteristhues pour
1'étude d'équipéments voir les courbes a Tamb =.25
pages A'et B
Fir die ibrigen charakteristischen Wertbereiche fir Ge-
ritentwurf siehe die Kurven bei Tamp = 25 O¢ Seiten
A und B
722 0265 Tentative data. Vorldufige Daten 3.
10.10.1960 Caractéristiques provisoires
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Capacitance |
Capacite __I..._'.._EI
Kapazitat -Vp = 0,75 v
£f = 0,5 | Mc/s
cax = 1,8 1[ < 4 pF
Forward recovery
Temps de recouvrement direct
Ubergangszeit fur Durchlassrichtung
100 .00 Oscilloscope
Pulse generator 0Oszillograph
Générateur d’impulsions Cj=20pF
Impulsgenerator Rise time
R;j=150£1 Vp, =100V Temps de mantee}:
f=20kc/s Anstiegszeit
0,04 p sec.

’Measuring circuit; circuit de mesure; Messanordnung

Tusec

v -
Ipy= o S~
300mA Yp
‘Lr
tre=0,3
re=0,3usec 0,44 sec ol

Current pulse Voltage pulse
Impulsion de courant Impulsion de tension
Stromimpuls Spannungsimpuls
_g__L_n
Ipy = 300 mA
f’imp = 1 1 usec
Vpy = 0,65 | v
after 0.4 psec !
vp4{ apres 0,4 psec = 0,62 ! v
nach 0,4 pSek !
|
722 0266 Tentative data. Vorldufige Daten 4e
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PHILIPS AAZ 18

‘ . 72002

7000: ' AAZ 8228-7?’460
B Current lirmits s
It —-—-—{Limites de courant .
| (A )— Stromgrenzen L 1 1
iV
700: /| // - d y
8 IR A ARND S 3

- ,' =

- TG ]

- o~y | | WA 1

~ S/ /5. 7% -

= g/ vy .

N 4‘/ NI ]

L A@ S JAC ]
105 Al .
2 y 1

- I -

- AN ]

5 y ]
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5 A A =

E : |

- I -

L ; ‘ N

i / / Il i
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07 i / / I ]
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7200245

AN RRRANAR ArEn 27

an {Currem‘ limits -

[ | === 9qLimites de courant .

Cl Stromgrenzen / Tamp=25°C 1

=Ip[ P2 ;

A 7
V|

L Yy | o ]

: / /7amb=60 C N

/ rd ]

T y e

10E 7 - E

: ’V’/' L o, j

5~ = Tamp=25 ]

L ,' ” ]

L |4 » i

/

- // ]

1E / 5

17 ]
QIO. ’ 10 20 30 =Vp (V) 40

B



PHILIPS

AAZ 18

] - 7200241
IDmax = maXx. permissible D.C. current 4218 26-7-%0
IDmax = courant continu max. admissible
IDmax = max._ zuldssiger Gleichstrom
IDmax'-F
(mA)
200
™
150 -
Ny
™
N,
.
100 ~
N
50
0
30 40 50 60 Tamb(°C)

10.10.1960

c



amzis| PHEILIPS

7200242
IDpax = D8X. permissible value of Ip for sinusoidal input
voltages and resistive load. (Ipy =7xIp; tay =
max. 50 msec)
xDmax = valeur maxX. admissible de Ip pour des, tensions
d'entrée sinusoidales avec charge résistive.
(Ipy =77.Ip; tay = 50 msec au max.)
IDmax = max. zul#ssiger Wert von Ip bel sinusfdrmigen
Eingangsspannungen mit Widerstandsbelastung.
(Ipy =7%.Ip; tgy = max. 50 mSek)
100 —
Tamb§45°C:
IDmax 50C]
(mA) i
80
551
60
60°C|
40
20 =
<
1
<
N
N
0 3
0 5 10 15 -Vpm (V) 20
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PHILIPS
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PHILIPS [Ba100

GENERAIL, PURPOSE SILICON DIODE in miniature all-glass con-
struction

DIODE A SILICIUM de construction miniature tout verre pour
les usages généraux

ALLZWECKSILIZIUMDIODE in Miniatur- Allglasausfiihrung

The white band indicates the
position of the cathode
L'anneau blanc indique la
position de la cathode
Der weisse Ring bezeichnet
- die Katodenseite
max2’l rnaxz)
[e—>

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm

Q. I i H

gi- — R -. :”]

max 7.6 J

B . 64F25 N
Limiting values’ {Avsolute max. values)

Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

Tamp = 25°C  Tamp = 90°C

max2,5¢.

-y =max., 60V max. 60V
I = max, 90 mA max. 18 mA?)
IDM = max. 100 mA max. 100 mA
I surge (T = max. 1 sec) = max. 200 m.g max. 280 mA
aai = -55 %/ + 90 %
Storage temperature ° o
Température d'emmagasinage = ~55 °C/ + 90 “C
Lagerungstemperatur

Thermal data. Junction temperature rise to
ambient temperature in free air

Données thermiques. Augmentation de la
temperature de la jonction au regard de < o
la température de l'ambiance & l'air libre K = 0,4 °c/mw

Thermische Daten. Temperaturerhdhung des
Kristalls in Bezug auf die Umgebungstem-—
peratur in freier Luft K

A

0.4 °c/mw

A

0,4 °c/mw

") Not tinned; non étamé; nicht verzinnt

2) see pages B,C¢ and D; voir pages B,C et D; siehe
Seiten B,C und D

545.1960 722 0013 1.



BA 100

PHILIPS

Characteristics

Charakteristischer Wertbereich

Caractéristiques
Kenndaten
Vp (V)
Ip Tamb = 25 °C Tamb = 60 o
(ma) = | min. max. = | min.| max.
0,1 [= 0,55 < 0,75 |= 0,5
1,0 [= 0,65{> 0,5 < 1,0'l= 0,6/>0,4]< 0,9
30 |= 0,9 < 1,5 |= 0,85 < 1,5
Tamp = 60 °C
“Wo | -Ip
10V | 5,0 pA
60V | 10 pa

Characteristic range values for equipment design

see 8150 page A)

Gamme de valeurs caracteristiques pour 1'étude d'équipements

(voir aussi page A)

filr Gerdtentwurf

(siehe auch Seite A)

Tambd

75 °¢c

-VD

—ID

10 V' |<
60 ¥ |<

10 ph
20 pA

722 0014




PHILIPS BA100

7200038

5 e ot T R0 0

= — = — Limites de courant inférieures 3

- L Untere Si'romgr'e?z"ein' B —

Yo T L L ]

5 ng) Tamb=25°C Tamb = 75°C §

o - f : -

100L :

E / =

F J 4 ]

B '/ P4

r / ]

é / ) // ]

yEsEss / f PARREEE

L4 I :

v / / i

N 7 k §

l / ! ]

- / / i

1 =

- f ' -

Sm| / ]

L ' -

anl :

L ; / 4

- / :

C / N
0 -

o 05 » 1 Wpv) 15|05 ‘ 1 Vp(v) 5
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BA100 PHILIPS

7200035
100 5 — — ot
IDmax = max. permissible D.C. curren
Dmcx - IDmax = courant continu max. admissible
(mA) IDmax = max. zul#dssiger Gleichstrom
AN BAIOO 10-5-60
AN
80
N
N
AN
N
60 N
N,
N,
AN
N
40
N
N B
N
N
20
%25 45 65 Tmp(°C) 65
amb



PHILIPS BA100

7200036

] i BA100 7(7—5—’6 |
IDyax = MaX. permissible value of Ip for sinusoidal input
. voltages and resistive load. (Ipy =xIp; tgy =
max. 20 msec)
IDmax = valedr max. admissible de Ip pour des, tensions
d'entrée sinusoidales avec charge resistive.
(Ipy =7.Ip; tay = 20 msec au max.
IDmax = max. zuldssiger Wert von Ip bei sinusférmigen
Eingangsspannungen mit Widerstandsbelastung.
(Ipy = 7.Ip; tay = max. 20 mSek)
Drmox
(mA)
Tormp=76°C
30 amb
|
20
90°C
10
.0
-0 — 20 40 —Vpm(V] 60

5.5.1960



PHILIPS

BA100
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PHILIPS |BA102

VOLTAGE DEPENDENT SILICON CAPACITOR in miniature all-glass
construction intended for automatic frequency control in
television receivers

CAPACITE A SILICIUM DEPENDANTE DE LA TENSION de construc-|
tion miniature tout verre, congu pour le reglage auto-
matique de fréquence dans les récepteurs de télévision

SPANNUNGSABHANGIGE SILIZIUMKAPAZITAT in Miniatur-Allglas-|
ausfilhrung fiir die automatische Frequenzregelung in
Fernsehempféngern

The white band indicates the
position of the cathode
L'anneau blanc indique 1la
position de la cathode

Der weisse Ring Dbezeichnet
die'Katodenseite

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm

max 27 max 2
] ’

e )’p:::a

64~a

max2,5%

Limiting values at Tayp = 80 o¢ (Absoluge max values)

Caractéristiques limites a Tamp = 80 °C (Valeurs max.
absolues)

Grenzdaten bei Tgpp = 80 ¢ (Absolute Maximalwerte)

-Ip = max. 100 pa 2)
“Tamb = =55 °C/+ 80 °C
Storage temperature

Température d'emmagasinage = -55 °C/+ 90 °C
Lagerungstemperatur

Thermal data. Junction temperature rise to
ambient temperature in free air

Donnees thermiques. Augmentation de 1la
temperature de la jonction au regard de
la température de 1'ambiance a 1l'air libre K

Thermische Daten. Temperaturerhthung des
Kristalls in Bezug auf die Umgebungstem-
peratur in freier Luft

nn

0.4 °C/mW

A

0,4 °c/uw

A

0,4 °c/mW

1) Not tinned; non étamé; nicht verzinnt

2) According to_the characteristics (- -Ip = max. 5 pA at

-VD = 20 V) the admissible voltage 1is at least 20 ¥

Suivant les caractéristiques (-VD = 5 pA au max. a

-Vp =20 V) la tension admissible est de 20 V au moins

Nach den Kenndaten ( -Ip = max. 5 pA bei-Vp = 20 V) ist
die zuldssige Spannung mindestens 20 V

722 0144 Tentative data. Vorldufige Daten 1.
9.9.1960 Caractéristiques provisoires




3A 102

Characteristics

Caracteristiques - -

Kenndaten -1p Vp = 20 g <5 uA
Topp = 80 °C

4V
- 0,5 uo/s [ = 20745 DF

Simplified equivalent circuit (L = lead inductance)

Circuit équivalent simplifié (L = inductance des connexions)
Vereinfachter Ersatzstromkreis (L = Selbstinduktion der
Anschlussdrihte)

o
o
——
)
o<
=]
1 n

L Cd Is

Column I: Setting of the diode and typical (average)
measuring results of new diodes
II: Characteristic range values for equipment
design
Colonne I: Valeurs pour le réglage de la diode et les
résultats moyens de mesures sur diodes neuves
II: Gamme de valeurs caractéristiques pour 1'étude
d'équipements
Spalte I: Einstelldaten der Diode und mittlere Mess-|
Ergebnisse neuer Dioden
II: Charakteristischer Wertbereich fiir Gerdtent-

wurf
I | II
-Vp = 4 : v
r =200 Mc/s
rg = | <3,08
|
£ =0,5 : Mc/s
cdq (—VD = 10 V) | <0,7
ca (-p = 4 V) |
|
-Vp = 4 A
r = 50 | ue/s
Quality factor :
Facteur de qualité = 65
Glitefaktor :

722 0145 Tentative data. Vorldufige Daten 2.
Caracteristiques provisoires .



PHILIPS |BA102

Typical operating characteristics
Caractéristiques d‘'utilisation normales
Normale Betriebsdaten

5,6k

PC(FIEC
BpF  BAI02 33pF .

Discriminator| £ Q7m0

Discriminateur|
Diskriminator [

0IMfL

Basic circuit for automatic frequency control in television
recelvers using the BA 102 in series with the oscillator
coil

Circuit fondamental pour qéglage automatique de fréquqnce
dans les récepteurs de té€lévision avec le BA 102 en série
avec la bobine oscillatrice

Grundlegende Schaltung filir automatische Frequenzregelung
in Fernsehempfingern mit der BA 102 in Reihe mit der
Oszillatorspule geschaltet

Sensitivity of the discriminator
Sensibilité du discriminateur = 25 V/lc/s
Empfindlichkeit des Diskriminators

Reduction of the frequency deviation and.  I: 1:10
Diminution de la déviation de frequence Band 111+ 1125
Verringerung der Frequenzabweichung s

722 0146 Tentative data. Vorldufige Daten 3.
9.9.1960 Caractéristiques provisoires
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PHILIPS |BA114

SILICON ALLOYED JUNCTION DIODE in miniature all-glass con-
struction for use as low .voltage stabilizer

Dimensions in mm The white band indicates the cathode side

max2’
psN
S —
5 gﬁ::jp_
8§ i

64%25

max2")

Continuous forward current
Storage temperature
Operating ambient temperature

THERMAL DATA

Thermal resistance from junction
to ambience in free air

CHARACTERISTICS at Tamb = 25 °C
Forward voltage

LIMITING VALUES (Absolute max. values)

11.28ag’ |

Ip = max. 20 mA
Ts -55 9C to +90 °C
Tamb = =55 OC t0 +90 oc

Kj-agb = ax. 0.4 OC/m

4.4.,1963

Vp (Ip = 0.2 mA) > 0.5V
Vp (Ip= 3 ma) < 0.8V
) Not tinned
722 1739 Tentative data 1.






PHILIPS |BA114
100 . rAnE
I E ]
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PHILIPS |syioos

SILICON DOUBLE DIFFUSED JUNCTION POWER DIODE for mains
rectifier application in television receivers

Dimensions in mm

max85
mwmm}f” max 1.1
n I "
Ty g
45 i max712
o 05 _4max30
& max36Q|, max 167 | max360, |

LIMITING VALUES (Absolute max. values) at Tamp = 700C
Inverse voltage
Recurrent peak -Vpu

Transient peak (max. -
duration 10 msec) (XDM

max. 800 V

max. 1250 V
max. 10 msec)

uon

Forward current

Average (averaging time Ip max. 0.45 A 1)

= max. 50msec) (tay = max. 50 msec)
Recurrent peak Iny = max. 5 A
Surge peak Ipsurge = 2)
Temperatures
Storage temperature Ts =-559C to +150°C
Operating ambient
temperature  Tamy = max. 70 °C

CHARACTERISTICS at diode base temperature Tp = 25 °C
Forward voltage
Vp (Ip = 5 4) = max. 1.5 V 3)

Reverse current
-Ip (-Vp = 1250 V) = max., 10 pA

1) At Tamb = 50 O0C a maximum average forward current
D = 0.55 A is permitted. For voltage doubler circuits
see also page E.
2

<) The diode can withstand the surge current during switch-
ing on ("inrush current") with an uncharged capacitor of
200 pF and a surge limiting resistor of 5 Q at the
specified meximum operating conditions.

Measured with current pulses to prevent excessive dis-
sipation.

3)

772 1782 Tentative data 1.
5.5.1963



Bytooss| PHILIPS

OPERATING CHARACTERISTICS (See also pages C and D)

If large mains voltage fluctuations may be expected a
capacitor of 2200 pF (800 V) is recommended to be used
in parallel with the diode

1
lox

Input voltage = 220 240 V(RuS)

Load capacitor Cri1t = 200 200 uF
Surge limiting resistor Ry = 5 5 @
Output current Io = 0.4 0.4 A
Output voltage Vo =. 280 300 v

Rt = minimum required circuit resistance

When a transformer is present between the mains and the
diode Rt = Rs + N2Rp + Ry (See circuit diagram below)

CigeT

2253])

For operating characteristics for use as vdltage doubler
please refer to page E.

772 1783 Tentative data ’ 2.
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PHILIPS [syio0ss

7201736/2.25ajj
EEEEEEEEEEEEEEENEEERERENERNEEE
For thermal stability at Tamb= 700C Ip =450 mA is allowed
at Tamb= 500C Ip=550 mA is allowed
L] 1]
INRERE
See page 2
[]
[
Vo
v)
B
TS Vi=240y
— ——— =
300 = _H_,_(fgf)i
= i 220V (RMS)
200
100
0
0 200 400 Io(mA) 600
55.1963



BY100/S PHILIPS

7201739/2.254j
T I T T I I I TITT
For thermal stability at Tamb= 70°C Ip =450 mA is allowed
at Tamb= 509C Io=550 mA is allowed
[T
RN
| | See page 2 [ |
I;
(A;RMS)
15 5
1 A
/
4
"4
p 4
05 ;
/
VA
/
0 » ]
0 200 400 Io (mAJ 600



PHILIPS |syio00/s|

72017368/325ajj

For thermal stability at Tamb= 709C Io =500 mA is allowed
at Tamb = 50°C Io=550 mA is allowed
V- =127V(RMS); I;=195A(RMS) at I,=500mA I,
1 Ti, 3q, 2004F Io 4] —=0+
T o T 20+ 6§ 200
T 2w 200 o1 WF
400 . - L] s 30 v
L4 T G§ IJF VO,__ 1 (]
o [ ] ™| L
° Nl ° voltage doubler circuit 1 —[] Vi T -
( V) ) ]
X ~ voltage doubler circuit 3
= L =T c""ct/]'tlz
300 B ad
/./.CU bl 7
200
100
% 200 400 I, (mA) 600

551963 E






PHILIPS |BY114

SILICON DOUBLE DIFFUSED JUNCTION POWER DIODE for 110 to 127
volts mains rectifier application in television receivers

Dimensions in mm

max85
maxlﬁlGE 1 . max 1.
Kk el gl
45 I max712
o 057, 4max30
£l max380|, max 167 | max38.0,

LIMITING VALUES (Absolute max. values) at Tamp = 70 OC
Inverse voltage

Recurrent peak -VDu = max. 450V
Transient peak (max. N _
duration 10 msec) (XDM - $g§: 6?8 Xsed

Forward current

Average (averaging time D

1
= max. 50 msec) (2, max. 0.45 4 ')

max. 50 msec)

Recurrent peak Ipy = max. 5 4
Surge peak Ipsurge = 2)
Temperatures
Storage temperature Tg = -550Ct0 +1500C
Operating ambient
temperature Tamb = max, 70 oC

CHARACTERISTICS at diode base temperature Tp = 25 ©OC
Forward voltage

Vp (Ip = 5 &) = max. 1.5 V 3)
Reverse current

~Ip (-Vp = 650 V) = max. 10 pd

1) At Tgmb = 50 ©C a maximum average forward current
ID = 0.55 A is permitted. For voltage doubler circuits
see also page E.

2) The diode can withstand the surge current during switch-
ing on ("inrush current") with an uncharged capacitor
of 200 pF and a surge limiting resistor of 3 Q at the
specified maximum operating conditions.

Measured with current pulses to prevent excessive dis-
sipation.

%)

772 1786 Tentative data 1.
5.5.1963



BYi14| PHILIPS

OPERATING CHARACTERISTICS (See also pages C,D and E)

If large mains voltage fluctuations may be expected a
capacitor of 2200 pF (500 V) is recommended to be used
in parallel with the diode

U I
Rt CI'—
b\ BY14
2.253ad
Input voltage vy = 110 . 127 V(RMS)
Load capacitor Cril1t = 200 200 "uF
Surge limiting resistor Ry, = 3 3 Q

Rt = minimum required circuit resistance

When a transformer is present between the mains and the
doubler circuit-Rt = Rg+ N2Rp+ Rq (See circuit diagram below)

Io

—

R Rs BY114

a0
P
o

o}
.é

. -0
2253ad

722 1787 Tentative data . 2.
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PHILIPS Byii4

7201797 / 2.25.aad
[T T T T T T I T I T T I T I I T I TITITT
For thermal stability at Tamb= 70°C Io =450 mA is allowed
at Tamb= 500C Ip=550 mA is allowed
L o,
340
v BYIMLE_ W [
200UF
Vo
)
300
200
S = Ve
. Vi=127ViRMms)
™~ T T LT
- 110V(RMS)
100
% 200 400 LmA) 600

55.1963 C



BYyi14| PHILIPS

7201798/ 2.25.aad

Tamb Circuit 1 Circult 2
70 °C | To = max. 450 mA | Io = max. 500 mA
50 ©C Io = max. 550 mA | Ip = max. 550 mA
o4
5? “““@I ? ~"‘~f7-.20()/-"g I ?
2 ! By y‘§y114 )
/ ‘ 200] 0
I 200,.//-‘ i oF i
(A,/?MS) C/I‘C‘Ulf.' ! circuit 2 -
- Vi
) b
<] EEREN D/ EENEENEEERENEE
)
L] \'){\,
A(('I
N ! ] )
p 4
15 -
1 ' HIRE
. I IHNEEY 4 : (;\),
r 1/
4
1 an N
N
05
] Ay
Y
/
0 [ |

0 200 400 600 I,mA) 800
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PHILIPS [By114

7201736/325aj)

For thermal stability at Tgmp= 700C Io =500 mA is allowed
at Tamp= 50°C Ip =550 mA is allowed
Vi =127V(RMS); _I;=195A(RMS) at L,=500mA ; |
Ti, 3.0, 2004F To 4] —Q+
— Iﬁ.‘ —"": @g 200
n2w) L1 WF
400 2000, wH i
i T T Ml
- 200
7 L ! i—l . = F
° voltage doubler circuit] — Vi GD ‘1—';1 -
(V) i Ns [ —
T r~ volta e doubler circuit 3
Emh=RE [elreuys
300 (e . T I—]2
Q{CU/'t Y/
200
100
%90 200 400 I, (mA) 600

55.1963 E
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BYY16

Tor data and curves of these rectifiers
please refer to BYZ14 series

5.5.1963
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BYY21

SILICON DIFFUSED JUNCTICON DIODES for use as power recti-
fier, especially for A.C. generating systems in motor cars
with battery voltages up to 24 V.

The diodes have a metal case for press-fitted mounting or
bottom-soldering.

The BYY21 is the reverse polarity type of the BYY20 (see
outline drawing
LIMITING VALUES (Absolute max. values)

Inverse voltage

Continuous =Vp =max. 757V
“Recurrent peak -Vpu =max. 757V
Transient peak -VDM = max. 200 V
Surge peak (max.
duration 10 msec) -VDsyrge = max. 200 V
?t = max., 10 msec)

Forward current
Average (averaging

time max, 20 msec) Ip = max., 12 4
Recurrent peak Ipn = max. 404
Surge (max. duration

tooTmmee)  Toaggee - 32 142 e
Temperatures
Junction temperature Ty = max. 175 OC
Storage temperature Tg = -650C to +150°C

THERMAT, DATA

Thermal resistance from junction
to case Kj-¢ = max. 2 OC/W

Thermal resistance from case to
heat sink (if press mounted) Ke-h = maX. 0.5 OC/W

) Square wave pulse

722 1761 Tentative data 1.
5.5.1963




Byv2o | PHILIPS

BYY21

Dimensions in mm

|13
max 2.
T

minl9

-max 3.

[

max16.1 -bottom

225255

max65
S

c CTERISTICS

Forward voltage

Vp (Ip = 12 4; Ty = 25 °¢C) <1.15 7V
VD (Ip = 40 A; Tj = 25 OC) <1.25 7V
Reverse current

-Ip (-Vp = 75 V; Ty = 140 °C) < 4mA

Diameter of hole
in heat sink 12.61-12.66 mm

Max. force to seat
the diode 300 kg

Solder temperature for
bottom mounting max.230 * 5 OC
during max. 30 sec

POLARITY

BYY20: anode connected to the enve-
lope; blue mark at the bottom)

BYY21: cathode connected to the en-
velope;red mark at the bottom

722 1762

Tentative data 2.
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PHILIPS 23 v

BYY24 BYY2S

DOUBLE-DIFFUSED SILICON JUNCTION DIODES for power recti-
fier applications

BYY23 BYY22
The BYY68 are the reverse polarity types of the BYY67

BY ’ BYY24
RECOMMENDED RATINGS (see outline drawing)

If the diodes are used within the recommended ratings,
stable operation is ensured.

| BYY22/23 |BYY67/68 |BYY24/25

Inverse voltage 1)

Continuous -VD 200 V 300 V- 400 V
Recurrent peak =Vpu 200V | 300V 400 V
Transient peak VDM 400"V 600 V 800 V
Surge peak (max. K

duration 10 msec) -VDsurge 400 V 600 V 800 V

Forward current

Average (averagin

time max. 20 msec Ip 2) 10 A 10 4 10 A
Recurrent peak Inn 50 A 50 A 50 A
Surge peak IDsurge See page E
Temperatures

Junction Ty 150 oC [ 150 oc | 150 O°C
Storage Ts -65 9C to +150 OC -
Operating ambient Tamb See page D

Diode base Tm See page D

THERMAL _DATA

Thermal resistance from junction
to diode base K

Thermal resistance from diode *
base to heat sink K= 0.3 °c/w

max. 1.1 9C/W 3)

"

diode base temperature of 125 °C and a peak inverse
voltage of 400 V for the BYY22/23; 600 V for the BYY67/68
‘800 V for the BYY24/25

For six-phase circuits or capacitive load the average
current is max. 8 A. See also page D.

For battery chargers the average current may be exceeded
by 25% when a fully discharged battery is taken under

1) Each diode is tested individually at -Ip £ 10 mA at a

2)

charge.
3) This value is intended as a calculating figure.
772 1775 Tentative data 1.
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e st PHILIPS

BYY24 BYY2§

P ”’%‘ 5Byya2;BYV67; BYv24 max6.9
SR st et O] (O)
3 o T=—e =] (O )5
g e —/ I’ - g
Imax20- 5 <
max15 - |- § %
maxi35, [<—12x33 12245 £ Dimensions
2.25.25.0b in om

]

a

B

8
SI (] w IEYE
g &g
Imax20- Oi; N
nwxﬁ<4::17 E
mOXB«S maxj3 2.25.25.b

.
Q@ + @

Metal spring washer

Nut: M8x1.25
Diameter of flexible conducting lead 4 mm2
Diameter of hole in heat sink max. 8.5 mm
Mounting torque: min. 30 cm kg for good heat conductance
' max. 60 cm kg
Net weight 25 g
Net weight with mounting accessories 35 g

CHARACTERISTICS

Forward voltage at diode base temperature of 25 OC
Vp (Ip = 1 4) < 0.9V
vp (Ip = 50 4) < 1.5y 1)

Reverse current at diode base temperature of 125 OC

=Vp (V) | -Ip (ma)
BYY22/23 200 max., 2
BYY67/68 300 max., 2
BYY24/25 400 max. 2

) Measured with current pulses to prevent excessive dis—
sipation

722 1776 Tentative data 2.
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BYY24 BYY2S

OPERATING CHARACTERISTICS as rectifier

Single phase| Two phase Single phase
Half wave Half wave Full wave bridge
T (o] Q [o) o Qo
\00000 4 | L0000/ 100000 /
00000 Y 00000y
Vi Vi Vi
¥ p 4 p 4 ¥ 4
S —
p. 4 p. 4
il L L} m
+ - + - + -
Vi Io Vo Io Vo I, Vo
Vgus| (A) (v) | (&) | (V) (a) (v)
BYY22/23 | 140| 10 60 20 60 20 125
BYY67/68 | 210| 10 90 20 90 20 185
BYY24/25 | 280 | 10 125 20 | 125 20 250

The Vi and Ip values are max. values for resistive or
inductive load. No source impedance is assumed.

The equipment designer has to determine an average design
such that these values will not be exceeded.

Example for heat sink calculation

For a given application the minimum required heat sink area
can be determined as follows:

If in a three- phase full—wave circuit Io = 25 A (8.3 A per
diode) and Tapp = 75 °C, it follows from page D that the
maximum value of the thermal resistance between the diode
base and ambience is 4.7 °C/W.

When natural convection and a black heat sink are provided
the minimum required heat sink area is 50 cm2 according
to page F.

From page D it may be seen that the temperature of the diode
base 1s about 137 OC and that the dissipation is max. 12 W.

See also pages 4 and 5

722 1777 Tentative data 3.
5.5.1963
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OPERATING CHARACTERISTICS as rectifier (continued)

Three phase Three phase
star Full wave bridge

+ 2.25.26ad
Vy I o Vo Io Vo
(Vrys) (4) (v) (a) (v)
BYY22/23 140 30 95 30 190
BYY67/68 210 30 140 30 285
BYY24/25 280 30 190 30 380

2

3

OPERATING NOTES
1) In order to prevent the diode from being damaged by

surge currents higher than those mentioned at page E
a fast fuse is recommended

The values of K include a thermal resistance between
diode base and heat sink of about 0.3 °C/W

When there is a possibility that transient voltage
surges will cause an inverse voltage higher than the
rated surge value, a damping circuit across the trans-
former or across the diode should be applied, e.g. a
series R.C. circuit or a voltage dependent resistor.
Dimensioning of the R.C. circuit may be done according
to the following formulae:

See page 5

772 1778 Tentative data 4.
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BYY24 BYY25

OPERATING CHARACTERISTICS as rectifier (continued)

Six phase Three phase double Y
Star with interphase
transformer

T 9 ba 7

1
e1€]
15

3

- p 4 ¥ V’
! ] 3 4 4
L NSRS %
- + 2.25.26.ad =

v Io Vo To Vo

(VRus) (4) (v) (4) (v)

BYY22/23 | 140 48 95 60 80
BYY67/68 | 210 48 135 60 120
BYY24/25 | 280 48 190 60 165

OPERATING NOTES (continued from page 4)
a., When applied to the primary side of the transformer:

Ipo ~ 150
Cy ~ 200 2 yF R -ci]—n
b. When applied to. the secondary of the transformer:
Ipy-V 200
Co =~ 450 T?ﬁ'ﬁ)'? pF Rp~ 55 0
In which:
V = transformer primary R.M.S. voltage (V)

~-VDM = recurrent peak inverse voltage (V)
Ip, = magnetizing primary R.M.S. current (A)

722 1779 Tentative data Se
5.5.1963
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BYY24 BYY2S5
OPERATING CHARACTERISTICS for battery charging
Two phase Single phase
Half wave |[Full wave bridge Three phase star
. lElEl
"00000 7 100000 /
00Q00y 00000 Y
Vi Vi
¥ h 4 a! p 4
p— |
F A
b/ I, I
alOVB oi Ve ol Vs
+ - + - + 225263
Vi Io VB Io VB IO VB
Vrys [(A) [ (DB @) [ | B @ | v | "
BYY22/23| 1251 12 | 60 |27 12 120 | 54 18 70 32
BYY67/68| 190| 12 | 90 |41 12 180 | 82 18 105 47
BYY24/25| 255| 12 [120 |54 12 240 | 108 18 135 60

n = maximum number of Pb cells in series (nominal voltage per
cell = 2.2 V)

The above data are nominal values with battery load. The pos-
sibility of ‘mains voltage fluctuations of max.
taken into account. For current limiting use is made of in-
ductors in series with the primary of the mains transformer

10 % has been

722 1780

Tentative data
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BYY22 BYY23
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BYY24 BYY2S5

OPERATING CHARACTERISTICS for battery charging (continued)

Three phase
Full wave bridge

Six phase star

el

lF_] YYyryy
Li¥ 5 '
‘4(” Vs b l‘ 7} .
+ - + 2252600 =
Vi Io VB Io VB

(VRus) (a) | (vy | ™ () | w | ®

BYY22/23 125 18 120 54 36 60 27
BYY67/68 190 18 180 82 36 90 41
BYY24/25 255 18 240 | 108 36 | 120 54
722 1781 Tentative data 7
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For data and curves of these rectifiers
please refer to BYZ14 series
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DOUBLE DIFFUSED SILICON JUNCTION DIODES for power rectifier
applications

RECOMMENDED RATINGS for sine wave operation at frequencies
from 50 to 400 c¢/s

If the diodes are used within the recommended ratings,
stable operation is ensured

[ BYZ10 IBYZH |BYZ12 |BYZ15

Inverse voltage

Recurrent peak -VpM 800V | 600V | 400V |200V

Transient peak ~Vpy 1200 V | 900 V | 600 V | 300 V

Surge peak (max.
duration 10 msec)|-VDsurge | 1200 V [900 V | 600 V |300 V

Forward current

Average (averagin§

time max. 20 msec)| Ip ') 6 A 6 A 6 A 6 A
Recurrent peak IDM 20 A 20 A 20 A 20 A
Surge peak (mex. 2)
duration 200 psec)| Ipsurge 75A | 7T5A | 54 | 754

Temperatures
Junction T3 150 OC | 150 OC | 150 OC | 150 ©C
Storage Ts 150 OC | 150 OC | 150 OC | 150 ©C
Operating ambient | Tamb See page C
THERMAL DATA
Thermal resistance from junction

to case K = max. 6 °C/W

1) At a case temperature of 25 OC., See also page C
2) At a case temperature of 25 OC. See also page D

7722 1806 Tentative data 1.
5.5.1963
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Dimensions in mm
x k a
- ~
s L. odf O
3
N LT 0
o 2601 M. _'Jr_g
e max10.3 | 17£0.05 3,
™
1£0.1 max 20.3 mn
2.2526.3)

The soldering lug must not be bent. and should be soldered
into the circuit with flexible leads

The diode is supplied with nut, metal washer and metal
locking washer

The diameter of the hole in the heat sink should not exceed

5.2 mm

Mounting torque: min. 8 cm kg for good heat conductance
max. 17 cm kg

Net weight 5.3 g
7.6 g with mounting accessories

CHARACTERISTICS

Forward voltage at case temperature of 25 OC
Vp (Ip = 5 4) = 1.4 7
p(mp=154"1 7 307

Reverse current at case temperature of 125 OC

-vp (V) -Ip (pA)

BYZ10 800 = 200 < 600
BYZ11 600 = 200 | < 600
BYZ12 400 = 200 | < 600
BYZ13 200 = 200 < 600

1) Measured with current pulses to prevent excessive dis-
sipation

722 1807 Tentative data 2.
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OPERATING CHARACTERISTICS

Full-wave bridge rectifier with choke input filter with
rectifiers EYZ1O BYZ11 or BYZ12

Io

T

T b

225260 "

Fach rectifier mounted on a 1.6 mm blackened aluminium
cooling fin of 6x6 cm?2

Io = 0.5 to 34  Ripple voltage is 0.2 % of output voltage
Type Vi(RMS) Rs Ry C1 L Cz2 Vo

BYZ10 260V 58 390 & 0.5 uF 1H
(R=max.5 Q) 200 uF 200 V

BYZ11 200V 5Q 220 Q 1.0 uF 1H
(R=max.5 Q) 200 pF 150 V

BYZ12 135V 4Q 220Q 1.0pF 0.5H
(R=max.3 @) 250 uF 100 V

Voltage guadrupler with rectifiers BYZ10

400 uF
[‘ s +
100, I
400pF =)
‘ %: a3ov
I L =max §40mA
1[{: 200 I;ms ODIUF ex
| 101 y
- _iI W —
400pF B

Each rectifier mounted on a 1.6 mm blackened aluminium
cooling fin of b6x6 cm?

772 1808 Tentative data 3.
5.5.1963
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OPERATING CHARACTERISTICS (continued)
Protected battery charger with rectifiers BYZ13

*®
@O—k--1—
@

225.26.ac

00Q00

NJ

The rectifiers are mounted on a vertical 1.6 mm blackened
aluminium heat sink of 15x15 cm

Mean charging current
Vv, (RMS) for battery voltage of

6V 12V
220 V 5.6 A | 3.4 A
250 V 5.0 A 3.4 A
Transformer currents and voltages
N (primary to half secondary) 0.094
Vip (RMS) 150 V
Iprimary (RMS) 0.75 A
Isecondary (RMS) 4.5 A

Iprimary (off-load saturation
current with 220 Q lamp re-
sistance in series with pri-
mary) 0.6 A

OPERATING NOTES

1. When there i1s a possibility that transient voltage
surges will cause an inverse voltage higher than the
rated surge value, a damping circuit across the trans-
former or across the diode should be applied, e.g. a
series R.C. circuit or a voltage dependent resistor.
Dimensioning of the R.C. circuit may be done according
to the following formulae:

See page 5

722 1809 Tentative data 4.
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OPERATING NOTES (continued)
1. a. ¥hen applied to the primary side of the transformer:
_ Ipo _ 150
C‘]—ZOOTUF R1—-C—19
b. When applied to the secondary of the transformer:

Ip..V
C2 = 450 [Ehpgye wF Rp = 350

In which:

v transformer primary RMS voltage (V)
-Vpy = recurrent peak inverse voltage (V)
Ip, = magnetizing primary RUS current (4)

2. The maximum total dissipation is given by

- Tm - Tamp
Ptot max = gu=53 Kn-amo
Where: Tp = case temperature

Kp-n = thermal resistance between case and
heat sink (about 0.6 OC/W)

Kh-amb = thermal resistance between heat sink
and ambience (see page E

7722 1810 Tentative data 5,
5.5.1963
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7201089
100 Kp-amb = thermal-resistance between diode base and
ambience, inclusive a thermal resistance
— of 0.6 O9C/W between diode base and heat sink.
[ Cooling fins: square, blackened copper, mounted ver-
tical in free air.’
For other fin materials the thickness must be mul-
50 —— tiplied vy
thermal conductance of copper
K S thermal conductance of fin material
m-amb fin spacing >
o For stacked fins the ratio &3 height = = 0.15
(cw) -
O
20 &4\ -
JRNY ——thickness=0.9mm
= Nz L L
> \t:o, ——thickness=1.6 mm
.
\ \:\»
70 \\\ \
N &
\ A3
\;\ AN
N \\
5 \» \\ \‘
N N
AN NN
\\\\\\\\
NN Y
Na ™
2
1
10 20 50 100 200 500 1000

Cooling fin area
551963 (crrione side) £







p" l l' ps BYZI4 BYZIS5
~ BYY73 BYY74

BYYI5S BYYleé

DOUBLE-DIFFUSED SILICON JUNCTION DIODES for power recti-
fier applications

BYZ15 BYZ14
The BYY74 are the reverse polarity types of the BYY?73

BYY16 BYY15
RECOMMENDED RATINGS (See outline drawing)

If the diodes are used within the recommended ratings,
stable operation is ensured.

[ BYz14/15] BYY73/74 | BYY15/16

Inverse voltage 1)

Continuous -Vp 200 V 300 V 400 V
Recurrent peak -Vou 200 V 300 V 400 V
Transient peak -VDM 400 V 600 V 800 V
Surge peak (max.

duration 10 msec) ~VDsurge| ‘400 V 600 V 800 V

Forward current

Average (averagin%

time max. 20 msec Ip 2) 40 A 40 A 40 A
Recurrent peak Ipm 200 A 200 A 200 A
Surge peak Ipsurge See page E
Temperatures
Junction Ty 150 °C 150 °C 150 °C
Storage Ty 150 0C 150 ©C 150 ©C
Operating ambient Tamb See page D
Diode base Tm See page D

THERMAL DATA

Thermal resistance from Jjunction 3
to diode base K = max. 1.0 oC/W °)

Thermal resistance from diode
base to heat sink K = 0.15 oC/W

NET WEIGHT 80 g
Net weight with mounting accessories 100 g

K

~

Each diode is tested individually at -ID €10 mA at a

diode base temperature of 125 OC and a peak inverse

voltage of 400 V for the BYZ14/15; 600 V for the BYY73/74
800 V for the BYY15/16

For six-phase circuits or capacitive load the average
.current is max. 32 A. See also page D.

3) This value is intended as a calculating figure.‘

2)

5.5.1963 722 1769 1.



BYZ14 BYZI5 PHILIPS
BYY73 BYY74

BYYIS BYYIS

$6maX vz i4.BYY 73 BYY 15 .

I, | I e Y 3

16 max
27max

I II
5 L
] BS
18+1 < . .
i Dimensions;
42.5max in mm|

17515

2.25.26.ad

$8max  gyz15.8yy 748y 16

I S
- ;
®
|
£ 8.4max
s}
| ©
42.5max
17515
= 2.25.26a¢

Metal spring washer
Nut: M12x1.75

Diameter of flexible conducting lead 10 mm2

Diameter of hole in heat sink max. 13 mm

Mounting torque: min. 100 cm kg for good heat conductance

max. 250 cm kg

CHARACTERISTICS
Forward voltage at diode base temperature of 25 OC
Vp (Ip = 14) < 0.8V
Vp (Ip =2004) < 1.8V 1)
Reverse current at diode base temperature of 125 OC
-Vp (V) | -Ip (ma)
BYZ14/15 200 max. 2
BYY?73/74 300 max., 2
BYY15/16 400 max. 2

1) Measured with current pulses to prevent excessive dis-
sipation

722 1770 2,




PHILIPS (oo
BYY73 BYY74

BYYI5 BYYI!6

OPERATING CHARACTERISTICS as rectifier

Single phase| Two phase Single phase
Half wave Half wave |[Full wave bridge
T (o) [} o} (o} [o}
\00000 / 100000 / 100000 /
00000 00000y
Vi Vi Vi
¥ ¥ ¥ * ¥
p 4 :F
LY w L L) "
+ - + - + -
Vi Io Vo Io Vo Io Vo
Veus | (4) (v) | ()| () (a) | (v)
BYZ14/15| 140 40 60 80 60 80 125
BYY73/74| 210 40 90 80 90 80 185
BYY15/16| 280 40 125 80 125 80 250

The V4 and Ip values are max. values for resistive or
inductive load. No source impedance is assumed.

The equipment designer has to determine an average design
such that these values will not be exceeded.

Example for heat sink calculation

For a given application the minimum required heat sink area
can be determined as follows:

If in a three-phase full-wave circuit Ip = 90 A (30 A per
diode) and Tamb = 50 ©C, it follows from page D that the
maximum value of the thermal resistance between the diode
base and ambience is 1.4 OC/W.

When forced convection of 5 m/sec is provided the minimum
required heat sink area is 100 cm? according to page F.
From page D it may be seen that the temperature of the diode
base is about 108 OC and that the dissipation is max. 42 W.

See also pages 4 and 5

5.5.1963 722 1771 . 3.



BYZ14 BYZI5 p“lllps
BYY73 BYY74

BYYiS BYYIS

OPERATING CHARACTERISTICS as rectifier (continued)

‘Three phase Three phase
star Full wave bridge

&3
J.L
bLO Vo »d
+ 2.25.26ad + -
Vi I, Vo Io Vo
(VRys) (a) | (v) (4) (V)
BYZ14/15 140 120 95 120 190"
BYY73/74 210 120 | 140 120 285
BYY15/16 280 120 190 120 380 °

OPERATING NOTES

1) In order to prevent the diode from being damaged by
surge currents higher than those mentioned at page E
a fast fuse is recommended.

The values of K include a thermal resistance between
diode base and heat sink of about 0.15 OC/W. .

When there is a possibility that transient voltage
surges will cause an inverse voltage higher than the
rated surge value, a damping circuit across the trans-
former or across the diode should be .applied, e.g. a
series R.C. circuit or a voltage dependent resistor.
Dimensioning of the R.C. circuit may be done according
to the following formulae:

See page 5

2

W
—  ~—

722 1772 4.



: BYZ14 BYZIS
PHILIPS |&5: tvers

BYYI15 BYYI16

OPERATING CHARACTERISTICS as rectifier (continued)

Six phase Three phase double Y
Star with interphase
transformer

1

Iol L)
+ - + 225.26.ad —
vy Io Vo Io Vo
(VRus) (4) (v) (a) (v)
BYZ14/15} 140 192 95 240 80
BYY73/74| 210 192 135 240 120
BYY15/16| 280 192 190 240 165

OPERATING NOTES (continued from page 4)
a. When applied to the primary side of the transformer:

I
C1~ 200 2 yF R1~lC1L°g

b. .When applied to the secondary of the transformer:

Ipo.V
2%4501@%5&)2 pF RZNZCOZOQ

In which:
v = transformer primary R.M.S. voltage (V)
-Vpy = recurrent peak inverse voltage (V)
IPo = magnetizing primary R.M.S. current (4)

5.5.1963 722 1773 5.



BYZI14 BYZI5 |
BYY73 BYY74 PH l ll ps

BYY!S BYYIE

OPERATING CHARACTERISTICS for battery charging

Two phase Single phase
Half wave Full wave bridge Three phase star
o} o o o}
00000 / 100000 /
/i 7
¥ ¥ 3 j;?
—
¥
A I,
{le oy Ve
+ - v - + 2252634
vy Io VB 0 Io Vg n Io VB n
VRus |(4) | (V) (a) (v) (a) | (V)

BYZ14/15| 125 | 40 | 60 |27 | 40 120 54| 60 70 32
BYY?73/74| 190 |40 | 90 | 41 | 40 180 82| 60 105 47
BYY15/16| 255 | 40 [120 |54 | 40 240 | 108[ 60 135 60

n = maximum number of Pb cells in series (nominal voltage per
cell = 2,2 V)

The above-data are nominal values with battery load. The pos-
sibility of mains voltage fluctuations of max. 10 % has been
taken into account. For current limiting use is made of induc-
tors in series with the primary of the mains transformer

772 1774 6.
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BYZIi4 BYZIS
BYY73 BYY74
BYYI5 BYYIi6

OPERATING CHARACTERISTICS for battery charging (continued)

Three phase
Full wave bridge

Six phase star

ElEl

¥ %z
L) AR
. + 2252620 T
vy Io VB n Io VB n
(VRusS) (1) | (v) (1) (v)
BYZ14/15 125 60 120 54 | 120 60 27
BYY73/74 190 60 180 82 [120 90 4
BYY15/16 255 60 240 108 | 120 120 54

5.5.1963
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BYYIS BYYES
1000 s
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BYYIS BYYI6

PHILIPS

100 7201764 —2.25.26.qd.
-Ip
(mA)
50
7_'/ =150°C
Curve A:BYZ14/15 | |
Curve B : BYY73/7%
Curve C : BYY15/16
20
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A B C
/' /’ ’f
e
5 PY ’,/’
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A
Y
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z V.
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PHILIPS BYY73 BYY74
BYYIS BYYlé

7201504—2.25.26 ad

70— TTTTT T TTTTITTT L] ]
~IpE BYZ14/15: = Vp—= 200V E
(mA)E BYY 73/ 74: — Vi = 300V 1
sE BYY15/16: —Vp= 400V 1
2F .
) 3 { c
2 ] :
0.5F / ]
0.2 f
- / ]
0.1 / :
.05 / .
0.05F + .
// .
u / n
002} ]
- // :
ool ]
"o 50 100 150 T;(°C) 200
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BYZi4 BYZIS
overs ors| PHILIPS

BYYi5 BYYIieé

7201275
T T T TT ( I l BYWS/IG
[TTTTT lIlJ_IJHII]lJ[I
K =thermal resistancé between diode borrom
and ambience
Heat sink material: 2mm copper or 3mm
aluminium, mounted vertically
Curve A: bright heat sink
8 8 :blackened heat sink
C:forced air cooling of 5 m/sec
K
(°c/wj
6 \
N\
A\
4 \
AN
N
\\ o~ A
—
~
2 =
N Ey
N T
ST -
0
0 100 200 300

Heat sink area(cmZ;one side)



PHILIPS [BzYS6
— 63

SILICON ALLOY JUNCTION DIODE with 5 % tolerance in minia-
ture double-ended all-glass construction for use as low~
current VOLTAGE STABILIZER or as a VOLTAGE REFERENCE

Dimensions in mm The white band indicates the
position of the cathode
max2" max2"
B
3 N o E
3 ‘Sﬁﬂ — T
1S .
max 7.6 R
- . 64125 - -

1

LIMITING VALUES (Absolute max. values)

Forward current Ip = max. 50 mA
Reverse current -Ip = max. 25 mA
Total dissipation N 150 - Tamp
(see also page C) Ptoy = max. 0.45 ni
Junction temperature TJ = max. 150 °C

Storage temperature Tg = =55 °C to +150 0OC

THERMAL DATA

Thermal resistance from junction

= ¢}
to ambience in free air K = gax. 0.45 °C/uW

CHARACTERISTICS RANGE VALUES FOR EQUIPMENT DESIGN

Tamp = 25 °C Tamb = 60 °C
Forward - | Forward Reverse Reverse
current voltage voltage current

Ip Vp -Vp -Ip
0.1 mA 610 av 1.0 v 0.004 4
10 mA 760 mv e

") Not tinned

772 1123 Tentative data R
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PHILIPS

BZY64
— 69

Dimensions in mm

SILICON ALLOY JUNCTION DIODE with 15 % tolerance in minia-]
ture double-ended all-glass construction for use as low-]
current VOLTAGE STABILIZER or as a VOLTAGE REFERENCE

The white band indicates thel
position of the cathode

THERMAL DATA

Thermal resistance from junction
to ambience.in free air

max2! max2!)
3
NG —
S !
max 7.6
64£25 .
LIMITING VALUES (Absolute max. values)
Forward current Ip = max. 50 mA
Reverse current -Ip = max. 25 mA
Total dissipation _ 150 - Tamb
(see also page C) Ptot = max. 0.45 uw
Junction temperature T, = max. 150 °cC
Storage temperature Tg = =55 °C to +150 °C

CHARACTERISTICS RANGE VALUES FOR EQUIPMENT DESIGN

K = max. 0.45 °C/mW

Tamb = 25 °C Tamb = 60 °C
Forward Forward Reverse Reverse
current voltage voltage current

Ip VD -Vp -Ip
0.1 mA 610 mV 1.0V 0.004 pA
10 mA 760 mV

") Not tinned

722 1125
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BZY74
PHILIPS | 7

SILICON ALLOY JUNCTION DIODE with 15 % tolerance for use
as medium current VOLTAGE STABILIZER or as a VOLTAGE

REFERENCE
Dimensions in mm
< k a
~N =
i
2 -
N
N
o 2601 L ’j—L
S mox10.3 | 17+0.05
nkor max 20.3
2.25.26.3)

The diode is supplied with nut, metal washer and metal

locking washer

LIMITING VALUES (Absolute max.

Forward current
Reverse current

Surge reverse current
(max. duration 100 psec)

Dissipation
(See also pages J and K)

Storage temperature

THERMAL DATA

Thermal resistance from Jjunction
to ambience in free air

Thermal resistance from junction
to case

1) For surge currents of longer duration see page I

values)

Ip = max., 0.5 A

-Ip = max. 0.5 A
"IDsurge= max. 104 1)
(t = max. 100 psec)

T4 mag=Tazb

P = max. iﬂﬁ%%_ég_
Ts = =550C to +150 OC

nn

Kj-amp = max. 70 OC/W

Kj-¢ = max. 10 °C/W

772 1743 Tentative data
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BZY74
276 ' PHILIPS

CHARACTERISTICS at a case temperature of 250C

BZY74 BZY75 BZY76
Forward voltage (Vp) min. 0.8V 0.8V 0.8V
at Ip = 200 mA max. 1.05 V 1.05V 1.05 Vv
min. 5.3V 6.4V 7.7V
Zener voltage (-Vp) typ. | 6.2V | 7.5V | 9av
at -Ip = 20 mA max. | 7.2V | 8.7V | 10.67V
Dynamic resistance (rp) max 13 9 10 @ 11 @
at -Ip = 20 mA
Leakage current (-Ip) typ. | 0.15.pA | 0.04-pA
at -Vp =37V max. 0.5 pA 0.5 pA
Leakage current (-Ip) typ. 0.04 pA
at -Vp=57V max. 0.4 pA

7722 1744 Tentative data
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BZY74

—>76
CHARACTERISTICS RANGE VALUES FOR EQUIPMENT DESIGN
Case temperature = 25 OC
BZY74 |BZY75 |BZY76
min.
Forward B
voltage (VD) Ip = 0-0.5 A | typ. See page A
’ max.
min, 5.4 6.4 7.8V
~Ip = 50 mA | typ. | 6.25 7.5 9.2V
max. 7.2 8.8 10.7|V
min. 5.5 6.4 7.8V
Zener ~ID = 100 mA | typ. 6.3 7.6 9.3|V
v?}sg € max., 7.4 9,0 | 11.0]V
win, 5.5 6.6 8.0V
~Ip = 200 mA | typ. 6.35 7.7 9.45|V
max. 7.4 9.4 | 113V
min. 5.5 6.6 8,0V
-Ip = 500 mA | typ. | 6.6 | 7.82 | 9.55|V
max. 7.9 9.5 | 11.6|V
-Tn = typ. See page G
Dynamic Ip = 100 mA nax 4.0 | 5.0 5.0|0
resistance * N | * ! N
D
-Ip = 500 mA typ. See page G
max. 2.5 ‘ 3.0 | 3.0(¢@
typ. See page F
~-Ip= 20 mA|min. | -0.4 | 2.0| 4.0|mv/oC
max. 4.0 6.0 | 8.0|mv/oC
Temperature typ. See page F
CDiIEftCi)em -ID = 100 mA |min. | 0.5 | 2.5| 3.0|mv/oC
S max. | 4.0 | 6.1 11.0|mv/oC
typ. See page F
~Ip = 500 mA | min. 0.0 2.5 3.0 | mv/OC
max. 4,0 | 7,04 11.0| mv/0C
&
Capacitance U =
cax) Vp= 2V |typ. | 475 | 350 | 250|DF
722 1745 Tentative data 3.
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7201307
1000 BZZ14-20.BZY74-76
K
(°Cc/W)
K=thermal resistance between
200 case and ambience L]
Heat sink material:l.6mm aluminium
bright, mounted vertically
1 N
100 Natural convection
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SILICON ALLOY JUNCTION DIODE in double-ended all-glass

construction for use as low current VOLTAGE STABILIZER or)
as a VOLTAGE REFERENCE

Dimensions in mm The white band indicates the

position of the cathode

max2" max2)
3 — B
N |
5 Gr:::quzgz F .F:::J
g
max 7.6 I
< 64t25 J

LIMITING VALUES -(Absolute maximum values)

Forward current Ip = max. 50 mA

Reverse current -Ip = max. 25 mA
Total dissipation - 150-Tamb
(see also page C)  TFtot = WaX. === uiW
Junction temperature Ty = max. 150 °C
Storage temperature Tg = =55 OC to +150 OC

THERMAL DATA
Thermal resistance from Jjunction
to ambience in free air K = max. 0.45 oC/mW|

CHARACTERISTICS RANGE VALUES FOR EQUIPMENT DESIGN

Tamb = 25 OC Tamb = 60 °C
Forward Forward Reverse Reverse
current voltage| voltage current

Ip Vp . -Vp -Ip
0,1 mA 610 mV 1.0V 0.004 pA

10 mA 760 mV

7) Not tinned

772 1081
4.4.1962

Tentative data
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SILICON ALLOY JUNCTION DIODE with 5 % tolerance for use
as wedium current VQLTAGE STABILIZER or as a VOLTAGE
REFERENCE

Dimensions in mm

< k a
N el ¢
L OWEl}
N o n
N 2stor, 47 -8
R max10.3 | 1720.05 | &
e o~
ntor max 20.3 nn
2.25.26.3)

The diode is supplied with nut, metal washer and metal
locking washer

LIMITING VALUES (Absolute max. values)

Forward current Ip = max.
Reverse current -Ip

Surge reverse current
(max. duration 100 psec) EIDsurge
t

0.5 A
0.5 A

]
=}
I3
L

max. 1041)

- max. 100 psec)

Dissipation T -Tamb
(see also pages I and J) P = max.——‘j—@%—-———
Storage temperature Tg = ~-550C to +150 OC

THERMAL DATA

Thermal resistance from junction
to ambience in free air Kj-amp = max. 70 oc/w

Thermal resistance from Jjunction
to case Kj.o = max. 10 oC/W

1) For surge currents of longer duration see page H

772 1746 Tentative data 1.
4.4.1963
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CHARACTERISTICS RANGE VALUES FOR EQUIPMENT DESIGN

Case temperature =

25 O

BZZ14|BZ215|BZZ16|BZ217
min.
Forward
voltage (vp)|ID = 0-0.5 A|typ. See page A
max.
min.| 5.4 | 5.8 | 6.4 | 7.0 |V
-Ip = 50 mA|typ.| 5.7 [6.25 | 6.8 | 7.5 |V
max.| 6.2 | 6.8 | 7.2 | 8,0 |V
min.| 5.5 | 5.8 | 6.4 | 7.2 |V
Zeney -ID =.100 mA|typ.[5.72 | 6.3 | 6.9 | 7.6 |V
vc()lta’ e max.| 6.3 | 6.8 | 7.4 | 8.2 |V
~Vp
min.| 5.5 | 5.9 | 6.6 | 7.2 |V
-Ip = 200 mA|typ.|5.85 |6.35 [6.95 | 7.7 |V
max.| 6.4 | 7.0 | 7.4 | 8.4 |V
min.| 5.5 | 6.0 | 6.6 | 7.1 |V
-Ip =.500. mA|tyD.|5.97 | 6.6 |7.12 |7.82 |V
max.| 6.5 | 7.4 | 7.9 | 8.5 |V
-Ip = 100 mA typ. See page G
Dynamic. max.| 4 I 2.5 | 2.5 | 3.5 | @
resistance ' ' T
(rp) -Ip = 500 mA typ. See page G
max.| 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |@
typ. ' See i)age F'
-Ip = 20 mA|min.|-0.4 | 1.0 | 2.0 | 3.0 [mwV/°C
max.| 2.5 | 3.5 | 4.0 | 4.5 |mV/OC
Temperature typ. See page F
°°i1-q(f_1V°1)ent -Ip = 100 mA|min.| 0.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 {mv/oc
s wax.| 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |mi/oC
typ. See page F
-Ip = 500 mA|min.| 0.0 | 1.5 | 2.5 | 3.0 mV/°C
max,.| 3.0 | 4.0 | 4.0 | 7.0 {mV/OC
Capaciiance | .yp = 2 v |typ.| 575 | 475 | 375 | 350 [P
Cdk
722 1748 Tentative data 3.
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CHARACTERISTICS RANGE VALUES FOR EQUIPMENT DESIGN (continued)
Case temperature = 25 OC
BZZ18 | BZZ19 | BZZ20
. min.
orward 0o
voltage (Vp) Ip = 0-0.5 A| typ. See page A
max.
min., | ‘7.8 8.6 9.6 |V
-Ip= 50 mA| typ. [ 8.25 | 9.2 [10.2 |V
max,. | 8.8 9.8 |10.7 |V
min. | 7.8 8.8 9.6 |V
-Ip = 100 mA | typ. | 8.35 | 9.3 |10.3 |V
Zener max. | 9.0 [10.0 | 11.0 |V
voltage ° * N ¢
(=Vp min. | 8.0 | 9.0 | 9.9 |V
-ID = 200 mA | typ. | 8.45 |9.45 10.5 |V
max. | 9.4 [10.5 [ 11.3 |V
min, 8.0 8.8 10,0 |V
-Ip = 500 mA | typ. | 8.57 |9.55 [10.72 |V
max. | 9.5 [10.2 [11.6 |V
-Ip = 100 mA typ. See page G
Dynamic ~maJF. 5 ‘ 5 | 5 |Q
resll‘gtance -~ See page G
-ID = 500 mA | oy, | 3.0 | 3.0 | 5.0 |@
typ. See page F
-Ip= 20 mA|min. | 4.0 | 3.5 | 6.0 |mV/OC
max. | 6.0 6.5 8,0 | mv/oC
Temperature typ. See page F
°°f{fvi§)ient -Ip = 100 mA | min. | 3.0 | 4.0 | 3.0 | wv/oC
2T max. | 6.1 7.0 [ 11.0 | mv/0C
typ. See page F
-ID = 500 mA | min. 3.5 4.5 3.0 | mvV/oC
max. | 6.8 | 7.5:|11.0 | mv/°C
Capacitance
Cax -Vp= 2V |typ.| 300 250 oF
722 1749 Tentative data 4.
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7201307

100 - : BZZ14~20.82Y7%-16

K
(°C/W)

K=thermal resistance between
200 case and ambience H
Heat sink material:l.6mm aluminium
bright, mounted vertically

100 Natural convection

50

20>

N
1
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N
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2
7
0 20 50 100 200 500 1000

Heat sink arealcm?one side)
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GOLD-BONDED GERMANIUM DIODE in all glass construction,
designed as a general purpose diode

DIODE A CRISTAL DE GERMANIUM A POINTE D'OR de construc-
tion tout verre, congue pour usages generaux
GERMANIUM-GOLDDRAHTDIODE in Allglastechnik fur allgemeine

Verwendungszwecke

Dimensions in mm The red dot indicates the po-
Dimensions in mm sition of the cathode
Abmessungen in mm Le point rouge marque la posi-

tion de la cathode
Der rote Punkt indiziert die
Katodenseite

max 15 min 37 l

& H G~

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

max 5,2

valid at, o
Valable a Tamb = 25 75_°C _
Giltig bet J] -~ - "~~~ -~~~ ==7=7=7~
-vp = max. 100 50 V°P)
-VDu = max. 100 50 ¥3)
Ip (tay = max. 50 msec) = max. 115 35 mA3)
Ipy = max. 350 350 mA4
ID surge = max. 50b IIU‘AS)
ID surge = max. 600 mAé)
ID pulse (§ = 1%) = max, 1000 mA”)
Tamb = =55 9%/75% )
Storgge temperature o 0
Température d'emmagasinage = =55 ~C/+90°C
Lagerungstemperatur

MNot tinned; non étamé; nicht verzinnt

2)Constant. D.C. voltage
Tension centinue constante
Konstante Gleichspannung

3)For derating curves sge page D
Pour les courbes de réduction voir page D
Fir die Reduktionskurven siehe Seite D

4)5)6)7)See page 2; voir page 2; siehe Seite 2
7.7.1957 939 2488 1.
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Characgeristics
Caracteristiques
Kenndaten

Tamb = 25 °C Tamb = 60 °C

= min, max, = min. | max.
Vp (Ip=0,1ma)|= 0,15 50,10 | <0,25 | = 0,08 [ >0,03 | <0,20 V
Vp (Ip= 10mA)j= 0,4 5>0,25 | <0,55| = 0,35 |50,20 | 0,50 V
Vp (Ip=200ma)|= 0,8 50,50 | ¢ 1,0 = 0,77 |>0,48|<¢ 1,0 V
Vp (Ip=300mA){= 0,9 (0,55 | <1,25| = 0,88 50,55 ¢1,25 V
-Ip(-Vp=1,5V)|= 0,8|> 0,2|¢ 5 150> 5|¢ 26 pa
=Ip(=Vp= 10 V)= 1,1|> 0,3|¢ 6f= 20555 |¢ 30 pA
-Ip(-Vp= 50 V)= 2,5|>0,45|¢ 9= 32|57,5 [< 60 pa
=Ip(~Vp=100 V)|= 8> 0,7|< 300= 50(> 10 |< 120 pa

4)Max, duration 1 sec
Durée 1 sec. au max.
Max., Dauer 1 Sek.,

S)Max duration 0.3 sec
Durée 0,3 sec au max.
Max, Dauer 0,3 Sel.

6)Pulse duration max. 1 psec
Durée de 1'impuls 1 usec au max.
Irpulsdauver max. 1 pSek.

7)Dur1ng operation
Pendant 1'opération
Wéhrend des Betriebs

939 2489
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200 e 7RG£533
Dy = Maximum’ permissible value of Ini%2 872 57H
I HIDyax =valeur admissible au max. de I,
(¥ AlDmax=maximal zuldssiger Wert von Ip
150
Tormb=25°C.
100
bg°C
50
75°C
0
2 40 0 80, 100
, it e Ol
" "Dmax VD =maximum permissible value —Vp
(V) B—Vppax =valeur admissible au max. de ~Vp
0 Yrmax =maximall zuldssiger Wert von —
1003 :
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GOLD-BONDED GERMANIUM DIODE in single-ended all-glass
construction designed for high forward current switching
applications

DIODE A CRISTAL DE GERMANIUM A POINTE D'CR en construction
tout-verre avec connexions unilaterales, congue pour
applications de commutateur a courant €levé en sens
‘conducteur :

GERMANIUM-GOLDDRAHTDIODE in Allglastechnik mit Elektroden -
anschliissen an einer Seite zur Verwendung als Schalter-
diode mit hohem Strom in der Durchlassrichtung

Dimensions in mm The red dot indicates the
Dimensions en mm position of the cathode

Abmessungen in mm Le point rouge indique la
:__—_:i =i
:! ﬁ:l

position de la cathode
I
max15 -

Der rote Punkt bezeichnet

die Katodenseite
| max15. min37 " oy -

Limiting values (Absolute max. values)

Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues).

Grenzdaten (Absolute Maximalwerte

max 5,2

. Tamb = 25 ¢ | =75°C
-VD =max., 25V |max. 257V
'VDM = max. 25V |max. 25V
“Vp surge (t = max., 1 sec) = max, 30V |max. 30V
direct current | . 2
Ijcourant continu = max. 140 mA |max, 50 mA )
Gleichstrom
‘[ See pages E,F
I, (tay = max. 50 msec) Voir pages E,F
: : Siehe Seiten E,F
Iy = max. 250 mA |max. 250 mA
Ip surge (t-= max., 1 sec) = max. 400 mA |max. 400 mA
b = -55 %/ +75 °c
Storage temperature ie O
Température d'emmagasinage = -55 9¢c/ +75 °¢
Lagerungstemperatur
') Not timned; non étamé; nicht verzimnt
2) See also page D; voir aussl page D; siehe auch Seite D
6.6,1960 722 00 30 Te
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Thermal data. Junction temperature
rise to ambient temperature in free

aip £ £ 0.4 %/uw
Données thermiques. Augmentation de
la température de la jonction au
regard de la température de 1'am~ ¢ o
biance a l'air libre K = 0,4 °C/mW
Thermische Daten. Temperaturerhshung
in bezug auf die Umgebungstemperatur < o
in freier Luft K = 0,4 °C/mW
Characteristics
Caractéristiques
Kenndaten VD(V)
Iy Tamb = 25°C ‘ Tamb = 60°C
(ma) = min. | max. = min. | max.
0,1 = 0,18|> 0,12|< 0,26 | = 0,11|> 0,06/< 0,19
1 |=0,25|> 0,20|< 0,33 | = 0,20|> 0,14|< 0,28
10 (= 0,3%8|> 0,30|< 0,48 | = 0,35|> 0,25|< 0,43
30 |= 0,50|> 0,36|< 0,65 | = 0,47|> 0,32(< 0,61
50, = 0,56(> 0,40|< 0,78 | = 0,54|> 0,37|< 0,75
250')|= 1,00 < 1,65
-Ip(uA)
-y Tamb = 25°C Tamb = 60°C
(v) = = max.
1,5 = 0,4 = 5 < 20
10 = 1,5 = 9 < 30
25 = 6,0 =22 < 150

Reverse recovery, measured at -VD = 5 V after forward
current pulse of 5 m

Recouvrement inverse, mesure a -V, = 5 V aprés une impulsion

.. de courant en sens conducteur d.g

Ubergangszeit fiir Sperrichtung, gemessen bei -~ r%= 5V

nach einem Stromimpuls von 5 mA in der Durchlass chtung
Tamb = 25°C
Square wave pulse
generator I\
(Générateur d'implsions| 4 3
g onde carrée D (o] Oscmoscqpe
Rechteck- N |Oszillograf
Impulsﬂérator
Ri=5000 Shunt diode
D= Diode de dérivation
Ableitdiode

Measuring circuit; circuit de mesure; Me.sschaltung

1)See page 3; volr page 3; siehe Seite 3.

722 0031, 2.
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Reverse recovery (contipugd;
Recouvrement inverse (suite
Ubergangszeit flir Sperrichtung (Fortsetzung)

Pulse data
Données de 1'impulsion
5 Impulsdaten £ - 50 ko/s
’»} 5 = 0,5
Y Rise time ,
Temps de montee < 0,1 psec
Anstiegszeit
g = Sm
- DM = 5V
Oscilloscope data
Donnees de 1l'oscilloscope Cinp = 40 pF
Daten des Oszillografen Rise time
Temps de montée = 0,025 usec
Anstiegszeit
. 0.5 psec after the current impuls = 140 pA
-1p 40,5 usec apres 1'impulsion de courant <—
0,5 uSek nach dem Stromimpuls <250 pA

3,5 usec apres l'impulsion de courant < 25 pA
3

N 3.5 psec after the current impuls
=D
»5 pSek nach dem Stromimpuls

—>t (usec)

100,

150

v 200
—ip(eA)
250

300

1) Measured under pulsed conditions to prevent excessive
dissipation
Mesuré avec des impulsions pour prévenir une dissipation
excessive
Zur Vermeidung einer iiberméssigen Verlustleistung mit
Impulsen gemessen

11.11.1960 722 0332 3
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1000 7200133

[047 1-7-50 E
F Current limits -
Ip - - --i L:;mifes de courant .
(mA) \S ron'ig:vrenzen 7 .
E /"‘ ,""‘ VD(V)_

L T = (-] &5 5 L u
f00[eme =257 C L ATE 12 B 0o
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1000 | 047 731-7-‘60 3

- [ Current Zirﬁifs : .

_, s { Limites de courant 4

Ipf | Stromgrenzen ]

(pA)r- .

5 L/ z

1001 Tamb = 60° CHH-=

B bt .”— va’ i

r ”f” Tamp = 60°C ]

0 r ”,/’ ]

E A ad E

. AT [Tamp = 25° 1

C B A E

L /// i

- /’ -

- / -

i /] ]

TE E

RBP4 3

Al .

o1L : ]
0 10 20 30 = o ( V) 40
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7200131
250 0A7 1-7-60

"IDpag = max. permissible D.C. current’
, IDmax = courant continu max. admissible
IDmax j“ IDmax = max. zuldssiger Qleicl’gstrom
(mA)
20
150
g
N
e
N
100 ]
AN
N
AN
N
50
0 ;

25 45 65 Typs(°C) 85
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= max. permissible value of Ip for sinusoidal input

I
Dnax = JoTiages and resistive load. (Ipy =7TXIp; tay =
max. 50 msec)
Ip, = valeur max. admissible de Ip pour des, tensions
maX  gventrée sinusoidales avec charge résistive.
(Ipy =7T.Ip; tay = 50 msec au max.)
IDgax = HaX. zullssiger Wert von Ip bei sinusfirmigen
. Eingangsspannungen mit Widerstandsbelastung.
(Ipy =7v.Ip; tay = max. 50 mSek)
| ' Tomb=25° C
60 - .
450
Pl
ID max —— ]
-
(mA) 55
60
—
]
- - -
~~..
.
659
40 T~
[
B
.
\~§
750
20
]
)
S
\)\1
N
s
N (=
S
0 i S
0 10 20 =y (V) 30
6.6.1960 E
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GOLD~-BONDED GERMANIUM DIODE in single-ended all-glass.con-
struction, designed for high-current switching applica-
tions

DIODE A CRISTAL DE GERMANIUM A POINT D'OR en construction
tout verre & sorties unilatérales; la diode est congue
pour applications de commutation a courants élevés

GERMANIUM-GOLDDRAHTDIODE in Allglastechnik mit einseitiger
Drahtausfiihrung; die Diode ist bestimmt fir Schalteran-
wendungen mit hohen Stromen

The red dot indicates the po-

Dimensions in mm
Digenstons en un Le potnt Pouge marque. 1a posl
8 tion de la cathode
Der rote Punkt indiziert die
Katodenseite

max15 4_@11_31_,‘

Gl_FF

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

max 5,2

Tamb = 25 75 %
-Vp =.max. 25 25V
~VDM ' = max. 25 25V
“VDsurge (t = max. 1 sec) = max. 40 40 V
direct current - C oy
Ip{courant continu = max. 270 90 mA °)
Gleichstrom
See pages E to G
Ip (tay = max. 50 msec) Voir pages E - G
Siehe Seiten E bisG
Ipy = max. 500 500 mA
IDsurge (t = max. 1 sec) = max. 800 800 mA
Tamb = -55°C/+ 75 °c
Storage temperature ° 0
Température d'emmagasinage = -55°C/+ 90 “C
Lagerungstemperatur

) Not tinned; non étamé; nicht verzinnt
2) See also page E; voir aussi page E; siehe auch Seite E.

5+5.1960 938 4296 1.
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Thermal data. Junction temperature rise < °
to ambient temperature in free air K = 0.35 “C/mW
Donnees thermiques. Augmentation de 1la
temperature de la jonction au regard
de la température de 1l'ambiance a 1'air < 0
libre K = 0,35 “C/mW
Thermische Daten. Temperaturerhdhung des
Kristalls in bezug auf die Umgebungs- < °
temperatur in freier Luft K = 0,35 ~C/mW
Characteristics
Caractéristiques
Kenndaten
Vp (v)
Ip 0 0
(n4) Tamb = 25 °C. Tamb = 60 C
0,1 = 0,15| < 0,21 = 0,09 < O_,15
10 = 0,33 | < 0,41 = 0,28 < 0,35
500 1) = 0,70 | < 0,90 = 0,66
-Ip (pa)
VD ‘ ) 0
() Tamb = 25 ~C Tamb = 60 C
1,5 0,7 < 3,5 = 8| < 20
10 = 1,5|< 10 = 12{< 45
25 = 7,0 < 50 = 20 < 100
Dynamical characteristics °
Caractéristiques dynamiques Tamb = 25 °C
Dynamische Kenndaten
Column I: Setting of the diode and typical (average)
measuring results of new diodes
II: Characteristic range values for equipment design
Colonne TI: Valeurs pour le réglage de la diode et les
résultats moyens de mesures de diodes neuves.
II: Gamgme de valeurs caractéristiques pour 1'étude
d'équipements
Spalte I: Einstelldaten der Diode und mittlere Mess-
ergebnisse neuer Dioden
II: Charakteristischer Wertbereich fiir Gerdtentwurf
) Measured under pulsed conditions to prevent excessive
dissipation.
Mesuré en service d'impulsions pour prevenir une dissi-
pation excessive
Gemessen mit Impulsen zur Verhiitung einer liberméssigen
Verlustleistung

938 4301 ‘ 2.
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Dynamical characteristics (continued) o
Caractéristiques dynamiques (suite) Tamb = 25 °C
Dynamische Kenndaten (Fortsetzung) i

Capacitance i - i _
Capacite —VD = 0,75 | v
Kapazitat £ o= 0,51 Me/s
cak = 3 : <7 pF
Forward recovery .
Temps_de recouvrement direct
Ubergangszeit filir Durchlassrichtung
100 .0, Oscilloscope
Pulse generator Oszillograph
Générateur d’impulsions| Cj=20pF
Impulsgenerator - : Rise time .
R;=150d1 Vpy =100V Temps de montee}
f=20kc/s - Anstiegszeit
0,04 1 sec.

Measuring circuit; circuit de mesure; Messanordnung

Jusec A
V -
Ipw= om \
400mA : 177}
tre=03usec
re=0,3u O4usec

Current pulse Voltage pulse
Impulsion de courant Impulsion de tension
Stromimpuls Spannungsimpuls
I | 1I
Ipy = 400 mA
tj_mp= 11 psec

after 0.4 psec . |
vp {aprés 0,4 usec RH0,7 i < 1,0V
nach 0,4 pSek ',

5.5.1960 938 4302 ) 3.
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Dynamical characteristics (continued) o
Caractéristiques dynamiques (suite) Tamb = 25 C
Dynamische Kenndaten (Fortsetzung)

Reverse recovery time, measured at =Vp = 10 V after
forward current pulse of 400 mA s .
Temps de recouvrement inverse, mesuré a -Vp = 10 V apres
une impulsion de courant de 400 mA dans le sens

. conducteur

bbergangszeit fiir_Sperrichtung, gemessen bei -Ip=107V
nach einem Stromimpuls von 400 mA in Durchlassrichtung

Mercury relay
Pela/i aQ_mercure
Quecksilberrelais )

0=20%

Oscilloscope
Oszillograf

2k,

67
Measuring circuit; circuit de mesure; Messanord.ﬁung
Pulse data
Données de 1'impulsion
Impulsdaten Ipy = 400 mA
-Tpy = 0V
s = 20 %
f = 50 ¢/s
Oscilloscope data
Données de 1'oscilloscope
Daten des Oszillografen
Cinp = 15 pF
Rj_np = 4 NQ
Rise time ,
Temps de montée = 0,016 psec
Anstiegszeit
3.5 usec after the current I | II
impuls . " s Ry Bt
3,5 usec apres l'impulsion _ |
’de courant - 1 <150 pa
3,5 pSek nach dem Stromim- I
puls:

938 4305 ‘ %
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7200138
1000 0A9 4-7-60

- Upper current Timits 4
—Ip i) Limites de couranpt, 1
N supérieures | |7
(F A) F .Hohere Stromgrenzen | |]
L1 gd
100f+ =Tamp=60°C E
= - 4 i : 3
- ‘f | ! J ! ! -
= - : E
- P bt d » 25 C =
- // ”a -
- ,,’ /’d | ]
2N AT 60°C 3]
T .
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10} :
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IDmax = max, permissible D.C. current
IDmax = courant continu max. admissible
IDmax = max. zuldssiger Gleichstrom
‘Ibmax
{mA)
300
g
200 P
RN
\\
AN
AN
100
o
1S
o
i ~N
1
N
NS
0 S
25 45 65 Tamb (°C) 65
5.5.1960 E
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| IDyay = max. permissible value of Ip for sinusoidal input
voltages and resistive load. (Ipy =7txIp; tay =
max. 50 msec)
Ippay = Valeur max. admissible de Ip pour des, tensions
d'entrée sinusoidales avec charge résistive.
(Ipy =7T.Ip; tgy = 50 msec au max.)
IDgax = DaX. zuléssiger Wert von Ip bei sinusfSrmigen
Eingangsspannungen mit Widerstandsbelastung.
' (Ipy =7v.Ip; tay = max. 50 mSek)
2007171
IDrra
(mA)
=9K0
Tamb729°C
I
150 =45°0
prrce S
Pt
o
\5506
T ——
100 = o
= -
=6‘50€
]
s
= —
.
=Ny
50 = 500
o
ey
©o
£
!
N
I.
0 g
0 10 20 —VDM (V) 30

00024
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GERMANIUM JUNCTION DIODE for use as rectifier for medium
currents and voltages

DIODE A JONCTION DE CRISTAL DE GERMANIUM pour utilisation
en redresseuse pour des courants et tensions moyens

GERMANIUM-FLACHENDIODE zur Verwendung als Gleichrichter fir
mittlere Strome und Spannungen

. . 25 max22
Dimensions in mm
Dimensions en mm d
Abmessungen in mm
o 3.7
N
O :{_ ste
\ k

15

When fastening the diode a torque of 3 cm kg should not be
exceeded

En fixant la diode un moment de torsion de 3 cm kg ne sera
pas surpasse

Beim Befestigen der Diode darf ein Drehmoment von 3 cm kg
nicht lberschritten werden

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

=Vp = max. 857V

~Vpy = max. 857V

Ip = max. 12 A

Ipn = max. 12 A
Iy max. 904 ')

See page B

Voir page B

Siehe Seite B
max. 75 %

&
A

Load capacitor
Capacité de charge(-Vpy =

i max.1000 pF 2)
E Ladekondensator

5]
v
<
~
"

') During switching on
Pendant la mise en circuit
Beim Einschalten

2) At lower values of -Vpy the load capacitor can be raised
inversely proportional to -Vpy

A des valeurs plus basses de -Vpy 1la capacité de charge

B peut étre augmentée inversement proportionnelle a -Vpy

) Bel kleineren Werten von -Vpy kann der Ladekondensator

g umgekehrt proportional vergrossert werden

938 3061 1.
4.4.1959
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Characteristics
Caractéristiques
Kenndaten
Ty = 25 ° T; = 75 °C
vp ( Ip=0,14)|=0,57V
Vp ( Ip = 2 A)|=0,5V
vp (Ip= 12A4)||=0,6V [<0,77V
-Ip (-Vp= 1 V)|= 25 pAf = 1,5 mA
-Ip (-Vp= 85 V)|= 40 pa = 1,8 mA | < 4 mA

[N

Tamp = 4

A

Tamb

vy =
Ip =
Vo =

5

Operating characteristics
Caractéristiques d'utilisation
Betrievbsdaten

Tamb <45 oC; with copper heat sink of 100x80x1 mm per

Thermal resistance from junction to
mounting base
ReSLStance thermique de la jonction
jusqu'a la plaque de montage
Thermischer Widerstand vom Kristall
bis an die lMontageplatte

K = max. 5 °C/W

diode

0C; avec plaque de refroidissement de cuivre
100x80x1 mm par diode

54 Verr

3,5 A

24 V

Half wave rectifier circuit
Circuit redresseur demi-onde
Halbwellengleichrichterschaltung

")

45 C mit kupferner Kihlplatte von 100x80x1 mm

pro diode

&
s
AAAAAA

VVVVVVy

Vo

1) When a load capacitor is used the permissible value of

Vi is max. 27 V

S1 une capacité de charge est utilisée la valeur admis-

sible de Vi est de 27 V au max.

Wenn ein Ladekondensator verwendet wird, ist der zu-
ldssige Wert von Vi max. 27 V

938 3062
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Operating characteristics (continued)
Caractéristiques d'utilisation (suite)
Betriebsdaten (Fortsetzung)
Bridge rectifier circuit
Circuit redresseur en pont
Gleichrichterbriickenschal tung
%
Vi = 54 Verr :
Io= 74 0000
Vo = 48 V -
h: 4
R
h4 +
Three-phase bridge rectifier circuit
Circuit redresseur triphasé en pont
Dreiphasen-Gleichrichterbriickenschal tung
Vi = 31 Verr
Io = 10,5 A Vi
Vo= 70V
Heluzl
S
¥ b3
+
938 3063 3.
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7R05936
; 0A31 2-5-"5
14 1) Diode bottom temperature =Tamb
A Dmax 2| With heat sink 100x80xImm, blackened Cu
(W) 3) Without heat sink
1) Température du fond de la diode =Tamb mN
2) Avec plaque de refroidissement 100x80xImm,Cu noirci
12 3) Sans plaque de refroidissement
1) Temperatur des Diodenbodens=Tamb
2; Mit Kiihiblech 100x80ximm, Cu geschwarzt
3) Ohne Kiihlblech
10
g
P
/:\'15‘
6 &
é’)
4
‘4’ NS /2 o
g
2
L]
INEEE rﬂ-[ 1T
0 T
25 35 45 55 65 Tomb(°C)75

8
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GOLD-BONDED GERMANIUM DIODE in miniature all-glass con-
struction designed for high forward current switching
applications )

DIODE A CRISTAL DE GERMANIUM A POINTE D'OR en construction
tout-verre miniature congue pour. applications de commu-
tation a courant €levé dans le sens conducteur

GERMANIUM-GOLDDRAHTDIODE in Miniatur-Allglastechnik zur|

Verwendung als Schalterdiode mit hohem Strom in der Durch-
lassrichtung

The white band indicates the
position of the cathode
L'anneau blanc marque la po-
sition de la cathode

Der weise Ring bezeichnet die

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm

) Katodenseite
Y 1
% g%:::qk‘"a‘ e
: <4ﬁ_gin§*“_J N
L 6425 |

Limiting values (Absolute max. values)
Caracteristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

Tamo =_ _ _ 25 °C__ 60 %
~Vp = max. 25 25V
=Vpy = max. 25 25V
'VDsurge(t = max. 1 sec) = max. 30 30 V

direct current »
Ip { courant continu = max. 110 50 ma °)
{ Gleichstrom ‘

Ip (tay = max. 50 msec) Voir pages F,G

See pages F,G
Siehe Seiten F,G

Ipy ‘= max. 150 150 mA
TDgurge (t = max. 1 sec) = max., 200 , 200 ma
Tamp = =55 %¢c/+ 60 °c
Storagge temperature o °
Temperature d'emmagasinage = -55 °C/+ 75 °C
Lagerungstemperatur

Ty Not tinned; non étamé; nicht verzinnt

2) See also page E; voir aussi page E; siehe auch Seite E

10.10.1960 722 0255 1.

e..—



OA 47 PHILIPS

Thermal data. Junction temperature
rise to ambient temperature in

free air K £ 0.45 O¢/mW
Données thermiques. Augmentation de
la température de la jonction au
regard de la température de 1'im- < o
biance a l'air libre K = 0,45 “C/mW
Thermische Daten. Temperaturerhdhung
des Kristalls in bezug auf die < °
Umgebungstemperatur in freier Luft X 2 0,45 °C/mW
Characteristics
~—>| Caractéristiques
Kenndaten
. vp (V)
D
(mA) Tamb = 25 °C Tamp = 60 °C
= min. max. = min. max.

1 | =0,26 | >0,20 | <0,33 | =0,20 | >0,14 | <0,28
10 | =0,40 | >0,30 | <0,48 | =0,36 | >0,25 | <0,43
30 | =0,54 | 0,36 | <0,65 | =0,50

-Vp -Ip (upa)

(v) Tamb = 25 °C Tamp = 60 °C
= = max.

1,5 = 0,6 = 6 < 20

10 = 3,5 =13 < 40

25 = 10 =28 <160

Reverse recovery, measured at -Vp = 5 V after -forward
current pulse of 5 mA

Recouvrement inverse, mesuré 3 ~Vp = 5 V aprés une impulsion

.. de courant en sens conducteur de 5 mA

Ubergangszeit fir Sperrichtung, gemessen bei ~Vp = 5 V
nach einem Stromimpuls von 5 mA in der Durchlassrichtung

Tamb = 25 °C
Square wave pulse
generator
(Générateur d'impylsions| "l é .
G onde carrée D Q |Oscilloscopel
Rechteck- § Oszillograf
Impulsgenerator
Ri=5000 Shunt diode
D= Diode de dérivation

Ableitdiode

Measuring 01rcuit, circuit de mesure; Messchaltung
5 722 0256 -2
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Reverse recovery (continued
Recouvrement inverse (suite
Ubergangszeit fiir Sperrichtung (Fortsetzung)

Pulse data
Données de 1'impulsion
Impulsdaten by = 50 ke/s
& = 0,5
Rise time ;
Temps de montee < 0,1 psec
Anstiegszeit
Iou = 5 mA
-Vou = 5V
Oscilloscope data
Données de 1'oscilloscope
Daten des Oszillographen cinp = 40 pF
Rise time ;
Temps de montée = 0,025 psec
Anstiegszeit

5 usec after the current impuls

5 psec apres l'impulsion de courant < 250 pd
5 pSek nach dem Stromimpuls
5
5
5

pusec after the current impuls
usec apres l'impulsion de courant < 25 pA
uSek nach dem Stromimpuls

—>t (usec)
.0 05 1 5 2 25 3 35

5pA

10.70.1960 722 0257
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Characteristics (continued)
Caractéristiques (suite
Kenndaten (Fortsetzung)

Capacitance = -
Capacité Vp 0,75V
Kapazitdt f = 0,5 Mc/s
= 1,0 pF
Cak < 3,5 pF ')

1) Characteristic range values for equipment design. For
other characteristic range values for equipment
design see curves pages B, C and D except the points
mentionned at page 2.

Gamme de valeurs caractéristiques pour 1'étude &' equlpe—
ments. Pour les autres gammes de valeurs caractéristi-
ques pour 1'étude d'équipements voir les courbes pages
B, C et D sauf les points mentionnés page 2

Charakterlstlscher Wertbereich fiir Gerdtentwurf. Fir die
Ubrigen charakteristischen Wertbereiche fiir Ger#dtent-
wurf siehe. die Kurven Seiten B, C und D, mit Ausnahme
der auf Seite 2 erwdhnten Punkte.

7722 0258 : 4.
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7200072
IDy.y = MaX. permissible D.C. current [-0447 17671960
IDma.x = courant continu max. admissible
Ippay = R&Xe zuldssiger Gleichstrom
T
200
"Dmox
(mA)
150
-~
700 Psg
o
I~ -
e
50 =
0
30 40 50 Tamp(°C) 60
10.10.1960
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7200073
IDmax = max, permissible value of Ip for sinusoidal input
voltages and resistive load. (Ipy =7XIp; tay =
max. 50 msec)
IDmax = valeur max. admissible de Ip pour.des’tensions
d'entrée sinusoidales avec charge résistive.
(Ipy =77.Ip; tay = 50 mSec au max.)
IDmax = max. zuldssiger Wert von Ip bei sinusfrmigen
Eingangsspannungen mit Widerstandsbelastung.
(Ipy =7%.Ip; tgy = max. 50 mSek)
0A47 1-6-1960
DIHUX
(mA)
60
<
Tamb=45°C
1 1|
Q
=50"C
40
- -
——— —_~N0
280 ¢
20
0
0 10 20 30 —Vp(V)
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CRYSTAL DIODE
DIODE A CRISTAL
KRISTALLDIODE

Dimensions in mn Green, vert, grin
Dimensions en mn

Abmessungen in mm [———————Blaek, noir, schwarg
i [

+

%

00

f —
Capacitance
Capacité Cax = 1,0 pF
Kapazitdt

Typical characteristics (at 2030;
Caractéristiques otypes (& 20%C
Kenndaten (bei 20°C)

Ig (Vg +1 V)= min. 5 mA
~Ig (Vg = =10 V)=max. 30 pA
-Ig (Vg = =50 V)= max. 500 pA

Operating characteristics as detection diode at 20°C
(up to 50 Mc/s)

Caractéristiques d'utilisation en_détectrice & diode
% 20°C (jusqu'h 50 Mc/s)

Betriebsdaten als Signalgleichrichter bei 20°C (bis

50 MHz)
10 10 Veff
Ry = 2 500 kQ
2Vf-Ré-Cz = 150 150 QRy/s
= 78 96 %
12.12.1952- Provisional data.Vorléufige Daten. Te

939 4086 Caractéristiques provisoires.
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Limiting values (at 20°C) 1
Caractéristiques limites (2 20%) )

Grenzdaten (bei 20°C)
V3 invy = max. 60 V Tsurge = max. 500 ma?)
V3 ipvp = max. % v w = max. 150 mW
I3 = max. 50 mA amb _ max. +60 gC
1 1ap = max. 150 mA min. 50 °C
{Net weight; poids net; Nettogewicht 18

1) For the relation between simultaneously allowable
maximum values of Vipy and I see the derating
curve. Operation in accordance with this derating
curve is pgescribed. The derating curve is valid at
tamb = 20 “C.At higher temperatures an extra derat-
ing of I@ is prescribed amounting to _20 T

=== 1,40
Tamb 20

Pour le rapport entre les valeurs maximum de Viny
et Id admissibles simultanément voir la courbe de
réduction.Une opdration en accord avec cette courbe
est prescrite. La courbe de réduction est valable &
tamb = 20°C. A des températures plus élevées une
réduction supplémentaire est prescrite se montant &

20
‘Eamb IZOO

Fir die Beziehung zwisgchen den gleichzeitig zuléssi-
gen Hochstwerten von Vinpy und Iz siehe die Reduk-
tionskurve. Betrieb entsprechend dieser Kurve ist
vorgeschrieben. Die keduktionskurve ist gliltig bei

tamb = 20 C. Bei hoheren Temperaturen ist eine zu-
sdtzliche Reduktion von Ig im Betrage von _20 I.0
tamb 20

vorgeschrieben.

n
~

Max.duration 1 sec.
Durée max. 1 sec.
Max.Dauer 1 Sek.

Provisional data.Vorldufige Daten. 2.
939 4148 Caractéristiques provisoires.
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PHILIPS [OA51

CRYSTAL DIODE
DIODE A CRISTAL
KRISTALLDIODE

Dimensions in mm Green, vert, grin
Dimensions en mm
Abmessungen in mm Brown, brun, braun

L_lii_gi_.

+
0t
| 100
Capacitance
Capacité . C4qx = 1,0 pF
Kapazitdt

Iypical characteristics (at 20°C)
Caractéristiques types (& 20°C)
Kenndaten (bei 20°C)

Ig (V@ = +17V) = min. 5 mA
-Ig (Vg = =10 V) = maex,
-Ia (Vg = =50 V) = max., 100 A

-J
=
=

]

Limiting values (at 20°C) one 1
Caractéristiques limites (4 20°C) )
Grenzdaten (bei 20°C)

V4 iny = max. 50 V Turge = max. 500 ma%)
Vg 1 = max. 75 V _ max. +60 °¢
d invp Samb = pin. 250 °C

Ig = max. 50 mA

Iap = maX. 150 mA

Net weight; poids net; Nettogewicht ' 18

1) The diode is not permitted to operate at the limit-
ing values for voltage, current and temperature
simultaneously.
La diode ne doit pas fonctionner simultanément aux
caractéristiques limites de la tension, du courant
et de la température.
Die Diode soll nicht zugleich bei den Grenzdaten
fir Spannung, Strom und Temperatur benutzt werden.

2) Max.duration 1 sec.

Durée max. 1 sec.
Max.Dauer 1 Sek.

12-12-1952 Provisional data.Vorliufige Daten. 1.
939 4087 Caracteéristiques provisolres.
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CRYSTAL DIODE
DIODE A CRISTAL

g KRISTALLDIODE
Dimensions in mnm Green, vert, griin
Dimensions en mm
Abmessungen in mm l— Orange
to‘i: -k l . §
Qe il ‘él"’
. 135%05 | |
: 190%
| o
Capacitance
Capacité Cax = 1,0 pF
| Xapazitat

Typical characteristics Eat ZOZC)
—>| Caractéristiques types a4 20°C)
Kenndaten (bei 20°C

Ig (Vg = +1 V) =min. 4 mA
-I3 (Vg ==100 V) = max. 600 pA

Limiting values (at 20°C) o 1)
—>| Caractéristiques l%mites (& 207¢C)
Grenzdaten (bei 20°C)

V4 iny = mex. 100 V Teurge = max. 500 mA?)
0
Vd invp = max. 120 V " _ max. +60 °C
L b = N - (9]
14 = max. 50 mA an min. =50 C
Iap = max. 150 mA
Net weight; poids net ; Nettogewicht 18

- 1) The diode is not permitted to operate at the limit-
ing values for voltage, current and temperature
simultaneously.

La diode ne doit pas fonctionner simultanément aux
caractéristiques limites de la tension, du courant
¢t de la température

Die Diode so0ll nicht 3zugleich bei den Grenzdaten
fir Spannung, Strom und [lemperatur benutzt werden.

n
~—

Max.duration 1 sec.
Durée max. 1 sec.
Max.Dauer 1 Sek.

12.12.1952 Provisional data.Vorldufige Daten. 1.
939 4088 Caractéristiques provisoires.
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CRYSTAL DIQODE
DIODE A CRISTAL
KRISTALLDIODE

Dimensions in mm
Dimensions en mm Green, vert, grin
Abmesgsungen in mm

g%cq.k i é?w
. 135205
19,0
I ———ip
Capacitance
Capacité Cax = 1,0 pF
Kapazitdt

Typical characteristics (at 20° C;
Caractéristiques types (a 20°
Kenndaten (bei 20°C)

Ig (Vg = +1 V) = nmin. 4 mA

-Iqg (Vg = -3 V) =max. 5 uA

-Ig (V@ = ~100 V) = max. 500 uA
Limiting values (at 20°C) 1)

Caratéristiques llgltes {(a 20°0)
Grenzdaten (bei 20°°C

Vq iny = max. 100 V

Va invp = max. 120 V Isupge = max. 500 ma?)

Ig = max. 50 mA Samb _ max. +60 gc -~
am = ni -

Iap = max. 150 mA min. -50 °C

Net weight; poids net; Nettogewicht 18

1)The dlode is not permitted to operate at the limit-
ing values for voltage, current and temperature
simultaneously.
La diode ne doit pas fonctionner simultanduent aux
caractéristiques limites de la tension, du courant
et de la température.
Die Diode soll nicht zugleich bei den Grenzdaten
fur Spannung, Strom und Temperatur benutzt werden.

2)Max.duration 1 sec.
Durée max. 1 sec.
Mex.Dauer 1 Sek.

12.12.1952 Provisional data.Vorlaufige Daten 1
939 4089 Caractéristiques provisoires.
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CRYSTAL DIODE
DIODE A CRISTAL
KRISTALLDIODE

Dimensions in mm Green, vert, grin
Dimensions  en mm
Abmessungen in mm F———Blue, bleu, blau

sttt JIeehi
L% -

00

Capacitance
Capacité Cax = 1,0 pF
Kapazitat

Typical characteristics (at 2080)
Caractéristiques §ypes (4 20%C)
Kenndaten (bei 20 C?

Ig (V@ =+ 1 V)=zmin. 4 mA
-Iq (Vg = =10 V) =max. 50 pA
-Ig (Vg = =50 V) =max. 833 pA
Limiting values (at 20°C)

1
Caractéristiques limites (& 20%) )
Grenzdaten (bei 20°C)

V4 inv = max. T0 V

V4 invp = max. 85V Isurge = max. 400 mAz)

Iag = max. 50 mA tomp = max. +60 gc -~
am i -

Iap = max. 150 mA min. =50 °C

Net weight; poids net; Nettogewicht 18

l) The diode is not permitted o operate at the limit-
ing values for voltage, current and temperature
simultaneously.

La diode ne doit pas fonctionner simultanément aux
caractéristiques limites de la tension, du courant
et de la température.

Die Diode soll nicht gzugleich bei den Grenzdaten
fiur Spannung, Strom und lemperatur benutzt werden.

Max. duration 1 sec.
Durée max. 1 sec,
Max.Dauer 1 Sek.

12.12.1952 Provisional data.Vorlaufige Daten 1.
939 4085 Caractéristiques provisoires.
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PHILIPS [0A60

CRYSTAL RECTIFIER for use as video detector.
REDRESSEUR A CRISTAL pour la détection vidéo
KRISTALLGLEICHRICHTER zur Video-Demodulation

Dimensions ~in mm blue
Dimensions en mm bleu

Abmessungen in mm blau (black
noir
schwarz

o S
8~F=wtk~—<IEEL T ﬁr%
A LSS
L____ﬁLiﬂL___,

0t
00
¥
Capacitance .
Capacité Cdk - = 1,0 pF
Kapazitit

Typical characteristies (at 20 gcg
Caractéristiques types (& 20 °C
Kenndaten (bei 20 0C)

See pages Ay B, C, D.
Voir pages A, B, C, D.
Siehe Seiten A, B, C, D.

Limiting values
Caractéristiques types

Grenzdaten
V4 iny = max. 25 v
Va inyp = Dax. 30 v
Iq . = maX. 5 mA

1)  _ max. +60 °c

Tamb = min.  -50 °C

Net weight

Poids net 18

Nettogewicht

) T_ . .
R connection with life a low ambient temperature

is recommended.
Par rapport & la durée de vie une température am-
biante basse est recommandée.
In bezug auf die Lebensdauer wird eine niedrige Um-|
gebungstempsratur empfohlen.

10.10.1952 Provisional data.Vorlsiufige Daten. 1.
939 3835 Caractéristiques provisoires.
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Remark

The static characteristics of the OA 60 need not meet
specified requirements as only the dynamic data are
decisive for the behaviour of the OA 60 as video de-
tector.

Observation

Les caractéristiques -statiques du OA 60 n'ont pas &
satisfaire & des exigences spécifiques, 1'opération
du OA 60 en détecteur vidéo n'étant déterminée que par
les caractéristiques dynamiques.

Bemerkung

Die statischen Daten der OA 60 brauchen keinen spezi-
ellen Anforderungen zu genligen, da die Wirkung der OA
60 als Video-Demodulator nur von den dynamischen Daten
bestimmt wird.

939 3837 Provisional data. Vorliufige Daten.
Caractéristiques provisoires.
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DIODE A CRISTAL

KRISTALLDIODE
Dimensions in mm blue
Dimensions en mm bleu
Abmessungen in mm blau
brown
brun
braun

o0t
} 00
Capacitance
Capacité Cax = 1,0 pF
Kupazitdt

Typical characteristics Eat 20°¢)
Caractéristiques _types ( & 20°C)
Kenndaten (bei 20°C)
Ig (vg= +1 V) > 2,5 mh

-Ig (Vg= =50 V) < 100 p4

Operating characteristics as detection diode at 20°¢
(up to 50 Mc/s)

Caractéristiques d'utilisation en détectrice & diode
4 209C (jusqu'a 50 Mc/s)

Betriebsdaten als Signalgleichrichter bei 20°C (bis

50 MHz)
vi| Ll
Vi = 10 10 Verf
Ry = 2 500 kQ
2Trf.R2 N/ = 150 150 QFc/s
7 = 18 96 %
2.2.19% Provisional data.Vorliufige Daten 1

939 4769 Caractéristiques provisoires
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Limiting values (at 20°C) o
Caractéristiques limites (& 20°C)
Grenzdaten (bei 20°C)
Va inv = MaX. 85 Vv
va invy = max. 100 V
I3 = MaX. 5 mA
Idp = maX. 15 mA
Isurge = max. 500 mA")
w = max. 150 mW
) _ max. +60 °C
Samb = min. =50 °C
Net weight
Poids net 18
Nettogewicht
1)Max. duration 1 sec.
Durée max.1 sec.
Max. Dauer 1 Sek.
939 4770 Provisional data.Vorléufiée Daten 2.

Caractéristiques provisoires
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GERMANIUM DIODE for use as video detector s
DIODE A CRISTAL DE GERMANIUM pour la detection video
GERMANIUMDIODE zur Video-Demodulation

The white band indicates the
. position of the cathode
L'anneau blanc marque. la posi-
tion de la cathode

Der welsse Ring indiziertdie

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm

o Katodenseite
max 2" max 2
- ﬁr < 50
, |=£ E..T_—‘_;\ \ _k==([=|g_% E_[
max 12,7
100125

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

-Vpu = max. 22,5 V
-Vp (tgy = max. 50 msec) = max. 157V
Ip - max. 50 ma ?)
- Ipy . = max. 150 mA
Isurge = max. 400 mA 3)
Tamb | = =509C/+75 9C

1)Not tinned; non étamé; nicht verzinnt

2)For the relation between simultaneously allowable maximum
values of -Vpy and ID see the derating curve (page D).
Operation in accordance with this derating curveois
prescrived. The derating curve is valid at Tgyp £ 25 °c.
At _higher temperatures an extra derating of ID a factor
Tamb is prescribved.
Pour le rapport entre les valeurs maximum de -VDM et ID
admissibles simultanément voir la courbe de réduction
(page D). Une opération en accord avec cette courbe egt
prescrite.la courbe de réduction est valable a Tamb £ 25°C
A des températures plus élevées une réduction supplémentaire

23
de Ip par un facteur Tomd est prescrite.

Fir die Beziehung zwischen den gleichzeitig zuldssigen
Hoéchstwerten von -Vpy und Ip siehe die Reduktionskurve
(Seite D). Betrieb entsprechend dieser Kurve ist, vorge-
schrieben.Die Reduktionskurve ist gliltig bei Tamp = 25 °C.
Bei hoheren Temperaturen ist eine zusdtzliche Reduktion

von ID mit einem Faktor T vorgeschrieben.
amb
3)Max. duration 1 sec.

Durée 1 sec. au max.
Max. Dauer 1 Sek.

7. 7.1957 939 2437 Te
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Capacitance
Capacité
Kapazitdt

Characteristics
Caractéristiques Tamb = 25 °C
Kenndaten

vp (Ip = 0,1 ma) > 0,1
-Ip (-Vp = 1,5 V) > 1
Operating characteristics as video detector

Caractéristiques d'utilisation en détectrice
Betriebsdaten als Video-Demodulator

N Vnfn
< Ry
Vot %Cc %Cl Ry "/ gﬁ

ra

See also pages E to J
Voir aussi pages E jusqu'a J
Siehe also Seiten E bis J

Net weight
Poids net 0,6 g
Nettogewicht

Cdx = 1 pF

€ 0,25V
< 30 pA

vidéo

= 5V
= 3,9 kQ
= 10 pF
= 20 pF
= 30 Mc/s
= 62 %
= 3 kQ

939 2438
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GERMANIUM DIODE in all glass construction for high inverse
voltages

DIODE A CRISTAL DE GERMANIUM de construction tout verre pour
des tensions inversesélevees

GERMANIUMDIODE in Allglastechnik fir hohe Sperrspannungen

The white band indicates -the
position of the cathode
L'anneau blanc marque la posi-
tion de la cathode

Der weisse Ringindiziert die

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm

Katodenseite
max 27 mgﬁzﬂ
Q;
PR B | YT
== TSt
l maxi2,7 :
100+25
T

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristigues limites (Valeurs max. absolues)
Kenndaten (Absolute Maximalwerte)

Valid at - .

Valable a }'_l_'ag_m o __ .= __ 25__50___600%

Giltig bel J Zyp2) = max. 60 60 50 V
-vpy 3) cmex. 90 90 - 757
Ip (<Vpy = 0 V%)= max. 35 mA
0 (-vpu = 90 V*)= max, 10 mA
Ipn = max. 150 150 150 mA
Isurge %) = max. 200 200 200 mA
Tamb = -50/+60 oc

Dot tinned; non étamé; nicht verzinnt

2)Constant. D.C. voltage
Tension continue constante
Konstante Gleichspannung

3)Sinusoidal voltage
Tension sinusoidale
Sinusformige Spannung

4)5)See page 2; voir page 2; 'siehe Seite 2

7.7.1957 939 2441 1
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Capacitance
Capacité Cik = 1 pF
Kapazitdt
Characteristics
Caractéristiques
Kenndaten
Tamb = 25 OC Tamb = 60 OC

= Min. Max. = Min. | Max.
Vp(Ip= 3 ma)f= 0,76 | »0,40 | ¢1,05|= 0,7 | »0,3 | <1,0V
Vp(Ip= 30 mA)|= 2,8 51,8 Gylf= 2,6 | 21,7 | 3,97
=Ip(-Vp=1,5 V)= 1,6 | >0,1 ?|= 17 | »0,1 <40 pA
-Ip(-Vp= 10 V)|= 3,5 | 30,5 Q2f= 25 >8 <65 pa
-Ip(-Vp= 60 V)|= 28 >3 <115)= 90 25 | €280 pA
-Ip(-Vp= 90 V)|= 85 >8 50[= 230 | 35 | <500 pa
Net weight
Poids net = 0,6¢g
Nettogewicht

4)For the relation between simultaneously allowable maximum

values of -Vpy and Ip see the derating curve (page D).
Operation in accordance with this derating curveis
prescribed. The derating curve is valid at Tamp § 25 °C.
At higher temperatures an extra derating of Ip by a factor
is prescribed.

Tamb ?
Pour le rapport entre les valeurs maximum de -Vpy et Ip
admissibles simultanément voir la courbe de réduction
(page D). Une opération’en accord avec cette courbe est
prescrite.la courbe de réduction est valable & Tamp £ 259C
A des températures plus €levées une reduction supplémentaire

de ID par un facteur 2 est prescrite
Tamb

Flir die Beziehung zwischen den gleichzeitig zul#dssigen
Héchstwerten von -Vpy und ID siehe die Reduktionskurve

Seite D). Betrieb entsprechend dieser Kurve ist vorge-
schrieben. Die Reduktionskurve ist giiltig bei Tamp £ 25 ©OC
Bei hoheren Temperaturen ist eine zusdtzliche Reduktion
von Ip mit einem Faktor Tﬁ%ﬁ vorgeschrieben

5)Max,duration 1 sec.
Durée 1 sec. au max.
Max. Dauver 1 Sek.

939 2442 2.
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OA72
2-OA72

GERMANIUM R.F. RECTIFIER DIODE in all glass construction
with high inverse resistance

TYPE 2-0A72 consists of 2 diodes OA 72 selected for opera-
tion in a ratio detector or similar circuits

DIODE REDRESSEUSE H.F. A CRISTAL DE GERMANIUM de construction
tout verre, avec resistance inverse élevée

LE TYPE 2-0A72 est compose de 2 diodes 0A72 sélectionnées
pour opération en détectrice ratio ou en circuits analogues

HF-GERMANIUGLEICHRICHTERDIODE in Allglastechnik mit hohem
Sperrwiderstand

TYPENNUMMER 2-0A72 besteht aus 2 Dioden CA 72 die ausgesucht
sind zur Verwendung als Ratio-Detektor oder in &hnlichen
Schaltungen

The white band indicates the
position of the cathode
L'anneau blanc marque la posi-
tion de la cathode

Der weisse Ring indiziert die

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm

Katodenseite
max 27 max 27
9,
i e ~N_| o 8410
1:,1‘—\——_—‘7\ /k: l—_:Ag,i: E
L max 12,7
10025

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristigues limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte

Valid at

Valable a - Tamb = 25 60 ©°c

Gliltig bei i R A I el
-Vp ©) = max, 30 30 V
-vpy 3) = max. 45 45°V
Ip(-vpy = 45 %) = max. 10 4 wa
Ipu = max.100 100" mA
Isurge %) = max.200 200 mA
Tamb = -500C/+60 °C

1)Not tinned; non étamé; nicht verzinnt

Z)COnstant D.C. voltage
Tension continue constante
Konstante Gleichspannung

3)sinusoidal voltage
Tension sinusoidale
Sinusformige Spannung

4)9)See page 2; voir page 2; siehe Seite 2

7.7.1957 939 2443 1.
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Characteristics o
Caractéristiques Tambp = 25 C
Kenndaten
gtagic vp( Ip = 0,1 mA) = 0,20 V
tatique - -
Statisch vp{ Ip= 10ma) = 1,4V
vp( Ip = 30ma) = 2,4V
-Ip(-Vvp = 1,5V ) = 0,8 pa
-Ip(-Vp= 10V ) = 4,5 pA
~Ip(-Vp= 30V) = 50 wA
-Ip(-Vp= 45V ) = 130 pA
Dynamic
Dynamique
Dynamisch
LA = 3 Verr
2 f = 10,7 Mc/s
E n = 85 %
[ rq = 17k

)For the relation between simultaneously allowable maximum
values of -VpyM and Ip see the derating curve (page B).
Operating in accordance with this derating Eurveois
prescrivbed. The derating curve is valid at Tamb 25 “C.
At higher temperatures an extra derating of Ip by a factor
Tgii 1s prescribed
Pour le rapport entre les valeurs maximum de -VDM et Ip
admissibles simultanement voir la courbe de réduction
page B). Une operation en accord avec cette courbe est
prescrite,la courbe de réduction est valable a Tamy £ 25 OC
Ades températures plus élevées une réduction supplémentaire
de Ip par un facteur__25 est prescrite
Tamb
Flir die Beziehung zwischen den gleichzeltig zuldssigen
Hochstwerten von -Vpy und Ip siehe die Reduktionskurve
(Seite B). Betrieb entsprechend dieser Kurve ist vorge-
schriebven.Die Reduktionskurve ist giiltig bei Tamb & 25 C.
Bel hdheren Temperaturen ist eine zusitzliche Reduktion
von
5 on Ip mit einem Faktor Tand vorgeschrieben
)Max, duration 1 sec.
Durée 1 sec. au maxX.
Max. Dauer 1 Sek.

939 2444 2.
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Operating characteristics of a matched pair 2-0A72 as
ratio detector

Caractéristiques d'utilisation d'une paire jumelle 2-0A72
en detectrice ratio

Betriebsdaten eines Diodenpaars 2-0A72 als Ratio-Detektor

220pF ., Joon LSk
s00F Y oy
PP X R2
B SA~NS
Ik 300F 2¢ | Lo
™ %w P 22 L= iC=pr
™ 3900 150
12k,
socle [ o
Transformer ratio N
Rapport de transformation P _
Ubersetzungsverhdltnis Nt
Primary circuit 1
Circuit primaire L=7,4pH R=40ke ')
Primdrkreis
Secundary circuit 1
Circuit secondaire L=255u R=55ke" )
Sekundé&rkreis
KQ = 0,7 %)
fo = 10,7 lc/s
af = 15 ke/s
n = 0%
f = fo
“{2v<vc <zov} ¢ 30
£ = fo £ 25 ke/s
"{2v<vc<aov} ¢ 15

fo = resonance frequency; fréquence de résonance;
Resonanzfrequenz ,
af = frequency sweep; balayage de fréquence; Frequenzhub
= AM modulation factor; facteur de modulation Al;
AM-Modulationstiefe
AM suppression factor; coefficlent de suppression AM;
ANl Unterdriickungsfaktor

R
u

1)Undamped
Non amorti
Unged&mpft

|?)ueasured 1n the circuit
Mesuré dans le circult
In der Schaltung gemessen

7.7.1957 939 2458 3
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GERMANIUM DIODE in all glass construction for use as video
detector

DIODE A CRISTAL IE GERMANIUM de construction tout verre pour
la détection vidéo

GERMANIUMDIODE in Allglastechnik zur Video-~Demodulation

The white band indicates the
position of the cathode
giggg:%ggs ég Eﬂ L'anneau blanc marque la posi-
Aomesoin sn o m tion de la cathode
meSsunge Der weisse Ring indiziert die
Katodenseite

max 21 max 2"
LT
L T N | ) o 14

max12,7
| 100125

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

~Vpy = max., 30V
-Vp (tay = max. 50 msec) = max. 20 V
Ip (-Vpy = 0 V) = max. 50 m °)
Ipu = max, 150 mA
Isurge - max. 400 mi 3)
Tamb ==500C/+75 °OC

VNot tinned; non étamé; nicht verzinnt

Z)For the relation between simultaneously allowable maximum
values of -Vpy and ID see the derating curve (page D)
Operation in accordance with this derating curveis
prescrived. The derating curve is valid at Tamb< 25 OC.
At higher temperatures an extra derating of IDbya factor
T_i-%ﬁ is prescribed
Pour le rapport entre les valeurs maximum de -Vpy et Ip
admissibles simultanément voir la courbe de réduction
(page D). Une opération en accord avec cette courbe est
prescrite.la courbe de reduction est valable a Tamb< 25°C
A des températures plus élevées uneréduction supplémentaire

de 1 ar un facteur 23 .
D D ac Tamb est prescrite

Fur die Beziehung zwischen den gleichzeitig zul#ssigen
Hochstwerten von -VDM und ID siehe die Reduktionskurve
(Seite D). Betrieb entsprechend dieser Kurve ist vorge-
schrieben.Die Reduktionskurve ist gliltig bei Tamp £ 25°C.
Bel hdheren Temperaturen ist eine zusitzliche Reduktion
von Ip mit einem Faktor Té‘?ﬁ vorgeschrieben.

3)Max. duration 1 sec.; durée 1 sec, au max.;
max. Dauer 1 Sek.

7.7.1957 939 2459 1o
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Capacitance

Capacité Cdx = 1 pF

Kapazitdt

Characteristics

Caractéristiques Tamp = 25 °C

Kenndaten Min Max
Vp (Ip = 8 mA) >0,5 ¢ 1,0V
Vp (Ip = 0,1 ma) > 0,1 ¢ 0,27V
~Ip (-vp = 1,5V ) > 1 <18 pA
sIp (-vp=" 10V) >8 <100 pA
s:Ip(-¥p= 20V) > 25 < 400 pa
-Ip(-Vvp= 30V) > 45 < 1200 pA

Operating characteristics as video detector ,
Caractéristiques d'utilisation en détectrice vidéo
Betriebsdaten als Video-Demodulator

o Vhfm = 5V
¥ .l. Ry = 3,9 ke
Vor|  ==Cc Gt SR ¢/ = 107F
T Cc = 20 pF
f = 30 Mc/s
) = 62 %
r4 = 3 kQ

See also page E to J
Voir aussi page E Jusqu aJg
Siehe also Seiten E bis J

Net weight

Poids net 0, 6 g
Nettogewicht

939 2460 2.
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GERMANIUM DIODE in all glass construction
DIODE A GERMANIUM de construction tout verre
GERMANTUMGLEICHRICHTER in Allglastechnik

Dimensions in mm
Dimensions en mm 27 max2?
Abmessungen in mm [

=
max127
00125

Typical characteristics
Caractéristiques types

Xenndaten tamb = _25—.
min, max. min,
Vg (Ig = 4 ma)= 0,35 1,05 0,3
Vg (Ig = 30ma)= 1,1 3,5 1,0
-Ig (-Vg = 1,5V )= 0,1 12 0,1
-Iq (-vg = 10V )= 0,5 25 8
-Ig (Vg = 40V )= 1,8 200 18
-Ig (-vg = 60 V )= 3 400 25
Limiting values
ggig‘t{:ﬁgthues limites tamb 25 50
Vainv = max. 40 40
’Vd 2) = max. 60 60
2‘) = max, 150 150
Id (Vdinv = 0 V)a) = max. 35 -
Ig (-vq, = 60 N = max. 10 -
Isurge‘jp = max. 200 200

Dhot, tinned

non étamé
nicht verzinnt

2)r 5> 25.¢/s

3)see page 2; voir pagé 2; siehe Seite 2

4)Max, duration 1 sec.
Duree max. 1 sec.
Max. Dauer 1 Sek.

m_ax.
1,0
3.4
50
140
500
800

60

35
50
150

200

¢

uA

939 0957 Tentative data.Vorliufige Daten
27,1955 Caractéristiques provisoires
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3)For the relation between simultaneously allowable maximum
values of -Vg and Ig see the derating curve. Operation
in accordance with this derating curve 1% prescribed.
The derating curve is valid at tamp = C. At higher
temperatures an extra derating of Id 1s prescribed

22
amounting to Tamd I250

Pour le rapport entre les valeurs maximum de -Va et I
admissibles simultanément voir la courbe de réduction.
Une opération en accord avec cette courbe est grescrlte
La courbe de réduction est valable a tamb = C. A des
températures plus élevées une réduction supplementaire

est prescrite se montant a Tamb 250

Flr die Beziehung zwischen den gleichzeitig zuldssigen
Hochstwerten von -Vgq und Ig siehe die Reduktionskurve.
Betrieb entsprechend dieser Kurve ist vorgeschrleben.
Die Reduktionskurve ist gliltig bei tamp = 25 OC. Bei
hoheren Temperaturen ist eine zusdtzliche Reduktion von

Ig im Betrage von Tamb 250 vorgeschrieben.

939 0958 Tentative data.Vorldufige Daten 2.
Caractéristiques provisoires
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2-OA79

GERMANIUM DIODE in all glass construction for use in AM
detection circuits

TYPE 2-0479 consists of 2 diodes OA 79 selected for oper-
ation in a ratio detector circuit

DIODE A CRISTAL DE GERMANIUM de construction tout verre pour
operation en circuits detecteur AM

LE TYPE 2-0A79 est composé de deux diodes OA 79 selection-
nées pour opération en circuits détecteur ratio
GERMANIUMDIODE in Allglastechnik zur Verwendung in AM-Gleich-
richterschaltungen

TYPENNUMMER 2-0A79 besteht aus 2 Dioden OA 79 die ausgesucht
sind zur Verwendung in Ratiodetektorschal tungen

Dimensions 1n mm The white band indicates the
Dimensions en mm position of the cathode
Abmessungen in mm L'anneau blanc marque la po-

sition de lacathode
Der weisse Ring indiziert die

20 21 Katodenseite
max max
;7 T en
N
=:[. !::—7\ 7 }: Qi: EI
‘ max12,7 =
| 100125

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

Valid at

Valable a}gamb ______ = 25 _ _ 60 Sc_

Gliltig bei -— - -
-Vp (tav = 50 msec) = max, 30 30V
-V = max. 45 45 v4)
Ip (tav = 50 msec) = max. 35 15 ma®)
Ipu = max. 100 100 wA
Isurge = max. 200 200 wad)
Tamb = -50 °c/+ 60 °¢C

H)Not timed
Non etame
Nicht verzinnt

2)See page 4
Voir page 4
Siehe Seite 4

S)Max. duration 1 sec
Durée | sec. au max.
Max. Dauer 1 Sek.

7.7.1957 939 2473 1.
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Operating characteristics as A.M. detector
Caractéristiques d'utilisation en détectrice A.M.
Betriebsdaten als AM-Signalgleichrichter

Ll
T

Tamb = 25 OC
Vi = 0,1 Veff
T = 0,5 Mc/s
V= = 55V
Vo = 4,5 mVerr )
ra = 40 ke 9)
0uF
14 I
1% L

NI

50k

1. V=

)11 302 modulate
11 module de 30 7%
Ii 30 % moduliert

2) Unmodulated input signal
Signal d'entrée non modulé
Nicht-moduliertes Eingangssignal

10k

VA,

Characteristics
Caracteristiques
Kenndaten
Tamb = 25°C Tamb = 60°C
= Min, Max. = Min. liax.
Vp( Ip = 0,1 mA)||= 0,23 | >0,15 | <0,30||= 0,16 | >0,1 | €0,25V
Vvp( Ip = 10 ma)i= 1,5| 0,8 | <2,2[= 1,4{>0,7 | <2,1V
vp( Ip = 30 mA)= 2,8 >1,4 | <4,0l= 2,6|>1,2| <3,8V
~Ip(-Vvp = 0,1 V )||= 0,35 <1,0)= 4,5 <12 pa
-Ip(-vp = 1,5V )||l= 0,8] »0,1 | <2,8]= 6|>0,8]| <25u4
-Ip(-vp = 10V )= 4,5| >0,4 18l=  16] 32,5 | <60upA
=Ip(-Vp = 30V )= 35{ »1,5| <19]}= 60| »8| <300pa
-Ip(-Vp = 45 V)= 90 34 | <350[= 170| 15 | <500 pA
Tamb = 25 °C
Vi = 3 Verf
= 10,7 Mc/s
n = 85%
rg = 15k 13,5k <19 kQ

939 2474
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Operating characteristics of a matched pair 2-0A 79 as ratio
detector
Caractéristiques d'utilisation d'une paire jumelle 2-04 79
en détectrice ratio
Betriebsdaten eines Diodenpaars 2-0A 79 als Ratio-Detektor
= 280
150F D e 4mp  TAmD = 25°C
A A___AVAVAVAVAVAVA 3
30 b3 ‘
PF =5
ISR
330 ¢ A
pF T =3
2@@ g
P S
-0
Primary circuit Lp = 744 pH
For optimum A.M. sup- Circuit primaire _ 80 )
pression D1 must be  primirkreis Q = 1
that diode of the R = 40 k')
matched pair which
has the better dynam- Tap = 0,5
ic forward character- Prise = ’
istic Anzapfung
Afind'obtenir la sup- Secundary circuit Lg = 4,4 pi
pression A.M.optimumb,  gjrcyuit secondaire 150 1)y
Disera cette diode de  ggimdirireis Q>
la paire jumelle qui a °y 45 kQ1)
la meilleure caracté-
ristique dynamique en gg =. 0,879
sens conducteur . 0,7 e/
Zur Erhaltung der op- fo = 10,7 le/s
timalen AM-Unterdriick- af = 15 ke/s
ung muss D diejenige o - 30 %
Diode des Diodenpaars
seindie die beste dy- , /T = fo } 2 30
namische Kennlinie in 2V (Vg <2V
Durchlassrichtung hat o Jf = o * 25 ke/s 2 15
2V.<¢Vg <20V
fo = resonance frequency; frequence de résonance;
Resonanzfrequenz
Af = Frequency sweep; balayagede fréquence; Frequéenzhub
m = Al modulation factor; facteur de modulation AM;
AM-Modulationstiefe
a = AM suppression factor; coefficient de suppression AM;
AM Unterdruckungsfaktor
T)Undamped . 2)Measured in the circuit with Veyp = 350 &V
Non amorti Mesuré dans le circuit avec Vem = 350 nV
Unged&mpflt In der Schaltung mit Vfp = 350 mV gemessen

7.7.1957
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2)For the relation between simultaneously allowable maximum
values of -VDM and ID see the derating curve (page E.)
Operation in accordance with this derating curveois
prescribed. The derating curve is valid at Tamb & 25 °C.
At higher temperatures an extra derating of ID by a factor

rived.
i is presc

Pour le rapport entre les valeurs maximum de -VDY et ID
admissibles simultanement voir la courbe de réduction
(page E). Une operation en accord avec cetje courbe est
prescrite,la courbe de reduction est valable a Tamy = £ 250
Ades températures plus élevées une réduction supplementaire

2
de Ip par un facteur TomD est prescrite.

Flir die Beziehung zwischen den gleichzeitig 2zuldssigen
Hochstwerten von -Vpy und Ip siehe die Reduktionskurve
(Sseite E). Betrieb entsprechend dieser Kurve ist vor, e~
schriebven.Die Reduktionskurve ist gliltig bei Tamb 25
Bei hoheren Temperaturen ist eine zusdtzliche Reduktion

von ID mit einem Faktor Tamb vorgeschrieben.

938 2552 , 4.
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GERMANIUM DIODE in all glass construction for high inverse
voltages

DIODE A CRISTAL DE GERMANIUM de construction tout verre pour
des tensions inverses €levées

GERMANIUMDIODE in Allglastechnik fir hohe Sperrspannungen

The white band indicates the

Dimensions in mm position of the cathode
Dimensions en mm L'anneau blanc marque la po-
Abmessungen in mm sition de la cathode
Der weisse Ring indiziert die
Katodenseite
max 27 max 27
-y i—:ﬁ.—.ﬁ&;ﬁl
i a TR 1k
) maxB_AJ ]
100%25

Limiting values (Avsolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte

Valid at

Valable & } Tamb_ _ _ _ _ _ _ __ = 25 75 ¢

Gultig bel J_yp(tay = max.50 msec)= max. 90 75 V
-VDu = max. 115 100 V 2)
Ip(tay = max.50 msec)= max. 50 17 na%)
Ipu = max. 150 150 mA
Isurge = max. 500 500 mAd)
Tamb = -500¢/+75 °C

1)Not tinned; non étamé; nicht verzinnt

2)At page D derating curves are given representing the
max. permissible valug of IpD as a function of -Vpu at
Tamb = 25, 50 and 75 “C. At intermediate temperatures
the max. permissible values of ID can be found by linear
interpolation
Sur la page D des courbes de réduction sont données
representant la valeur max. admissible de ID en fonction
de -Vpy a Tamp = 25, 50 et 75 . A des températures
intermediaires les valeurs admissibles aux max. de ID
peuvent étre trouvées par interpolation linéaire
Auf Seite D sind Reduktionskurven gegeben, die den max.
zuldssigen Wert von Ip als Funktion von -Vpy bei Tamb =
25, 50 and 75 OC darstellen. Bei zwischenliegenden Tempe-
raturen konnen die max. zulassigen Werte von Ip mittels
3 linearer Interpolation gefunden werden
)Max. duration 1 sec.; Durée 1 sec. au _max, ;Max.Dauer 1 Sek.

7. 7.1957 939 2476 1.
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Characteristics

Caractéristiques

Kenndaten

Tamb = 25 °C Tamb = 60 °C
= |Min, |Max. = Min, |Max.

vp(ID =0,1 ma)|= 0,2| >0,1 | <0,25|]= 0,13 | 50,05 | <0,2 V
VD(ID = 10 mA)(= 1,4{>0,65 | <1,9|= 1,3!>0,55| ¢<1,8 V
Vp(Ip = 30 mA)|=2,45| 51,0 | G3,3[= 2,3 | 30,9 [<3,15V
-Ip(-Vp= 1,5 V)|= 1,5| 0,3 ?l= 15 6| 45 pA
-Ip{~Vp= 10 V)|= 4| 0,5 Afl= 20 9 <60 pA
-Ip(-Vp= 75 V)||= 40| »5,5| <180ll= 115] 35| <260 pA
-Ip(-Vp= 100 V){l= 75| >10| <275|l= 190| 60 | <450 pA

939 2477




100 7R05644
- Y Eoasr 0-8787HHH (Current limits 3
F ——-—=4[imites de courant 3
8 Stromgrenzen ) ]
o N |11 ]
I Tamb=25°C Tamb=60°C 1
nA) [ ' 1
i 111 / (V4
/ R4 /
) it | / :
il )
L { | / / ]
10k H
- . I
- "4 H 7 =
. ! 4 E
I Y : 1
- y I -
L ! / i
4
LT 1A / |
| 1
CiL 1 ]
q /I | { ]
1H |
g i E
5 ! 1
[ ! ‘l ]
£ 1
4 : .
il il :
i a :
o,
"0
7 2w 40 2w 4
771957 A



1000 EGAG] 10-6-57 — AT
3 - Current limits 3
E === ¢ Limites de courant e
F Stromgrenzen =
o | |1 L1l
-In Tamb = 25°C] Tamp =860°C il 1]
([IA) - "./ /r‘ -
E P‘, P L,b A
- "l L0111 LT
100 £ = =
5 7 St 5 E
- 4" v
[ 7| P V7
- / 4
L / b /' ] // |
EL LY ’ Rz ]
Y // / / W { ]
10 £ L _
: v r, :
- 1" :
L V R
,
7/ 1
E ) '; .
L // ]
= a E
E ; =
7 -4
0l 50 10010 50 70
=lp(V) : =lpv)



o
0

BN
+—
M

]
]
H

o
e

SR

mEyy

PHILIPS [0A 81

O

I

N
)

=TTRs
<

S

O

9795092

77.1957



PHILIPS

OA 81

(N) Y ~N—

oel 00/ 08 09 07 114 0
0 Q
= 0:51 o
. —— N L]
N . ,UO_Q_m B »
e aoeNEREE oz
UomN”QEh.uN i N g u
N N
7"
™ 07
09
(Yw)
07 voa sep Jebisspinz pwixpw =~P¥ar quQH
Ur ap “xpw nD 38)qIsSIUIPD .SmNo\.quEQN
d7 4o anioa s1qussiwsad wnuwixous=*"¥ay
T T T T T T T T T T T T T T u_m._nm_é_:_\o%

VAEE A



PHILIPS |OAS85

GERMANIUM DIODE in all glass construction for high inverse
voltages

DIODE A CRISTAL DE GERLANIUY de construction tout verre pour
des tensions inverses élevées

GERMANIUMDIODE in Allglastechnik fiir hohe Sperrspannungen.

The white band indicates the

Dimensions in mm position of the cathode
Dimensions. en mm L'anneau blanc marque la po-
Abmessungen in mm sition de la cathode
Der weisse Ring indiziert die
Katodenseite
max 27) max 2"
~ N %
==
l,_max12.7 ]
100+25

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

Valid at

Valable a }'fagb _________ = 257 S

Gultig bel J_yp(tay = max.50 msec)= max. 90 75V

VDM = pax. 115 100 V 2)

Ip(tay = max.50 msec)= max. 50 17 nA?)
Ipy = max. 150 150 mA
Isurge = max. 500 500 mA3)
Tamb = -500C/+75 °C

1)Not tinned; non étamé; nicht verzinnt

2)At page D derating curves are given representing the
max. permissible valug of ID as a function of -VDy at
Tamb = 25, 50 and 75 °C. At intermediate temperatures
the max. permissible values of Ip can be found by linear
interpolation
Sur la page D des courbes de réduction sont données
representant la valeur max. admissible de Ip en fonction
de -Vpy a Tamb = 25, 50 et 75 . A des températures
1ntermed1a1res les valeurs admissibles aux max. de ID
peuvent étre trouvées par interpolation linéaire
Auf Seite D sind Reduktionskurven gegeben, die den max.
zuldssigen Wert von Ip als Funktion von -Vpy bei Tamp =
25, 50 and 75 °C darstellen. Bei zwischenliegenden Tempe-
raturen konnen die max. zulassigen Werte von ID mittels
linearer Interpolation gefunden werden
)Max. duration 1 sec.; Durée 1 sec. au max.;Max.Dauer 1 Sek.

7. 7.1957 939 2476 1.
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Characteristics

Caractéristiques

Kenndaten

Tamb = 25 OC Tamb = 60 °C
= Min. |Max. = Min. |Max.

Vp ( Ip = 0,1 mA)|= 0,2| >0,1 | <0,25||= 0,13 |»0,05 [<0,2 V
Vp ( Ip= 10 mA)|=1,15(>0,65 | <1,5||= 1,05 |>0,55 | <1,4 v
Vp ( Ip= 30 m4)||=2,05| >1,0 | <2,6|= 1,95| 0,9 |<2,5V
-Ip (-Vp = 1,5V )il= 1,2| 50,4 | <4,5|= 12| »5,5| <26 pa
-Ip (<Vp= 10V )|= 2,5 »0,8 M= 17 >8 | <40 pa
-Ip (-Vvp= 75V )||= 35| »5,7| <110l= 100 >20 [ <250 pa
-Ip (<¥p =100 V )|= 75| »10| <250|= 190 >30 | <430 pA

@

939 2478 . 2.
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GERMANIUM DIODE in all glass construction for use in
computers

DIODE A CRISTAL DE GERMANIUM en congtruction tout verre
pour utilisation dans les machines a calculer
GERMANIUMDIODE in Allglastechnik zur Verwendung in Rechen-
maschinen

The white band indicates the
position of the cathode
L'anneau blanc marque la posi-
tion de la cathode

Der weisse Ring indiziert die

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm

9 ; D) Katodenseite
max 2 max2
Ay
= Di——=8
P N\
r_—_[j:d\ x ik Q%g
max12,7
100%25
3 ¥
St == sl
8t I TR R
E Lmux72,7

max215
100%25

, Clip-in execution (type number 0A86C)
Exeécution a fixation par pinces (numéro de type O0A86C)
Ausfihrung mit Klemmfederbefestigung (Typennummer 0A86C)

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

Valid at
Valable & }Tamb = 25 60 °c
Gliltig bel | - -~ —~" -~~~ -~~~ —— =
-Vp(tay = 50 msec) = max. 60 60 V
-Vou = max. 90 90 v 2)
Ip(tay = 50 msec) = max. 35 15 mal)
Ipy = max. 150 150 mA
Ipsurge = max. 200 200 ma3)
Tamb = -500¢/+600C

HyNot tinned; non étamé; nicht verzinnt

2)3)see page 4; voir page 4; siehe Seite 4
7.7.1957 939 2479 1.
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OA 86C

Characgeristics
Caractéristiques
Kenndaten
Static
Statique
Statisch
Tamb = 25 OC Tamb = 60 °C
= Min, Max, = Min. Max.
Vp(Ip =0,1 mA)l= 0,18 50,14 | <0,25|= 0,1 | 0,07 | 0,20 V
Vp(Ip = 5 ma)|=0,78| »0,6 | <1,0|= 0,72 | »0,5|<0,95 V
vp(Ip = 10 ma)|= 1,12 | 50,82 |<1,47|= 1,02 | 0,72 | <1,4 V
vp(Ip = 30 ma) f= 2,15| »1,5| ¢,0= 1,9| »1,3| 2,8V
=Ip(-Vp=1,5 V )|= 1,3| 50,3 <4il= 9 3 <28 pA
-Ip(-vp= 10V )= 2,5]| »0,8 = 20 6 <40 pA
~Ip(-Vp= 60 V )|= 35| 55,7 92l=  75( 25 <200 pA
=Ip(-Vp= 90 V )|= 130 »13 | <250|= 170 »50 | <500 pA
Dynamic
Dynamique
Dynamisch o
Inverse resistance Tamp = 55 °¢
Résistance inverse £ = 50 c¢/s
Sperrwiderstand -Vp =20-50 V

TInverse resistance
Résistance inverse » 400 kQ
Sperrwiderstand

Recovery time, measured at -VD = 35 V after forward pulse
current of 30

Durée de retablissement, mesurée & -Vp = 35 V apres une |
impulsion de courant en sens conducteur de 30 mA
Erholungszeit, gemessen bel -VD = 35 V nach einem Strom-
impuls von 30 mA in der Durchlassrichtung

Square wave pulse
generator

enerafeur d'impylsions g .
G onde carrée D ' |Oscilloscope
Rechteck— ~ [Oszillograf
Impulsgenerator

Ri=60002 Shunt diode
D= Diode de dérivation

Ablertdiode

Measuring circuit; circuit de mesure; Mess-Schaltung

939 2480 c 2.
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OA 86
OA 86C

Pulse data

Données de 1'impulsion

Impulsdater

Oscilloscope data
Données de 1l'oscilloscope

Daten des Oszillografen

v 800
—ip (u4)
1000

Rise time

Temps d'accroisement <

Anstiegszelt

Rise time

Temps d'accroisement = 0,025 psec

Anstiegszeit

usec after the current impuls

by = 50 ke¢/s
§ = 0,5

0,1 psec
Ipu = 30 mA
=Vpy = 357
Cinp = 40 IF

.

usec apres 1'impulsion de courant = 380 < 700 pA
uSek nach dem Stromimpuls
psec after the current impuls
psec apres 1'impulsion de courant = 36 <87,5 pA
pSek nach dem Stromimpuls
|t (psec)
65 1 15 2 25 3 35
T T T T T T
mox 87,5uA"

3.3.1958

938 2903



OA86 | PHILIPS
OA86C

2)Fol" the relation between simultaneously allowable maximum
values of -VDM and ID see the derating curve (page D).
Operating in accordance with this derating curve ois
prescribed. The derating curve is valid at Tamb £ 25 “C.
At higher temperatures an extra derating of ID by a fac-

tor Tamb 1s prescribved

Pour le rapport entre les valeurs maximum de -Vpy et ID
admissibles simultanément voir la courbe de réduction
(page D). Une opération en accord avec cette courbe est
prescrite.la courbe de réduction est valable a Tan;b £ 259,
A des températures plus élevées wne réduction supplémentaire

de Ip par un facteur T est prescrite
amb

Fir die Beziehung zwischen den gleichzeltig zulissigen
Hchstwerten von -Vpy und Ip siehe die Reduktionskurve
(Seite D). Betrieb entsprechend dieser Kurve ist vorge-
schrieven.Die Reduktionskurve ist giiltig bei Tamb £ 25 ©C.
Bei hoheren Temperaturen ist eine zusdtzliche Reduktion

von Ip mit einem Faktor T% vorgeschrieben

3)Max._ duration 1 sec.
Dureée 1 sec. au max.
Max. Dauer 1 Sek.

938 2555 T 4,



PHILIPS [pasge
OA86C

7R0564.8

L e '

100 coage 2557571 {ddr}é/;t' limits

E —====</ jmites de courant
Stromgrenzen
L1l

. L |
: ID N Tqrnb=2510C Tumb=60°C
- nA) [

7 wa
/// ’, /// ’//
. 'y f 4 ]
i / // / //
L y [ /
10k /

-
-

e N

-
Y
[e—
.

T
e —

I NRNE

)

SN

] 2
) 40 2 2

7.7.1957 ’ A



OA86 | PHILIPS
OA86C

7R05668
1000 5285 7557 Current limits E
5 —=====<{ imites de courant 3
a Stromgrenzen -
I Ll 11l V. 7
-Ip F Tamb = 25°C Tamp =60°C| 1 | | |4
(HA) [ / A i
- L & 4
. 1 A rqaE
700‘ b4 /| d d :
: 7 Ziiana-asaaaaat

- y 7 >
I s/,}' /’ -
K / ) v /// B
r l, /V b J
o % -
10 [ / ALY Pl .
3 ; 7 5
E7 Y, 3
% { ]
- f 7 i -1
TTT7 ]
f /f ]
juay |
H .
# -

055 50 70010 50 0

b _%(V) —VD(V) i



OA 86C

PHILIPS oAs86

0= o
H REEEE
(yr) 5
Q.N. 4
S—11f
s {
(N) A
HE 0T S 0
Z z0— 70— 90— 80— 0%~
NN
C
yuw)
._,.
0
: 2009 =947 ===
D067 =945 ~
HH S
1 -~
b_m'.mr 7' 99Y0 R

- 4995084 -



PHILIPS

OA 86
OA86C|

- D=

ot 08 - 09 07 J
0 Q
s 174
A//
/7
AY
0y
Ky
o/
07 uon jusp| Jebisspinz (puwixpus=*P¥ar 09
07 ap xow no 8jqIssiwpD snajor=*PYar
ag ] — XD,
L T 40 8nIpPA 8)qIssiued WnWixow ar

0595084



PHILIPS [0A90

GERMANIUM DIODE in miniature all glass construction for
use as video detector

DIODE A CRISTAL DE GERMANIUM de construction tout verre
miniature pour utilisation en détectrice vidéo
GERMANIUMDIODE in Miniatur-Allglasausfiihrung zur Video-
Demodulation

The white band indicates. the
position of the cathode
L'anneau blanc marque la posi-
tion de la cathode

Der weisse Ring indiziertdie

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm

Katodenseite
max 2" maxZ’
8 iy ﬂj
et i
8= =dh
__max_ 76‘
64t25 ”

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

Tamb = 75 °C

-Vp (tay = max. 50 msec) = max. 20 V «—

~VDu = max. 30V

‘VDsurge = max. 40 Vz)

ID (tay = max. 50 msec) = max. 8 mA3) Je—

Ipy = max. 45 mA

IDsurge (t = max.1 sec) = max. 200 mA

Tamb = =550C/+75 °C
Storage temperature
Température d'emmagasinage = ~550C/+90 OC
Lagerungstemperatur

)Not tinned; non étamé; nicht verzinnt
)Allowable in a video detector circuit.See also page F.

Admis dans un circuit détecteur vidéo.Voir aussi page F.le—

Erlaubt in einer Video~Demodulationsschaltung.Siehe auch

)At the max. allowed value of -Vpy Seite F.
A la valeur max. admissible de -Vpy
Bel dem max. zuldssigen Wert von ~Vpy

)Max. duration 1 sec.
Durée 1 sec. au max.
Max. Dauer 1 Sek.

3.3.1958 938 2909 [
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Characteristics
Caractéristiques
Kenndaten

Statical
Statique
Statisch

Tamb = 25 °C Tamp = 60 °C

= min. |max. = min., max.
Vp(Ip=0,1 mA) | =0,18 | >0,1 |<0,25 || =0,12 - |<0,20 V
Vp(Ip= 10 mA) | = 1,0 {>0,5 | <1,5]=0,95]|>0,4 | <1,4V
Vp(Ip= 30 mA) = 2,0 [>1,1 | <3,2[=1,95|>1,0| 3,1V

-Ip(-Vp=1,5V) [[= 2,4 - Ao f= 11 - <40 pA
~Ip(-Vp= 10 V) = 20 - Q35 = 45 ~ €270 pA
-Ip(-Vp= 20 V) |= 90 - 450 | = 140| =~ <650 pA
~Ip(-Vp= 30 V) | = 300 - |<1100 =400 =~ |<1500 pA
Dynamical o
Dynamique Tagmp = 25 C
Dynamisch
Vhfm = 5 1,4 0,5q 57V
—ﬂ’l R = 3 3 3 3,9ke
Vit a 2R C = 10 10 10 10 pF
f = 40 40 40 30 Mc/s
n = 63 54 34 >0 %
rqg = 2,4 2,8 3,7 >2,9 kR

Operating characteristics for use asg video detector
Caractéristiques d'utilisation en détectrice vidéo
Betriebsdaten als Video-Demodulator

i -
S = G
s lo=
= “'I‘IOpF Yo
&S
O
V=190V
o

Q of the tuned circuit = 19 (dlode removed g
Q du circuit accordé =19 édiode éloignée
Q des abgestimmten Kreises = 19 (Diode entfernt)
=2,5 0,25 mA
Vo =2,7 0,20 V.
= 4,7 4,1 Mc/s

938 2910 2.
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(ma)
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IDmax=valeur admissible au max. de Ip
40 Dy =maximal zuldssiger Wert von Ip
30 Ty
20
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0
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GENFRAL PURPOSE GERMANIUM DIODE in miniature all glass

construction for high inverse voltages

DIODE A CRISTAL DE GERMANIUM de ponstrpction tout verre
miniature pour les usages généraux a tension inverse

élevée

ALLZWECKGERMANIUMDIODE in Miniatur-Allglasausfiihrung flr

hohe Sperrspannungen

The white band indicates the
position of the cathode
L'anneau blanc marque la posi-
tion de la cathode

Der weisse Ring indiziertdie

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm

Katodenseite
max 2" maxZ')
°,
B it il
E =t - d K l -F:qu
max76 .|
. Gitas N

Limiting values (Absolute max. values)

Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

Valid at o
Valable a Tamb = 25 75 °C
Gliltig bei = — = = = = = e e = =
-Vp (tav = max. 50 msec) = max. 90 75V
-VDu = max. 115 100 V
Ip (tav = max. 50 msec) = max. 50 17 w4 2)
Ipyn . = max. 150 150 mA
IDsurge(t = max. 1 sec) = msx. 500 500 mA
Tambd = -559¢/+75°C.
Storage temperature o o
Température 4 'emmagasinage -55°C/+75°C
Lagerungstemperatur

') Not tinned; non étamé; nicht verzinnt

2) At page D derating curves are given representing the
max. permissible value of Ip as a function of -Vpy at
Tamb = 25, 50 and 75 9C. At intermediate temperatures
the max.permissible values of ID can be found by linear

interpolation

Sur la'page D des courbes de réduction sont données
représentant la valeur max.admissible de ID en fonction

de -VDy a Tamp = 25, 50 et 75 °C. A des températures
intermédiaires les valeurs admissibles aux max. de ID

peuvent étre trouvées par interpolation linéaire

Auf Seite D sind Reduktionskurven gegeben, die den max.
zuldssigen Wert von Ig als Funktion von -VpM bel

C darstellen. Bei zwischen-

liegenden Temperaturen konnen die max. zuldssigen Werte
von Ip mittels linearer Interpolation gefunden werden

Tamb = 25, 50 und 75

3.3.1958 938 2911
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Characteristics
Caractéristiques
Kenndaten

Thermal resistance (junction to free

air)

Résistance thermigque (de la jonction

- jUsqu'a 1'air livre) X = max.0,4 °c/mu
Thermischer Widerstand (vom Kristall
bis freier Luft)
Tamb = 25 °C Tamb = 60 °C
= min. max. = min.| max.
Vp ( Ip =0,1 ma)| =0,18|> 0,1 |<0,25 || = 0,1[>0,05[<0,2 V
Vp ( Ip= 10 ma)| =1,2{50,65|< 1,9 |=1,05[50,55|<1,8 v
— il /D (Ip= 30ma)j=2,1]>1,0]¢3,3|=1,9]> 0,%/GI15V
SIp (sVp = 1,5V )| = 1,55 0,3|< 7[= 159> 6f< 45,
;Ip (svp= 10V )= 4|>0,5{¢< 11{= 20> 9lc60u
-;Ip (=Vp= 75V )= 40|> 5,5|< 180 ||= 115> 35|<260 pA
SIp (-Vp =100V )= 75 (> 10|< 275 ||= 190|> 60450 pa
—y 938 2912 2.
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GERMANIUM DIODE in miniature all glass construction for
computer applications

DIODE A CRISTAL DE GERMANIUM de construction fout verre
miniature pour utilisation dans des machines a calculer

GERMANIUMDIODE in Miniatur-Allglasausfiihrung zur Verwendung
.in Rechenmaschinen

The white band indicates the
position of the cathode
L'anneau blanc indique 1a posi-
tion de la cathode

Der weisse Ring bezeichnet die

 Dimensions in mm
Dimensions en ‘mm
Abmessungen in mm

_Katodenseite
max2" max2)

%~s; o !
S| !I:\
gt v d . k- !
max 7,6 !
. 64%25 |
i

Limiting values (Absolute ‘max. values)
Caractéristiques limites-(Valeurs max.- absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

: . Tagb_ = ... 75.%¢
-Vp -+ = max, 15V
Vo . ) ‘= maX. 15V

VDsurge E = MmaxX. 20 V.

Ip{courant continu max. 10 wa?)

Gleichstrom

{éirect current

See pages F and G
" Ip (tay. = max., 50 msec) Voir pages F et G
Siehe Seiten F und G

Ipur = max. 50 mA
IDsurge(t max. 1 sec) = max. 100 mA
Tamb . . .=.=55.9C/+75 OcC

Storage temperature 0
Température d'emmagasinage = -55.9¢/+90.:C
Lagerungstemperatur :

1) Not tinned; non étamé; nicht-verzinnt
) See also page E; voir aussi page E; siehe auch Seite E

1.<x_.._

636.1961 722 0670
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THERMAL DATA. Thermal.resistance  from

Junction to ambience in free air K £ 0.55 oc/mw
—> | DONNEES THERMIQUES. Résistance thermique ¢ o
’ entre la jonction et 1l'ambiance a f{gir K =2 0,55 "C/mW
re
THERMISCHE DATEN. Wirmewiderstand zwi- < 6
schen Kristall und Umgebuns in freigr K = 0,55 “C/mW
Luft
Characteristics
—>| Caractéristiques
Kenndaten
Vp(Ip = 3 mA; Tamp = 25 °C)=0,55V > 0,30 V < 1,00 V
-Ip(-Vp = 15 V; Tamb= 60 °C)= 40 uA < 155 pA

Characteristic range values ror equipment design (see also
pages A,B,C,D)
N Gammes de valeurs des caracteristiques pour 1'étude d'équi-
pements (voir aussi pages A,B,C,D)
Kenndatenbereiche fir Geratentwurf (siehe auch Seiten 4,

B,C,

‘Capacitance {‘VD = 0,75V } o5 o
Capacite cdk - ) <0,5p
Kapazitét f 0,5 Mc/s )

Reverse recovery, measured at -Vp = 5 V after forward
current pulse of 5 mA

Recouvrement inverse, mesuré a -VD = 5 V apres une impulsion

__de courant en sens conducteur de 5 mA

Ubergangszeit fiir Sperrichtung, gemessen bei -Vp = 5 V
nach einem Stromimpuls von 5 mA in der Durchlassrichtung

Tamp = 25 °C

Square wave pulse
generator
(Générateur d’impylsions|

G onde c carrée D
Rechteck-
Impulsgenerator

Oscilloscope)|
Oszillograf

2kO.

Ri=5002 Shunt diode
D= Diode de dérivation
Ableitdiode :

Measuring circuit; ¢ircuit de mesure; Messchaltung

N 722 0671 ‘2
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Reverse recovery (continued
Recouvrement inverse (suite

3

5

Ubergangszeit fir Sperrichtung (Fortsetzung)

Pulse data
Données de 1'impulsion
Impulsdaten

Oscilloscope data
Donnees de 1'oscilloscope
Daten des Oszillografen

f
§
Rise time ,
Temps de montee
Anstiegszelit
Ipn
-Vou

Cinp

Rise time ;
Temps de montee
Anstiegszeit

5 usec after the current impuls

5 usec apres l'impulsion de courant
5 uSek nach dem Stromimpuls
5
5
5

usec after the current impuls
usec apres l'impulsion de courant
uSek nach dem Stromimpuls

—>t(usec)

"
W

40

=0,025

< 300

Al
o~
o

ke/s

usec

PF

psec

178
[19:

KA
pA

I
|
l I/
v 200 | //
—ip(uA) l/
ol Iy
il
300f——
max300uA
6.6.1961 722 0672
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720055

1000 0A S92 B8-6-'61
o Current limits :

-Ip [ = — = < Limites de courant .
( U A) - Stromgrenzen ]
100 Tamb=25°C E
= f .

Ld +

,f

L p i

C y -1 ]

r A /,’f’ ]

10k 4

= 7 E

- g "/ .

b -

y
LA “
- / i
7 =

= / =

C -

1L 1 | i
0 5 0 5 -Vp(v) 20
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‘ID e Current limits :
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50, 7200554
0A92 8-6-'61 _
IDmax = max. permissible D.C. current
. IDmax = courant continu max. admissible
ID IDgay = DaxX. zuldssiger Qleichvsforom
max
(MA
40
30
N
N
\L
N
\\
\\
AN
N
\,
20 NG
\\‘
N
N
N,
10
0 ~ ~
25 45 65 Tomb(°C) 65

6.6.1967 E
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IDmax = max. permissible value of Ip for sinusoidal input
voltages and resistive load. (Ipy =T7xIp; tagy =
max. 50 msec)

IDyay = valeur max. admissible de Ip pour des tensions

, d'entrée sinusoidales avec charge résistive.
(Ipy =77.Ip; tay = 50 msec au max.)

IDmé.x = max. zuldssiger Wert von Ip bei sinusfdrmigen
Eingangsspannungen mit Widerstandsbelastung.
(Ipy =7v.Ip; tay = max. 50 mSek)

I Dmox
mA
20
Tam'b5550°C
15 =5
B
] — 55°C
]
10
& ——— 75°C
5 ==
o
L\l
S
®|Q
1
DD
0 ]
0 5 10 5 —=lpm (V) 20
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GENERAL PURPOSE GERMANIUM DIODE in miniature all glass
construction for high inverse voltages

DIODE A CRISTAL DE GERMANIUM de construction tout -verre
miniature pour les usages généraux a tension inverse,
élevée

ALLZWECKGERMANIUMDIODE in Miniatur-Allglasausfiihrung fiir
hohe Sperrspannungen

The white band indicates the
position of the cathode
L'anneau blanc marque la po-
sition de la cathode

Der weisse Ring indiziert
die Katodenseite

Dimensions in.mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm

max2" max 2!
Y
o v— i
’g“o’?:j‘”T T —dh
.AAHJQQ£Z§A,VJ
64125 N
Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)
Valid at, o
Valable a Tamb = 25 _ 7 ¢
Ciiltig bei — — = = = = = === - = m S -
-Vp (tay = max. 50 msec) = max. 90 75 v
-VDu = max. 115 100 V
Ip (tay = max. 50 msec) = max. 50 17 mA %)
Ipy = max. 150 150 mA
IDsurge (t = max. 1 sec) = max. 500 500 mA
Tamd © - ~55%/375°¢
Storage temperature o °
Température 4d'emmagasinage = -55-C/+75°C

Lagerungstemperatur

]) Not tinned; non étamé; nicht verzinnt

2) At page E derating curves are given representing the
max. permissible value of Ip as a function of -Vpy at
Tamb = 25, 50 and 75 ©C. At intermediate temperatures
the max. permissible values of Ip can be found by
linear interpolation ,

Sur la page E des courbes de réduction sont données
representant la valeur max.admissible de ID en fonction
de -Vpy a Tamb = 25, 50 et 75 OC. A des températures
intermediaires les valeurs admissibles aux max. de Ip
peuvent étre trouvées par interpolation linéaire

Auf Seite E sind Reduktionskurven gegeben, die den max.
zuldssigen Wert von %9 als Funktion von -Vpy bvei
Tamb = 25, 50 und 75 9C darstellen. Bei gzwischen-
liegenden Temperaturen konnen die max. zuldssigen Werte
von ID mittels linearer Interpolation gefunden werden

3.3.1958 938 2913 1.
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Characteristics

Kenndaten

Caracteristiques

Thermal resistance (junction to free

air

Résistance thermigue (de la Jonction
jusqu'a 1'air libre)
Thermischer Widerstand (vom Kristall

bis freier Luft)

= max. 0,4 °C/mW

Tamb = 25 ¢ Tamb = 60 %
= min. max. = min. max.

vp(Ip = 0,1 ma) |l =0,18] >0,1 |<0,25 ||= 0,1 |>0,05 | < 0,2V
Vp(Ip = 10 ma) | =1,05/>0,65 | <1,5 ||=0,95 | 50,55 | < 1,4V
Vp(Ip = 30 ma) | =1,85| »1,0 | «2,6 ||=1,75| »0,9 {< 2,5V
-Ip(-Vp = 1,5 V) | = 1,2] »0,4 | 4,5 = 12| 5,5 ¢ 264
-Ip(-vp= 10V)|=2,5/50,8] < 7= 17| > 8|¢ 40
-Ip(-vp = 75 V)| = 35f 55,7 | <110 [[= 100 | > 20 | < 250 pA
-In(-Vp = 100 V)| = 80| » 10 | <250 |= 200 | > 30 [< 430 pA

938 2914 2.
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7R05869

Current limits A 95 14-3-"5]
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7R05871
, 0 = T T T T T VT T T T T T T T 2.7
._(?[ 0: Current limits 0AS2 74-3.%0]
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GENERAL PURPOSE SILICON DIODE of the alloyed junction type
with low inverse current in miniature all-glass con-
struction for operation at high ambient temperatures

DIODE AU SILICIUM POUR USAGES GENERAUX dé type jonction
par alliage et de construgtion miniature tout verre
pour utilisation aux températures ambiantes élevées

Legierte ALLZWECKSILIZIUMDIODE in Miniatur- ‘Allglasaus-
flihrung mit niedrigem Strom in der Sperrichtung zur Ver-
wendung bei hohen Umgebungstemperaturen

The white band indicates the

Dimensions in mm position of the cathode
Dimensions en mm L'anneau blanc.indique la po-
Abmessungen in mm sition de la cathode

Der weisse Ring bezeichnet
. = die Katodenseite

)

max 2

7 g i
L — [
38— ::d____[DszD
max 7,6
- 64125 -l

Limiting values (Absclute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

Tamp = 25% | = 125%
-Vp = max, 507V : max. 50V
direct current 2
Ip {courant continu = max., 160 mA | max. 48 ma?)
Gleichstrom ’

See pages C and D
I (tay = max. 50 msec) Voir pages C et D
Siehe Seite C und D

Tou max, 250 mA | max. 125 mA

0 0
Tamb -55 "¢/ +125 °C
Storage temperatur o °
Température d'emmagasinage= -55 °C/ +125 °C
Lagerungstemperatur

') Not tinned
Non étamé
Nicht verzimnt

2) see also page B
Voir aussi page B
Siehe auch Seite B

6.6.1960 772 00 25 ‘ 1.
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Thermal data.Junction temperature rise

to ambient temperature in free air k £ 0.4 Oc/mw
Donnees thermiques. Augmentation de la
temperature de la’ jonction au regard
de la température de 1'ambiance a < 0
1ltair libre K = 0,4 °C/aW
Thermische Daten. TemperaturerhShung
in bezug auf die Umgebungstemperatur < o
in freier Luft K = 0,4 °C/mW
Characteristics Vs (V)
Caractéristiques ID D
Kenndaten ° 5
(mA) | Tamb = 25°C | Tamb = 125°C
0,1 | 0,52(< 0,62 0,30
10 | 0,80(< 0,96 0,65
30 | 0,901< 1,15 0,80
_ -Ipy (w4)
Vp D
( (¢] — 0
V) | Tamb = 25°C | Tamp = 125°C
50 | 0,02[< 0,1 1 | <10
Capacitance _ [
Capacité Tamb = 25 °C
Kapazitdt -7y = 0,75V
£ = 0,5 Mc/s
Cp = 10 pF
CD < 25 pF
Reverse recovery ’ o
Recouvrement inverse Tamb = 25 °C
Ubergangszeit fiir Sperrichtung
generator Al
(Générateur  d'impylsions "
d onde carrée D Q |Oscilloscope
Rechteck— ~ |Oszillograf
Impulsgenerator
Ri=5000 Shunt diode

Able:td/ade

D= Diode de dérivation

Measuring circuit; circuit de mesure; Messchaltung

) Characteristic value for equipment design
Valeur caractéristique pour 1'étude d'équipements
Charakteristischer Wert fir Geradtentwurf

)

772 00 26
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Reverse recovery (continuedg
Recouvrement inverse (suite) -
Ubergangszeit fir Sperrichtung (Fortsetzung)

Pulse data
Données de 1'impulsion £ = 50 kc/s
Impulsdaten S - 0,5
Rise time ,
Temps de montee < 0,1 usec
Anstiegszeit
Oscilloscope data .
Données de 1l'oscilloscope
Daten des Oszillographen
Cinp = 40 DF .
Rise time ;
Temps de montée = 0,025 usec
@ Anstiegszeit

20—t {ysgc)

1 1

) ) -ip
Ipy “VpM [t = 3,5 psec | t = 10 psec
(ma) (v)

5 5 1,2 mA 35 pA
30 35 4 mA 230 pA

') Reverse voltage pulse (-Vpy) after forward current
pulse (IDM .
Impulsion de tension inverse (-V %) apres impulsion
de courant. en sens conducteur ]()Ipm)
Spannungsimpuls in Sperrichtung (-VpM) nach Stromimpuls
in Durchlassrichtung (Ipu)

.6.1960 722 00 27 3.
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7200147
. 000 4200 5-7-1360
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mA) E Current limits -
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7200144

" IDyax = DaX. permissible D.C. current 04200 5-7-1960
Ippgy = courant continu max. admissible
. IDpay = max. zuldssiger E‘}leichstrom _.
200
DDmax
(mA)
750
M
100 N
A}
N,
\
50 N
0
-9 10 50 Tomp(°C) 200
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Ip = max. permissible valie of Ip for sinusoidal input '
max  yoltages and resistive load. (Ipy =7xIp; tay =
max. 50 msec)
Ip = valeur max. admissible de Ip pour des, tensions
maX  gtentrée sinusoidales avec charge résistive,
(Ipy =7T.Ip; tay = 50 msec au max.)
IDmax = max. zuldssiger Wert von Ip bei sinusfdrmigen
Eingangsspannungen mit Widerstandsbelastung,
) (Ipy =7v.Ip;.tay = max. 50 mSek)
: amb=25°C
80
TDmaf
(mA)
75°C
60
125°C
40
20
§
N
N
T8
3l&
b=
0 S
0 20 40 (V) 60
c

6.6.1960
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GENERAL PURPOSE SILICON DIODE in miniature all-glass con-
struction with low inverse current for operation at high
ambilent temperatures

DIODE A SILICIUM de construction tout verre miniature avec
petit courant inverse pour les usages généraux aux tempéra-
tures ambiantes élevées

ALLZWECKSILIZIUMDIODE in Miniatur-Allglasausfiihrung mit
niedrigem Strom in der Sperrichtung zur Verwendung bvei
hohen Umgebungstemperaturen

Dimensions in mm The white band indicates the
Dimensions en mm position of the cathode
Abmessungen in mm L'anneau blanc marque la posi-

tion de la cathode
Der weisse Ring indiziert die

y Katodenseite
o) 1
X2 max2
- #L* .
o = .
E“H 1t 5 'F::Z
max 76
64125

1

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

-Vp = max. 100 v
=-Vpyu = max. 100 V
Ip (tav = 50 msec) = max. 40 mA
Ipy = max. 120 mA
Tambd = -50 %/+125 %

Characgeristics

Caracteristiques

Kenndaten

Tamb = 25 °C Tamb = 100 °C

Vp (Ip = 0,1 mA) = 0,53 0,38V
Vp (Ip= 10 ma) = 0,80 0,70 V
Vp (Ip = 30 mA) = 0,90 0,80 V
—In(=Vn= = 0,05 5 pA
Ip(-Vp= 100 V ) < 0,3 Y

) Not tinned; non étamé; nicht verzinnt

939 2486 Tentative data, Vorliufige Daten 1.
7.7.1957 Caractéristiques provisoires
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GENERAIL PURPOSE SILICON DIODE of the alloyed junction type
with low inverse current in miniature all-glass con-
struction :for operation at high ambient temperatures

DIODE AU SILICIUM POUR USAGES GENERAUX de type jonction
par alliage et de construction miniature tout verre
pour utilisation aux températures ambiantes élevées

Legierte ALLZWECKSILIZIUMDIODE in Miniatur- Allglasaus-
fihrung mit niedrigem Strom in der Sperrichtung zur Ver-
wendung bei hohen Umgebungstemperaturen

’ The white band indicates the
Dimensions in mm position of the cathode

Dimensions en mm L'anneau blanc indique la po-
Abmessungen in mm sition de la cathode

Der weisse Ring bezeichnet
. die Katodenseite

max2') max 2’k
- — T
SIS S—=dp
ST 4 k o
lg__max76
64%25 |

Limiting values (Absolute max. values)
—>| Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

Tamb = 25°C : = 125%
—VD = max. 150 V | max. 150 V
direct current | 2
I courant continu = max. 160 mwA | max. 48 mA )
Gleichstrom |

See pages C and D 1
I (tay = max. 50 msec)< Voir pages C et D
Siehe Seite C und D

Ton maX: 250 mA | max. . 125 mA
Tanb = -55 %¢/ +125 ¢
Storgge tempeiatur o o
Température d'emmagasinage = -55 C/ +125 ~C

Lagerungstemperatur

1) Not timied
Non étamé
Nicht verzinnt

. 2) See also page B

Voir aussi page B

: Siehe auch Seite B

6.6.1960 7z2 00.28 1.
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‘Thermal data.Junction temperature rise o
to ambient temperature in free ‘air K = 0.4 ~C/mwW
Donnees thermiques. Augmentation de la
temperature de la jonction au regard
de la température de l'ambiance a o
1l'air libre K = 0,4 °C/mW
Thermische Daten. TemperaturerhShung
in bezug auf die Umgebungstemperatur o
in freier Luft K = 0,4 °C/mW
Characteristics
Caractéristigues I vp (V)
Kenndaten 5 5
(mA) | Tamb = 25°C | Tamb = 125°C
0,1 0,52|< 0,62 0,30
10 | 0,80(< 0,96 0,65
30| 0,90(< 1,15 0,80
| -Ip (p4)
(V) | Tamb = 25°C | Tamb = 125°C
150| 0,01{< 0,1 0,5 | < 10
Capacitance o
Capacité Tamb = 25 “C
Kapazitdt vy = 0,757
£ = 0,5 lc/s
CD = 10 pF )
Cp < 25 pF ')
Reverse recovery
Recouvrement inverse Tamb = 25%
Ubergangszeit fiir Sperrichtung
Square wave pulse
generator }{
Gengr%i’z:gg ‘ZéTrE:LSIMS D  '|Oscitloscope
| Rechteck— '~ |0szillograf
- | Impulsgenerator
Ri=5000 Shunt diode
D= Diode de dérivation
. R Ableitdiode .
Measuring circuit; circuit de mesure; Messchaltung
) Characteristic value for equipment desien ,
Valeur caractéristique pour 1'étude d'équipements
Charakteristischer Wert flir Gerdtentwurf

7Z2 00 29



PHILIPS

A 202

Reverse recovery (continued;
Recouvrement inverse (suite
Ubergangszeit fir Sperrichtung (Fortsetzung)

Pulse data
Données de 1'impulsion = 50 k¢/s
Impulsdaten 5 - 0,5
Rise time ,
Temps de montee < 0,1 psec
Anstiegszeit
Oscilloscope data
Données de 1toscilloscope
Daten des Oszillographen
Cinp = 40 DF .
Rise time ,
Temps de montée = 0,025 usec
Anstiegszeit
0 35 70—t (psec)

~ip
(wA)
') ") -1
1 -V B
Dl DM | t=73,5psec|t = 10 pusec
(mA) (v)
5 5 1,2 mA 35 pA
30 35 4 mA 230 pA

') Reverse voltage pulse (—VDM) after forward current
pulse (Ipy)
Impulsion de tension inverse (-Vpu) apres impulsion
de courant. en sens conducteur ?II)M
Spannungsimpuls in Sperrichtung (-VpM) nach Stromimpuls
in Durchlassrichtung (Ipy)

6.6,1960 772 00 27 3
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7200147
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SILICON JUNCTION DIODE for use as 127 volts mains rectifier
in television recelvers

DIODE A JONCTION A SILICIUM pour utllisation en redresseuse
de réseau _de 127 .volts dans les récepteurs de télévision

SILIZIUM- ~FLACHENDIODE zur Verwendung als Gleichrichter fir
127 Volts-Netze in Fernsehempféngern

Dimensions in mm. .
. Dimensions en mm'rmax93 max9

Avmessungen in mm [0
. e
e S
Him | e !
& f' ——&
M4 max 24 '
< 97

Limiting values at Tamb =70 °C (Absolute max. values)
Caractéristiques limites a Tamp = 70 9C(Valeurs max.absolues)
Grenzdaten bei Tamb = 70 °C (Absolute Maximalwerte)

-VpM = max.400 V
Ip (tay = max. 50 msec) = max.0,5 4
Ipy = max. 5 A
Crilt = max.200 pF
Ry Ty =min. 4@
Tamb = max. 70 °C

Storage temperature . o
Température d'emmagasinage = max.150 °C
Lagerungstemnperatur o

1) Rt = min. required circuit resistance. When a trans-
former is present between the mains-and the diode

Rt = Rg s NZRP + Rq
Rt = la résistance de circuit requise- au min. S8'il
y a un transformateur entre le- reseau et la diode

Rt = Rg + N2Rp + R1
Rt = Mindestwiderstand der in der Schaltung anwesend
sein soll. Wenn ein Transformator zwischen Netz und
Diode geschaltet ist, ist Rt = Rs + N2Rp + R1

=ICrint

0

1:N K
Ry= Rs+N*R, Ry

938 3349 - Tentative data. Vorlaufige Daten 1.
12.12.1958 Caractéristiques provisoires
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" {.F 00 ___7R06031
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0A 210 15-10-°58
g —f
7 = ] i Ry Lo n
i (Io=500mA)=} 3Aeff I > I
V=127 Veff H
:(@t=§%(7f_kv) v TC b
- £ © —H
150
100
50 C
0 100 200 300 40011,[mA)500
0 EH 51 +H T
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o Vi =220 Veff u
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L oA 210 15-10-58
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+ .
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04 210 15-10758
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SILICON JUNCTION DIODE for use as 250 volts mains rectifier
in television receivers

DIODE A JONCTION A SILICIUM pour utilisation en redresseusej
de réseau de 250 volts dans les récepteurs de télévision

SILIZIUM-FLACHENDIODE zur Verwendung als Gleichrichter fiir|
250 Volts-Netze in Fernsehempfingern

Dimensions in mm. Heat sink and mounting parts can be
supplied separately

Dimensions en mm. Plaque de refroidissement et pieces de
montage peuvent étre fournies séparément

Abmessungen in mm, Kiihlplatte und Montagezubehdr konnen
getrennt geliefert werden

max9,3 max9
sl < maxt, .
lwl3 4 of S
F S e i g
A1 155 § =] P
4 VKO '
N E & £
M4 max 24
¥ 97

Limiting values with heat sink of min. 5 cm?® at Tamb = 60 %
(Absolute max. values

Caractéristiques limites avec géa ue de refroidissement de
5 cm? au moins a Tamb = Valeurs max. absolues)

Grenzdaten mit Kuhlflache von mindestens 5 cm? bel
Tamb = 60 °C (4Absolute Maximalwerte)

=-Vpu = max. 800 V
Ip (tav = max. 50 msec) = max. 0,4 A
IpM = max. 4 A
Crilt = max. 100 pF
Ry 1) = min. 8¢
Tamb = max. 60 %

Storage temperature o
Température d'emmagasinage= max. 150 "C
Lagerungstemperatur

1) See page 2; voir page 2; slehe Seite 2

938 2939 Tentativq data. Vorldufige Daten 1.
3.3.1958 Caractéristiques provisoires
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l) Rt = min. required circuit resistance. When a trans-
former is gesent between the mains and the dlode
Rt = Rs + N°Rp + R

Rt = la résistance de circuit requise au min. S'il y
a un.transformateur entre le réseau et la diode
Rt = Rg + NZRp + Ri

Ry = Mindestwiderstand der in der Schal tung anwesend

sein soll. Wenn ein Transformator zwischen Netz und
Diode geschaltet ist, ist Rt = Rg + N°Rp + Ry

1:N ]
Ry=Rs+N*Ry+Ry

938 2974 Tentative data. Vorldufige Daten 2.
Caracteristiques provisoires
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SILICON JUNCTION DIODE for use as 220 volts mains rectifier
in television receivers

DIODE A JONCTION A SILICIUM pour utilisation en redresseuse
de réseau de 220 volts dans les récepteurs de télévision

SILIZIUM-FLACHENDIODE zur Verwendung als Gleichrichter fiir
220 Volts-Netze in Fernsehempféngern

Dimensions in mm. Heat sink and mwmounting parts can be
supplied separately

Dimensions en mm. Plague de refroidissement et pleces de
montage peuvent &tre fournies séparement

Abmessungen in mm. Kihlplatte und Montagezubehdr konnen
getrennt geliefert werden

max 9,3 max9

. maxfy|
7 )
‘ §§ 31 T
NI B
01 1550 5 s Pl
B E E e
M4~ |4 max 24

Limiting values with heat sink of min. 5 cm® at Tgmp= 70 °c
(Absolute max. values

Caracteristhues limites avec gla ue de refroidissement de
5 cm? au moins a Tamb = Valeurs max. absolues)

Grenzdaten mit Kﬁhlflache von mindestens 5 cm? bei
Tamb = 70 ©C (Absolute Maximalwerte)

-VDM = max. 700 V g
Ip (tay = max. 50 msec) = max. 0,5 A ‘
IpM = max. 5 A
Crilt = max.. 100 pF

h =min. 7 Q

Tamb = max. 70 °

Storage temperature
Température d'emmagasinage = max. 150 o¢
Lagerungstemperatur

1y see page 2; voir page 2; siehe Seite 2

938 2940 Tentative data. Vorldufige Daten 1.
3.1958 Caractéristiques provisoires
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1) Rt = min. required circuit resistance. When a trans-
former is Eesent between the mains and the diode
Rt = Rs + N°Rp + Ry

Rt = la résistance de circuit requise au min. S'il y|
a un transformateur entre le réseau et la diode
Rt = Rg + N2Rp + Ry

Rt = Mindestwiderstand der in der Schal tung anwesend
sein soll. Wenn ein Transformator zwigchen Netz und

Diode geschaltet ist, ist Rt = Rs + N“Rp + Ri
Ry
0
R= | 2R I
D s
L==ICie
1:N
Ri=Rs+N’Ry+Ry
938 2974 Tentative data. Vorldufige Daten 2.

Caractéristiques provisoires
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GERMANIUM PHOTODIODE
PHOTODIODE AU GERMANIUM
GERMANIUM~PHOTODIODE

For data sheets of this type please refer.to the chapter
"Photo Tubes" in this volume

Pour les feuilles de dopnées de ce type voir sous le
Chapitre "Tubes Photo-électriques" dans ce tome

Fiir Datenbldtter dieser Typennummer siehe unter- "Photo-
elektrische Rohren" in diesem Bande

7.7.1958 938 3200 1
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SILICON ALLOY JUNCTION DIODE in all-glass construction with
metal can for use as low current VOLTAGE STABILIZER or
as ‘a VOLTAGE REFERENCE

DIODE AU SILICIUM A JONCTION PAR ALLIAGE en construction
tout verre avec enveloppe métallique pour utilisation
comme STABILISATEUR DE TENSION ou comme.ETALON DE TENSION

LEGIERTE SILIZIUM-~FLACHENDIODE in Allglastechnik mit Metall-|.
umhiillung zur Verwendung als SPANNUNGSSTABILISATOR bel
kleinen Strdmen oder als BEZUGSSPANNUNGSQUELLE

Dimensions in mm max 157 min37
Dimensions en mm )
Abmessungen in mm I—

&
+l 1F
; =
=d 3
max 1,5
15 " i5
6572 65432
| l | -
- ] L cuosmm | yCu0smm
I ¥ #---,
t 1 1
| B I
1 g 1 I 1
' e X1 1 R —
| l ‘ |
1 I 1 I
! oL I R
Type 'a' | Ly
| 309 R
i ) ; i
Type 'b!

1) The coloured dot 1ndicates the position of .the cathode
Le point coloré marque la position de la cathode
Der farbige Punkt bezeichnet die Katodenseite

Not tinned; non étamé; nicht verzinnt

3) standard cooling fin
Ailette de refroidissement standard
Normal-Kiihlschelle

Extended cooling fin
Ailette de refroidissement prolongee
Verlidngerte Kiihlschelle-

2)

4

~

5151960 722 0000 T
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Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

Ip = max. 100 mA
Ipy = max. 100 mA
-Ip (tagy = max. 20 msec) = max. 50 miA ')
=Ipu = max. 100 mA

-Ip surge(t=max. 0,1 msec) = max. 10 &4 2)
Ty max = Tamb )

P = max. e
T4 = max. 150 °C
Storage temperature ° °
Température d'emmagasinage = -55 ~C/+150 °C
Lagerungstemperatur

Thermal data
Junction temperature rise to metal can K = 0.15 °C/mW
Junction temperature rise above ambient temperature
a. Without cooling fin in free

air K= 0.4 °C/mW
b. With type a or extended type b o
cooling fin in free air K = 0.3 °C/mW

c. With standard type b cooling
fin and heat sink of 3.5x3.5
cm? of 1.6 mm aluminium K

0.25 °c/mw

Données thermigues, voir page 3

Thermische Daten, siehe Seite 3

1) Provided the maximum dissipation is not exceeded
Pourvu que lg dissipation maximum admissible ne soit
pas depassée
Unter der Bedingung dass die hdchstzulissige Leistung
nicht lberschritten wird

2) see page H; voir page H; sieche Seite H
3) See page G; voir page G; siehe Seite G

722 0001 2,



PHILIPS [oAz200
— 13

Données thermiques

Augmentation de la, température de la jonction par gpport
a l'enveloppe métallique K = C/mW

Augmentation de la température de la jonction par rapport
a la température de 1'ambiance

a. Sans gilette de refroidisse-

ment a l'air libre K= 0,4 °C/mw
b. Avec allette de refroidisse-

ment type a ou type b prolonge . °

a 1'air lidre K = 0,3 °C/mW
c. Avec allette de refroidisse-

ment type b standard et plague

de refroidissement addition-

nelle de 3,5x3,5 cm? d'alumi- o

nium de 1,6 mm K = 0,25 “C/mW

Thermische Daten
Temperaturerhdhung des Kristalls in Bezug auf die Metall-

umhiillung K = 0,15 °C/nW
Temperaturerhdhung des Kristalls in Bezug auf die Umge—
bungstemperatuur
a. Ohne Kiihlschelle in freier o
Luft . K= 0,4 C/uW

b. Mit Kiihlschelle .Type a oder
verlidngerter Type b in freier

Luft K= 0,3 °c/uw
c. Mit Kiihlschelle Normaltype b
und zus#dtzlicher Kiihlfl&che
von 1,6 mm Aluminium von °
3,5%3,5 cm? . K = 0,25 “C/uW
Characteristics o
Caractéristiques Tamb = 25 C
Kenndaten
Column I : Typical (average) measuring results of new
diodes.
II: Characteristic range values for equipment
design

Colonne I : Résultats moyens de mesures de diodes neuves
Gamme de valeurs caractéristiques pour 1'étude
dréquipements

Spalte I : Mittlere Messergebnisse neuer Dioden

II: Charakteristischer Wertbereich fiir Gerdtentwurf

Ip vp (mV)
(mA) I 11

10 730 | 700-850
100 800

5.5.1960 722 0002 -3
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Characteristics (continued) Caracteristhues (sulte)
Kenndaten (Fortsetzung) Tapp = Sc
-Ip| - a(-Vp)/aT,
Type nr. =Vp (V) D rp (R)
Nr. de Type|(ma) D (mv/°c) '
Typennummer I I 1T I T 1T
1| 4,7|4,4-5,0 ~-2,0 350 300-420
047 200 5 | 5,214,9-5,6 =1,2 30- 70
20' | 5,615,3-5,9| 40,2 7 5 3,0- 15
1] 5,14,8-5,4] -1,8 |340 | 300-400
0AZ 201 5 | 5,6|5,2-6,0 -0,6 40 25~ 75
20 5,9 5)6"612 +1,0 4,7 3,0- 15
11 5,6/5,3-6,0 -1,0 | 320 | 250-380
0AZ 202 5 2,0 5,6-6,3|. 40,8 30 20- 55
20 32 5)9'6;6 +1,9 3,9 2:0'6»0
1| 6,2|5,8-6,6 +0,5 |200 10-280
0AZ 203 5 | 6,316,1-6,8 +1,7 105 | 2,5~ 15
. 20 | '6,4(6,1-6,9 +2,6 2,0 | 1,0-4,0
1 6,816,4-7,2 +2, 5 40 | 5,0-180
0AZ 204 5 | 6,9|6,4=7,3 +3,0 |4,0 | 2,0- 10
20 | 7,0/6,5-7,4 3,6 | 1.6 |0,75-3,5
1| 7,5(7,1=7,9 +4,0 |8,0 | 3,0- 28
0AZ 205 5 | 7,617,1-8,0 +4,3 13,0 | 1,0- 15
20 |.7,7|7,1-8,2 +4, 6 |16 0,75=7,5
-1 | 8,2(7,7-8,7 +5,0 | 6,5 | 2,5- 28
0AZ 206 5 | 8,2|7,7-8,8 +5,2 3,0 | 1,5- 20
20 8,4|7,8-9,0 +5,4 1,8 1,0- 10
119,1/8,6-9,6 +6,2 |8,0 | 2,5~ 28
0AZ 207 519,2(8,6-9,8 +6,4 14,3 | 1,5- 15
20 | 9,4|8,8-10,0 +6, 2,7 |0,75- 10
1 4,313,3-5,0 -2,0 |370
0AZ 208 5 | 4,9|3,8-5,6 -1,4 67
20 5,3{4,3-5,9 -0,5 12
1] 5,1|4,4-6,0 -1,8 |340 < 400
0AZ 209 5 | 5,6(4,9-6,3| -0,6 | 40
20 5)9 5)3'614 +1,0 4-77
1] 6,2]5,3-7,2 +0,5 | 200 < 280
0AZ 210 5 1 6,35,6-7,3 +1,7 10,5
20 6,4 5;9‘7)4 +216 2,0
11 7,5(6,4-8,7 +4,0 | 8,0 < 28
0AZ 211 5 7,616,4-8,8 +4,3 3,0
20 | 7,7|6,5-9,0 +4,6 1,6
11 9,17,7-10,6 +6,2 |8,0 < 28
0AZ 212 5 19,2(7,7-108 +6,4 13,2
: | 20 | 9,4|7,8-11,1 +6,6 |2,7
1 [12,0]9,4-150 +9,2 21
0AZ 213 5 112,2(9,4-153 +9,3 11
20 |12,5(9,6-157 +9,4 | 7,0
1)Dynamic impedance; impédance ‘dynamique; dynamische Impedanz

722 0003 4.
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Characteristics (continued) o
Caractéristiques (suite) . Tamp = 25 °C
Kenndaten (Fortsetzung)

j - cp (pF)
W he ype | Vo (M| =10 () | (=) - »2;]
Typennummer I I II I
0AZ 200 2 0,25 | <1,0 575
0AZ 201 2 0,1 | <1,0 525
OAZ 202 2 0,03 | <0,5 475
0AZ 203 3 0,04 | <0,5 425
0AZ 204 3 0,03 | <0,5 . 375
0AZ 205 37 0,02 | <0,5 350
0AZ 206 5 0,04 | <0,4 300.
0AZ 207 5 0,03 | <0,4 250
0AZ 208 1,5 0,2 600
0AZ 209 2 0,1 | <1,0 525
0AZ 210 2 0,01 | <0,5 425
0AZ 211 3 0,02 | <0,5 350
0AZ 212 5 0,03 | <0,4 250
0AZ 213 5 0,025 | <0,4 150
— I

5.5.1960 . 722 0004 5.
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